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FinGRAMOWATIY 01JELMIK CZESTOTLIWOSCI MCY 7-52011

Monolityczny uktad scalony MCY 762011 stanowi programowany
dzielnik czestotliwosSci. Jest jo uktad cyfrowy wykonany

w technologii NMOS z bramkg poiikrzemowg. Napiecie zasila-
nia oraz wejScia i wyjscia sg kompatybilne ze standardem
TTL. Uk¥ad miesci sie na ptytce krzemowej o wymiarach
5,0 x 3,7 mm, zamknietej w dwurzedowej obudowie plastykowej

z 18 wyprowadzeniami typu CF-81.

DO-D7 - WejsScia danych

AO-A2 - WejsScia adresowe
01 - 2 17 - "es

WR - Wejscie blokujgce zapis
D2 - 3 16 - AO

CS - WejsScie wyboru struktury
03 - 4 15 - Al /chip select/
D4 - 5 14 - A2 CKl1 - WejsScie zegarowe dzielnika
05 - 6 13 - WR* FDP - Wejscie zegarowe licznika
06 - 7 12 - 1IPP IPP - Wyjscie
07 - 8 11 - FBP UDD - Napiecie zasilania /5 V/
uss ~ 2 10 - CKI USS - Masa /0 V/

Rys. 1. Opis 1 uktad wyprowadzen
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Programowany dzielnik czestotliwosci /ang. rate multiplier/
dzieli czestotliwos¢ w ten sposdéb, ze przy podawaniu impulsow

na wejscie zegarowe CK! /rys. 2/ tylko niektore z nich /odpo-
wiednio dobrano/ sa powtarzane na wyjs$ciu IPP. Kazdym kolejnym
224 impulsom na wej$ciu CKI odpowiada X imp.ulsow na wyjsciu IPP,
przy czym X oznacza 24-bitowg liczbe dwéjkowa zawartg w liczni-
ku rewersyjnym. Programowanie dzielnika czestotliwosci /czyli
liczby X/ odbywa sie za pomocg wejs$¢ danych DO-D7, wejs¢é adre-
sowych AO0-A2, wejsS¢ blokujacych zapis CS i1 WK oraz wejscia

zegarowego FI3P. Stan L jednoczes$nie na obu wejs$ciach CS i WR

D0-D7 AD-A2

Rys. 2. Schemat blokowy uk#adu MCY 7620M



powoduje odblokowaniu dekodera i wczytanie danych DO0-D7 zgodnie

z zadanym adresem A0-A2 /A2A1A0/:

Bufor typu

adres

adres

adres

adres

adres

adres
adres

adres

000!

001:

010:

011»

100)

101:
110:

1U;:

wczytanie danych 00-07 do bufora typu "latch",

wczytanie danych DO-D7 do licznika rewersyjnego
/0 najmniej znaczacych hitow liczby X/,

wczytanie danych DO-D7 do licznika rewersyjnego

./Srodkowe bity liczby X/,

wczytanie danych DO0-D7 do licznika rewersyjnego
/8 najbardziej znaczgcych bitow liczby X/,

zerowanie licznika zawartego w dzielniku czesto-
tliwosci ,

stuzy do testowania uktadu scalonego,
wymuszenie stanu L na wyjsciu IPP,

nie uzywane,

"Istch" zawiera 8 przerzutnikow, ktdérych stany maja

nastepujace”znaczenie:

- stan szesciu pierwszych przer2Utnikéw /wejscia D0-D5/ decy-

duje o tym,

o ile kazdy impuls na wejsciu F8P zmienia licz-

be X* Mozliwe sg tu zmiany o 16 dla n = 0,...,5 zgodnie
Z zataczong tabelka,

Przerzutniki 00-05 /miana liezby X o:

000000 0

100000 1

010000 161
00i000 u?2
006100 163
000010 164
000001 165

- siodmy przerzutnik /wejsScie 06/ okresla kierunek zmian liczby
stan L oznacza zwigekszanie, a stan H zmniejszanie,

by X:

stan

I 6smego przerzutnika /wejsScie 07/ blokuje dzielnik cze-
fitolliwoeci, V wyniku czcrjo fia wyjociu IPP trwa stan H.



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Dopuszczalne napiecie dowolnego
wyprowadzenia wzgledem U~” 0,3 +7 V

Temperatura przechowywania Nstg 55 +125<C

Temperatura otoczenia
W czasie pracy tamb 0 +70<=C

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY STATYCZNE /t b =0 - 70=C, wszystkie napiecia
wzgledem dgg/

Wartosc¢ .
Nazwa parametru Symbol _ Warunki
- pomiaru
min. typ. max.
Napiecie zasilania |y v 4,73 5 5,25
Pred zasilania 1DD mA - - 50 Udd = 5,25 V
Napiecie wejsSciowe U IH \% 2,0 - 5,25 -
w stanie wysokim
Napiecie wejSciowe UIL % -0,3 0,,8-
w stanie niskim r hoors
Napiecie wyjsciowe v 2,4 - AQH = 0. pA.
w stanie wysokim ubb = 4,75 V
.Napiecie wyjSciowe UoL % - - 0,4 1ql = 2,4 mA
w stanie niskim UubbD .= 4,75 V
Prad uptywnosci 14 pA 40 Uj = 5,25 V
wejsc¢ /dla kazdego upf] = 5,25 Vv

wejsci a/



PARAMETRY DYNAMICZNE /zdefiniowane na rys.

t

Nazwa parametru

Czas trwania impulsow
CKI 1 FBP /stan L/

Czas miedzy impulsami
CKI 1 FBP /stan H/

Opdéznienie zbocza opada-
jacego FBP wobec zbocza
narastajacego CKI

Czas utrzymania danych
DO-D7 i adresu A0-A2 po
narastajgcym zboczu WR

Czas trwania impulsu WR

Opdéznienie zbocza opada-
jacego IPP wobec zbocza
opadajqc%go CKl przy ob-
cigzeniu 1 bramkg TTL

Czas trwania impulsu
IPP /stan L/

amb

=0 - 70°C/
Symbol  Jedn.
tCKIL ns
tFBPL
tCKIH ns
tFBPH
1= ns
%9 ns
*3 ns
ns
t5 ns

min.

150

750

100

80

320

50

80

3 1 rys. 4

Wartosé

max .

tCKIH 100

250

tCKIL + 50



+CKIL 4CKIH
CKI ' —
ipp

FBP

1°- VBPL fFBPH

Rys. 3. Przebiegi sygnatow OKI, [IPP, FBP

Rys. 4. Przebiegi sygnatow DO-D7, A0-A2, WR



Rys. 5. Ksztatt 1 wymiary obudowy plastykowej typ C£~81

Wymiary /mm/

Symbol Kat
min. nom. max. /stopnie/
A ) - 5,10 -
b 0,38 0,50 0,59 -
c 0,2 0,25 0,36 -
D - - 22,86 -
e . 2,54 - -
el B 7,63 - -
2,54 - 45 -
- - 8,30 -

0 - - ~ 0 i- 15
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cevt INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

KONTROLER SZYNY SYSTEMOWEJ
WIELOPROCESOROWYCH SYSTEMOW UCY 74S418/419N
MIKROPROCESOROWYCH

Monolityczny, cyfrowy ukdad scalony TTL - S LSI, pe#ni funkcje
kontrolera magistrali systemowej wieloprocesorowych systemow
mikroprocesorowych* Uktad zapewnia interfejs modudd6w nadrzednych
systemu /CPU lub kanat DMA/ do wspdlnej magistrali systemowej
typu MULTIBUS.
Uktad realizowany jest w dwoch wersjach konstrukcyjnych. Wersja
UCY 74S418M przeznaczona jest do wspdédpracy z mikroprocesorem
MCY 7880 lub kontrolerem DMA 8257, natomiast wersja 74SM9N do
wspOtpracy z mikroprocesorem 8085.
Uktad sktada sie z trzech zasadniczych blokéw funkcjonalnych
/rys. 2/ realizujgcych nastepujace funkcje:
rozpoznanie stanu magistrali systemowej /linia BUSY/,
- generacja synchronicznych z zegarem systemowym sygnatdéw zada-
nia dostepu do magistrali dla zewnetrznych ukdaddéw arbitrazu,
- generacja sygnatéw kontrolnych systemu oraz sygnatéw steru-
jacych pracag buforow szyn adresu i danych,
- zapewnienie odpowiednich relacji czasowych dla sygnatow ma-
gistrali systemowej.
Praca uktadu rozpoczyna sie w chwili, gdy modut nadrzedny /ang.
MASTER/ zgtasza zadanie dostepu do magistrali systemov>ej na
liniach BCR1, BCR2/BCR2/ lub ASRO /wersja 74S419N/. Sygnaty zg-
dania sa strobowane w uktadzie za pomocag zewnetrznego sygnatu
RSTB /z wyjatkiem sygnatu ASRQ/. Drugie opadajgce zbocze sygna-
+u zegarowego BCLK /liczgc od chwili wystgpienia sygnatu stro-

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



bujgcego RSTB/ spowoduje wygenerowanie sygnatu zadania dostepu
do magistrali BREQ oraz wprowadzi wyjScie BPRO w stan wysoki
/rys. 3/.
Sygnat BREQ wykorzystywany jest w przypadku,gdy priorytet.do*»
stepu do magistrali systemowej rozstrzygany jest w rownolegtym
uktadzie arbitrazu. Sygnat BPRO zezwala na dostep do magistra-
Ii modutowi nadrzednemu o nizszym priorytecie 1 wykorzystywa-
ny jest w szeregowym uktadzie arbitrazu /ang. DAISY CHAIN/.
W przypadku gdy modut nadrzedny uzyska priorytet dostepu
do magistrali /stan niski na wej$ciu BPRN/, kolejne opadajace
zbocze sygnatu zegarowego BCLK spowoduje wygenerow/anie stanu
niskiego na wyjsciach BUSY i ADEN, co jest jednoznaczne z do-
tgczeniem modutu nadrzednego do magistrali systemowej.
Sygnat BUSY blokuje dostep do magistrali wszystkich 1innych
modu46w nadrzednych, natomiast sygnat ADEN wykorzystywany jest
do aktywizacji buforéw/driverow szyn adresu i danych.
Cykl kontrolny systemu rozpoczyna sie w momencie wystgpienia-
narastajacego zbocza sygnatu XSTR lub opadajgcego zbocza sy-
gnatu ADEN, w zaleznosSci od tego, ktore z nich wystgpi jako
ostatnie /rys. 4/. Powoduje to wygenerowanie sygnatd XCY,
a po czasie opbéznienia 1 /zaleznym od wartosci elementéw RC
na wyprowadzeniu DLYADJ/ odpowiedniego sygnatu kontrolnego
/MRDC, MUTCitd/. Kolejne narastajgce zbocze sygnatu XSTR
moze pojaw/i¢ sie. juz w trakcie aktualnego cj”*klu kontrolnego,
co umozliwia przyspieszenie rozpoczecia nastepnego cyklu. Za-
konczenie cyklu kontrolnego nastepuje w chwili wystgpienia
opadajgcego zbocza sygnatu XCP, ktdére powoduje zdjecie sygnatu
"kontrolnego, a po czasie opdznienia T wprowadzenie wyjsScia XCY
w stan wysoki.
Kontrolowana przez modut nadrzedny magistrala systemowra moze .
zosta¢ zwolniona tylko w dwoch przypadkach: 1
- modut nadrzedny traci priorytet /BPRN = 1/,
- modut+ nadrzedny wstrzymuje zgdanie dostepu do magistrali.— —
/BCR1 =0, BCR2 = 1/,
pod warunkiem, ze nastapito zakonczenie cyklu kontrolnego /XCY=1/
oraz na wejsciu OVRD wystepuje stan niski- WyjsScia ADEN i BUSY.
wprowadzone sg wowczas w stan wysoki /rys. 3/.



N ui SUCC.
NC 02 3ovrd
XSTRt
XCP
UCY 7kS418M UCY 74S419N
/A/ 10WR 10/M
/B/ MWTR WR
/c/ 10RR RD
/D/ MRDR ASRQ
MROCt /E/ BCR2 BCR2
10RC [13 160 MWTC
gndEu 150 DLYAD!

Rys, 1,, Rozktad wyprowadzen uktadu UCY 74S418/419U

Nazwy wyprowadzen

INIT - wejScie - sygnat inicjujacy, sprowadzajacy ukdtad do zna-
nego stanu poczgtkowego,

XSTR - wejscie /aktywne narastajgce zbocze sygnatu/ - sygnat
rozpoczecia cyklu kontrolnego systemu,

XCP - wejScie /aktywne opadajace zbocze sygnatu/ - sygnat kohca
cyklu kontrolnego, wskazujacy ze dane zostate odebrane przez
uktad podrzedny /cykl zapisu/ lub wystane przez uktad podrzedny
i odebrane przez uktad nadrzedny /cykl odczytu//

XCY - wyjsScie TTL - sygnat wskazujacy na przebieg cyklu kontrol-
nego

MRDR, MWTR, IDRR, IOWR - /wejsScia uktadu UCY 74S418/ - sygnaty
zadania: odczytu z pamieci, zapisu do pamieci, czytania z portu
WE/WY, zapisu do portu WE/WY,

Sygnaty generowane przez kontroler systemu UCY 74S428 /dla u~
ktadu HCY 7880/ lub przez kontroler DMA 8257:.

WR, RS, 10/M - wejsScia ukdtadu UCY 74S419 - sygnaty kontrolne
generowane przez mikroprocesor 8085 1 wewnetrznie dekodowane



przez ukdad UCY 74S419N w celu uzyskania sygnatéw zadania

MM, MWTR, 10KR, XOV7K,

ANYR - wyjscie TTL - sygnat wskazujacy na pojawienie sie jedne-
go z sygnatdéw zgdania /MRDR, MV/TR itd/

RDD - wyjsScie TTL®" - sygnat sterujacy kierunkiem transmisji dwu-
kierunkowych buforéw /driverow szyny danych/ RDD = 1 w trakcie
cyklu czytania.

MRDC, MWTC, 1IORC, I10WC - wyjsScia 3-stanowe - sygnaty kontrolne
systemu:

- odczytu z pamieci

- zapisu do pamieci

- odczytu z portu WE/WY

- zapisu do portu WE/WY

ADEN - wyjsScie TTL - sygnat aktywizacji buforéw szyny .adresu

1 danych

BUSY - wyjsScie typu "otwarty .kolektor™ - sygnat wskazujacy
stan magistrali systemowej /zajete, zwolnione/

BOLK - wejsScie - sygnat zegara systemowego

BREQ - wyjscie TTL - sygnat zadania dostepu do magistrali
wykorzystywany w rdéwnolegtym uktadzie arbitrazu

BPRN - wejsdcie - sygnat priorytetu magistrali, wskazujacy ze
zaden z .uktaddéw rdéwnolegtych o wyzszym priorytecie nie zgtasza
zadania dostepu do magistrali /BPRN = 0/

BPRO - wyjScie TTL - sygnat priorytetu magistraliwykorzystywany
w szeregowym uktadzie arbitrazu /ang. DAISY CHAIN/

BCR1, BCR2/BCR2 - wejsScie - sygnaty zadania dostepu do magistrali
generowane przez modut nadrzedny. Dla uktadu UCY 74S419N stanem
aktywnym na wejsciu BCR2 jest stan wysoki, natomiast dla uktadu
JICY 74S418N, stan niski /BCR2/

*ASRQ - wejsScie - asynchroniczny sygnat -zadania dostepu do ma-
gistrali, nie wymagajacy sygnatu s.trobujacego RSTB /tylko dla
UCY 74S419N/

RSTB - wejsScie - sygnat strobujacy sygnaty zadania dostepu do
magistrali BCR1, BCR2. W uktadzie UCY 74S418N strobowanie naste-
puje w stanie niskim sygnatu, natomiast w uktadzie UCY 74S419N,
przy opadajacym zboczu sygnatu



BUSY

BCR1 BREQ
E BPRN
RSTB BPRD
ADEN INIT 5
OVRD BCLK
2
9 DLY AD!J
0 XSTR
a XCP
¢ XCY >
0 S
=,
®
ANYR
A MRDC
® MWTC
© IORC
(D) IOWC
RDD

Rys, 2, Schemat blokowy uk#adu UCY 74S418/419N

OVRD - Y/ejsScie - sygnat zapobiegajacy utracie kontroli nad ma-
gistralg w przypadku utraty priorytetu przez modut nadrzedny
kontrolujacy magistrale. Moze by¢ wykorzystywany w operacjach
semaforoY/ych typu czytanie - modyfikacja - zapis.
DLYADJ-Y/ejScie - Y/yprowadzenie dla zeY/netrznych elementéw RC
zapevmiajacych v/ymagane wartosci czas6w ustalenia oraz
czasOw utrzymania sygnatov.r adresu i danych w stosunku do sy-
gnatow kontrolnych magistrali MRDC itd.

Ucc - zasilanie uktadu

GND - masa uktadu



BCY
bclk
ejw
R5TB W
ER? teimjlESB

Rys, 3. Przebiegi czasowe w uktadzie decyzyjnym /magistrala sys*
temowa poprzednio zwolniona/

RFO3RWTR
IORR IOWR r yp CAD
AKIYR
tG8D
ROD \
Txew
XSTR XCPYL 3 XSTR 1
as
Lim
MRDC MWTC ‘ Ir
lorc iowC SCO

"Rys. 4, Przebiegi czasowe podczas cyklu kontroli magistrali /ma-
gistrala poprzednio zwolniona/



MRDR MWTP  Masterl zwalnia magistrale

IORR fOWR
Xﬁ\P{RMasterl
réznienie,™
XCY Masterl J 7
BCLK

ADEN Masterl

Masterl kontroluje '\Ifas'grarz .
BUSY magistrale %.O it

ADEN Master 2

h"M\A/T*Master2 Zzada dostepu do magistrali

R5RR IOWR
XSTR MASTEQINT”

IORC 10WC MASTER2 . znieme
Master 2
Rys, 5, Przebiegi czasowe podczas przejmowania kontroli nad ma

gistralg. /MASTER 1 zwalnia magistrale, MASTER 2 przejmuje kon
trole nad magistralg/

=25°C
R-390Q
R»3000
R-200Q
C[PF],
50 100 200 ~ 300 "* 400 500 600

Rys, 0, Zalezno$é czasu op6znienia t od elementéw R, C



W uktadzie UCY 74S41S istnieje mozliwoS¢ przyspieszonej gene
racji sygnatow BPEO i1 EPRO. Pa to miejsce w przypadku, gdy
wejscia BCR1, BCR2, RSTB znajduja sie w stanie niskim. Stany
aktywne na wejéciach BREQ i BPRO pojawig sie wéwczas juz po
pierwszym opadajgcym zboczu sygnatu zegarowego BCLK.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie zasilania uce 0,5-7 \Y
Napiecie wejSciowe Ul -1 - 5,25 \Y

Temperatura otoczenia

W czasie pracy Aamb 0 - +70 <
Temperatura przechowywania Astg -55 - +125 °C
Rezystancja termiczna
ztgcze-otoczenie Athj-a 55 k/W
Temperatura ztgcza 150 h
ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc¢ Warunki

Nazwa parametru Symbol Jedn. ... max pomiaru

1 2 3 4 5 )
Napiecie wejsSciowe
w stanie niskim
/wszystkie wejscia/ UTT V 0,8
Napiecie wejsciowe
w stanie wysokim
/wszystkie wejscia/ UIH v 2
Prad wejs$ciowy w sta- Ucc = 5,25 V
nie niskim /wszystkie
wejscia/ oL ~UA 500 Uj 0,45 V
Prad wejsciowy uce = v

w stanie wysokim

/wszystkie wejscia/ E h ~UA - 100 UT = 5,25 v



-D1I -

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

1

Napiecie wyjsciowe
w stanie niskim

MRDC, MWTC, 10RC,
10WC

BREO, BUSY
XCY, ADEN, RDD
BPRO, ANYR

Napiecie wyjsciowe
w stanie wysokim

MRDC, MWTC, 1IORC,
IOWC, BUSY - wyjsScie
typu 0OC

Pozostate wyjscia

Wyjsciowy prad
zwarciowy

Prad vyj Sciowy
w stanie trzecim
MRDC,MWTC, IORC, IOWC

Prad zasilania
Okres sygnatu BCLK

Szerokos¢ impulsu
BCLK

Czas ustalenia RSTB
wzgledem BCLK

Czas ustalenia BCR1,
BCR2, /BCR2/
wzgledem RSTB

Czas utrzymania
BCR1,BCR2, /BCR2/
wzgledem RSTB

Czas opo6zZnienia
BCLK-*- BREO

uoL

UOH

“1GS

To/off/

XCC
XBCY
tPW

tROS

tCSS

tCSH

trop

3

mA

YUA

mA
ns

ns

ns

ns

ns

ns

4

100
35

25

15

15

35

5

0,45
0,45
0,45
0,45

90
-100
100

240

©,65Bcy

ucc

tol
10L
10L

uco

Joi:
OH

UCC
uo

H&C
Uo

o 1o oul

ucc ~

= 4,75 V

32 mA
20 mA
16 mA
3,2 mA

4,75 V

-2 mA
-400"NUuA

N BN <N
g, ol
< < <K< <

N
(6}



1

Czas ustalenia BPRN

wzgladem BCI.K

Czas onos$nienia

BPRN 2*~BPRO

Czas opo6znienia
BCLK-—-BUSY

Czas ono6znienia MRDR.
mwtr, IORR,

IOWR — ANYR

Czas opoOznienia
XSTR —*~XCY

Czas op6znienia
XSTR-*- MRDC.
MV/TC, 10RC, 10V/C
SzerokosS¢ impulsu
XSTR

Czas opdznienia
Xcp- MRDC, MWTC.
I0RC, 10Y/C
Szerokos$¢ impulsu
XCP

Czas opdznienia
XCP XCY

Czas opb6znienia MRDR,

MWTR, I0ORR, 10WR -
W/TC, 10RC, I0WC

Czas opOznienia MRDR,

MWTR, 1ORR,
I10WR- *RDD
Szeroko$¢ impulsu
RSTB

U 10 -

2

TXSW

XCD

TtXCW

CCD

tCMD>?>

CRD

tRW

3

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

4
23

50

35

50

30

5

30

55

30

40

200

50

200

35

25

-ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c,.d.

6

Regulacja za
pomocg elemen-
tow RC na wypr,,
DLYADJ

Regulacja za
pomocg elemen-
téw RC na wypr,
DLYADJ



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

1 2 3 A 5 6
Czas opo6znienia ns A
BCLK— -BDRO. mm ICPD
Czas op6znienia “ep ) NS 25 ™
XCP——RDD
"Obcigzenie wyjs¢é jak na rys 7.
e 2,28V 0 230V
600 950
wY WY
150pF 30pF
MRDC, MWTC , IORC , IOWC BREQ . BUSY
o 235V *e 2,18V
'1200 5400
WY WY
30pF
30pF
XCY , RDD, ADEN BPRO , ANYR

Rys. 7. Obcigzenie wyjs$¢ ukdadu UCY7ASA18/419N podczas pomiaru
parametréw dynamicznych
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Rys. Ba Ksztatt i1 wymiary 28|wyprowadzeniowej obudowy plastyk:
wej z radiatorem typu CE-77

Symbol Wymiary /mm/ Kat
wymiaru min. nom. max. /stopnie/

ﬁ 0i 38 TTio

]

c 0,20 828

D 36,4 36,7

e 2,54

el 15,24

L 2,54

Me ™ 13,8

0 0 415
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

G ENERATOR IMPULSOW ZEGAROWYCH DO STEROWANIA
EDNCOmTKI CEKTIWALNEJ MIKROPROCESORA 8086 UCY 7ASABAN

Monolityczny, cyfi“owy uktad scalony TTL-S UCY 7ASA8AM pedni fun-

kcje generatora impulséw zegarowych jednostki centralnej mikro-
procesora 8086.

Uk#ad generuje rowniez impulsy synchronizujgce uktady peryferyj-
ne. Zawiera generator stabilizowany zewnetrznie dotgczonym kwar-
cem, licznik dzielacy przez trzy, a takze uktad przystosowujgcy 1
synchronizujacy jednostke centralng do systemu MULTTBUSTM

X1, X2 - wyprowadzenie do podtgczenia re-
zonatora kwarcowego; TANK - wyprowadzenie
do podtgczenia obwodu rezonansowego przy
pracy na czestotliwosci harmonicznej rezo-
natora kwarcowego; F/C - selektor Zrdédta
sygnatu zegarowego; CSYNC - wejsScie syn-
chronizujgce sygnat zegarowy; RDY1l, RDY2 -
- wejscia sygnatu READY z dwoch systemow
MULTIBUS ; AOT, AEN2 -"wejScia adresowe
zezwalajace na prace wejs¢ RDY1l, RDY2;
RES - wejsScie sygnatu RESET; CSC - wyjs$-
cie oscylatora; CLK - wyjsScie sygnatu ze-
garowego dla mikroprocesora 1 innych uk#a-
dow MOS; PCLK - wWyjsScie sygnatu zegarowe-
go dla uktadow TTL; READY - wyjScie.sygna-
GND i +u READY; Ucc "™ napiecie zasilania /war-
tos¢ typowa +5 V/; GND - 0 V

Rys. 1. Rozk#ad i nazwy wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



RES > 0 Q — -RESET
—CK
0SC
TANK > -CLK
1? -"="PCLK
SYNC
CSYNC- -
RDY1
AEN1- *READY
AEN2- fc=D
RDY2"

Rys. 20 Schemat blokowy

DOPUSZCZALNE- PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania uce ->0,5“¢7 V
Napiecie vejsciOY/e Ul “1,5~7 Y
Temperatura otoczenia

W c asie pracy Aamb 0 - 70 °c
Temperatura przechowywania tstg -55-+125 °c
Rezystancja termiczna

ztgcze - otoczenie ~thj-~a 75 k/
Temperatura ztacza L 150 °c



ELEKTRYCZNA PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /tamb=0pC + 70<C,
Ucc-5 Y - 5%, o i1le nie podano inaczej/

Wartosé

Nazwa parametru SymholJedn. Warunki
min. max. pomiaru
1_ 12 ) 3 4 5 6
Prad wejsSciowy w sta- P
nie niskim ~%L mA 0,5 Uy = 0,45V
Prad wejsSciowy w sta-
nie wysokim I IH yfUA 50 Ux=5,25V
Ujemne napiecie
wejsciowe gL % 1 -1J=5 mA

Napiecie wejsSciowe

w stanie niskim UIL Vv 0,8 Ucc=5 V
Napiecie wejsSciowe w

w stanie wysokim RES UIH * V 2,6 Ucc=5 V
Napiecie wejsciowe L/

w stanie wysokim dla 2,0 _
pozostatych wejsé e/ uee=s v
Histereza napiecia

na wej$ciu RES ul+-ufl- v 0,25 Ucc=5 V
Napiecie wyjsciowe

w stanie niskim UoL % 0,45 1 =5 mA
Napiecie wyjsSciowe

w stanie wysokim CLK UOH V 4 10=-1 mA
Napiecie wyjsciowe

w stanie wysokim UOH

dla pozostatych wyjsé % 2*4 IO:—l mA
Prad zasilania xcc ~MA 140 Ucc-5,25 V
Okres sygnatu CLK tcLCL ns 125

Czas trwania sygnatu 3

CLK w stanie wysokim  tCHCL ns §+CLCL+2 U?CfS Y ob-
Czas trwania sygnatu E;égéﬁg'e

: : 21
CLK w stanie niskim tCLHL ns 3 CLCL-If zrys, 3



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c. d.

1 2 I3
Czas narastania syg-
natu CLK tCHlCH2 ns
Czas opadania sygnatu
CLK tCL2CL.1 ns
Czas trwania sygnatu
BCLK w stanie wysokim tPHPL ns
Czas trwania sygnatu
PCLK w stanie niskim tPLPH ns
PrzejsScie sygnatu
READY w stan nieaktyw- ns
ny wzgledem CLYT ) tRYLCL
PrzejsScie sygnatu
READY w stan aktywny ns
wzgledem CLK™) ERYHCH
Opéznienie sygnatu CLK ,
wzgledem sygnatu RESET CLIL nps
Czas trwania stanu wy-
sokiego sygnatu na ns
wejéciu EFI tEHEL
Czas trwgnia stanu
n|§@|ggo sygnatu na tELEH NS
wejsciu EFI
Okres sygnatu na wejs$- ns
ciu EFI tELEL
Czestotliwo$¢ kwarcu XHz
Czas narastania RDY1, ns
RDY2 wzgledem CLK tR1VCI
Czas podtrzymania RDY1
RDY2 wzgledem CLK tCLR1> ns

Czas narastania AEN1,
AEN2 wzgledem RDY1,
RDY2 .

Czas podtrzymania AEN"

AEN2 wzgledem RDY1,
RDY 2 tCLALX

AALVRI®Vr ns

ps

4

tCLCL-20
tCLCL-20
-8

2.
? CLCL-15

40
20

20
CehEL+

tELEH+6
12

35 .

15

10

10

Jygq=5 V ob-
cigzenie zgc-
dne z rys.3

1,0 * 3,5V

HCc=5 V ob-.
cigzenie zgo-
dne z rys.3



-5 -

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERY?FTYCZNE.... C. d.
1 2 13 4 5 6

Czas narastania CSYNC 4

wzgledem EFI YHEH ns 20

Czas podtrzymania Urp=5 V ob-

CSYNC wzgledem EFI EHYL ns 20 ciazenie, zgo

Szerokos¢ CSYNC EYHYL ns 2JctELEL >dne Z rys,3

Czas narastania RES +

wzgledem CLK I1HCL ns 65 Ucc=5 V ob-

Czas podtrzymania RES 20 cigzenie zgo

wzgledem CLK CLI1H gdne z rys»3

Uwagi :

1) tf - suma czasu narastania i1 opadaniasygnatu EFI.

2) - czas narastania 1 trzymania potrzebny wprzypadku uzycia
Iinnego zegara

3) -mierzony tylko w stanie|T3 1 TW,

4) -mierzony tylko w stanie”T2 ,

Rys. 3. Obcigzenie wyjs¢ przy pomiarach parametrdéw dynamiezmniji
Cj zawiera pojemno g sondy 1 z4gcza diody



CL2CL1

CHICHA Pl PM
CLRIX
R1VCL

RYLCL
READY WY

RYHCH

*YHEH
CSYNC WE
YHYL CLIIH

Res we

Rys. 4. Przebieg sygnatow w uktadzie. Wszystkie czasy mierzono w punkcie 1,5V
zaznaczono inaczej
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»Symbol Wymiary/mm/ Kat
wyrniaru mm, nom. max* /stopnie/
A « 5.1
b 0,38 - 0,59 —
C 0,20 - 0,36 —
D 2.2,72 _
e 2,54 - '
ei m 7,62 - -
L 2,54 - 4,50
- — 3,30 on
ql - i - 03415

Rys. 9. Ksztatt i1 wymiary obudowy plastykowej CE 81 o 18 wypro-
wadzeniach

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTROMOV/EJ,Al.Lotnikow 32/46,02-668 W-we
Tel. 435401, tlIx. 815647,
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]J

DWUKROTNA PARA KOMPLEMENTARNA MCY 74007N
MCY 64007N

Z INWERTEREM

Uk+ady MCY 74007N, MCY 64007N zawieraja 3 n-kanatowe oraz 3 p-
-kanatowe wzbogacane tranzystory MOS. Przez wprowadzenia dostepne
sa po dwa tranzystory n- 1 p-kanatowe oraz inwerter CMOS /rys.1/

g £€L5h_¢€ o ME*8i30max
E
-
1 oa=L s
in < a
g A i!
e
in
1 &38min
o5amex  ° W omin
max
e-7,62

- -
€ AP=30om

LJ LJ LJ LJ LJ L) LJ
D- 20,32nex

Rys. 1. Obudowa typu CE70

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Uktady sg przeznaczone do pracy w zespotach:

- inwerterow,

- ksztattowania impulsoéw,

- wzmacniaczy liniowych,

- wzmacniaczy o duzej impedancji wejSciowej,

- bramek transmisyjnych,.

- bramek funkcyjnych.

Cechy charakterystyczne:

- zakres napie¢ zasilania i ¢ 18 V,

- wszystkie wejsScia zabezpieczone przed przebiciem dadunkiem
elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki.Wyjsciowe w stanie niskim

1 wysokim,

- typowa obciazalno$¢ - 2uk¥adyTTL-L,l-TTL-LS lub 2-HTL,
- typowy margines szuméw:Q,5 Vprzy UDQ =5 v, 1 vprzy

uoD = 10 v» I Vv przy ubbp = 15 v*
- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa typu CS-70.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania un -0,5 + + 20V
Napiecie wejsciowe H. -0,5 + UubD + 0,5 V
Graniczny prad - _

wejsciowy ol 10 mA

Zakres temperatur t 0 + +70°c dla MCY 74007N
pracy arab -40 + +85=C dla MCY 64007N
Zakres temperatur o
przechowywania tstg =95 + 126=C
Temperatura lutowania: tg0O”

- recznego /max. 4 s/ 350<=C

- automatycznego 270<=C

Catkowita moc 500 mW

erozproszona



<pi[ I ;] « DD "~ napiecie zasilania +

2 13 Uss " napiecie zasilania -
e G - bramka
in - dren tranzystora n-kanatowego
4 il 1sP3 DP - dren tranzystora p-kanatowego.
- Zzrodto tranzystora n-kanatowego
- sp - zrod4o tranzystora p-kanatowego
6 9 Jsn3
uss[7 8 3ent

Rys.2*Konfiguracja 1 onis wprowadzen uktadu MCY 74007N,MCY 64007N

Rys. 3. Schemat funkcjonalny uktadow MCY 74007N, MCY 64007N



Tabela. 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE

Nazwa"parametru

-Spoczynkowy prad

zasilania
[ ] L.

Prad v?yjSciowy
w stanie niskim

Prad .wyjsSciowy
w stanie.wysokim

Napiecie wyj
w stanie nis

Napiecie wyjsciowe
w stanie wysokim

*

Symbol Jedn. t .

min
2 3 4
0,25
0,5
ipp YUA 7y
5
0,64
: mA 1,6
10t 2o
-0,64
-2
| OH mA -1,6
-4,2
0,05
v 0,05
uoL ’
0,05
v 4 .95
9.95
UOH 14,94

4.95
9.95
14,95

(7)Y

Warto
25°C
typ.

0,01
0,01
0,01
0,02

10
15

O

mm

Warunki

Ceink >

|

=

=

a
woOoN M =~ OO
o o b

Mmoo o

4.95 -
9.95
14,95

pomiaru
u b
V] M
. 10 11
0; 5 5
0;10 10
0;15 15
0;20 20
0? 5 5
0;10 10
0;15 15
0j 5 5
0o; 5 5
0;10 10
0;15 15
0; 5 5
0;10 10
0,15 15
0; 5 5
0;10 10
0;15 15



Tabela 1. c.d.

l 2 -3 4 5 6 7 8 10 11

9
Napiecie wejsciowe Y % B £ % 0’?;3’5 18
w stanie niskim UIL 2 5 2 5 2 5 1. 5313 5 15
Napiecie wejsciowe Y g g _ g 0’?{3’5 18
w stanie wysokim UIH 12.5 12,5 - 12.5 1’5;13’5 15
Prad wejsciowy X1 yuA ¢0,1 r Jdas (0,1 4l - 0;18 18

Uwaga: wszystkie nd.e wykorzystane wejscia powinny by¢é odpowiednio spolaryzowane przez
podtaczenie do USS lub UDD*

tmi‘n m 0°C, tmax a 70=C dla serii MCY 74...N

» -40<C, t - 85°c dla serii MCY 64...N

tmi’n max

106™ ; oznacza MIub"



r- & -

|
6
3 12
10
Zwarte wyprowadzenia w grupach Zwarte wyprowadzenia
(14,2 ,11);(8,130i(1,5)i(7,4,9) w grupach (13.,2);

(1»115: (12»5,8):(7,4,9)

Potréjny inwerter I
Trzywejsciowa bramka

HOR
d)
C
) 20
<::) 11 13}
CHS
10
Zwarte wyprowadzenia w grupach
(1,12,13);(2,14,11);(4,8);(5.,9)
TrzywejSciowa bramka NAND
WE wy
10« -°12
WYt
DIS
GAE- s) o P ~
7 USS
1 w2 Wyprowadzenia zwarte
WE2) w grupach (11,1);(8,9)

Bufor trzystanowy

Wyprowadzenia zwarte wigrupachv
(1,5F12);(2,9);(11,4);(5,13,1Q);
(6,3)

Dwuwejsciowy multiplekser/de-
multiplekser

Rys. 4. Przyktadowe =zastosowania ukfadu MCY 74007N, MCY 64007N



Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY) DYNAMICZNE /t . » 25<C,
tr - tf - 20 ns, CL » 50 pF, RL » 200 kQ / amD

"1J
Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartosc .DD
typ. max. o
Czas propagacji przy zmianie 55 110 5
stanu logicznego:
- z wysokiego na niski *PHL ns 30 60 10
- z niskiego na wysoki tpLH 25 50 15
_Czas transmisji sygnatu na 100 200 5
wyjsciu przy przejsciu:
- z poziomu wysokiego na niski *THL ns 50 100 10
- z poziomu niskiego na wysoki TLH 40 80 15

Pojemno$é wejsciowa oy . PF 10 15 " -

WYMAGANTA DODATKOWE

Przechowywanie 1 transport wyrobu

Uktady powinny by¢é przechowywane-w sposéb zapewniajgcy zwarcie
elektryczne wszystkich wyprowadzen. Zalecane stosowanie gabki
przewodzacej, Tolii aluminiowej lub innych materiatow
przewodzacych.

Montaz uktadoéw

Podczas montazu uktadow zalecane jest stosowanie obraczek
uziemiajacych o rezystancji | MO da ziemi, uziemienie stotu
montazowego, uziemienie narzedzi montazowych-/np. lutownica/.

Niedozwolony jest montaz lub demontaz uktaddéw pod napieciem na
ktoérymkolwiek z wyprowadzen.

Uktady aplikacyjne

Wszystkie nie wykorzystane wejsScia powinny by¢ potgczone z masa
/U557 lub zasilaniem /UpD/ odpowiednio do pednionej funkcji
logicznej.
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S2BINSTVTUT TECHNOLOG» ELEKTRONOWE]

MCY 7400BN

4-BITOWY PELNY SUMATOR ROWNOLEGLY MCY 64008&1

Uktady MCY 74/64008N zbudowane sg z tranzystorOY/ wzbogacanych
P 1 n-kanatowych, wytworzonych na jednej ptytce monokrysztatu
/technologia komplementarna MOS-CMOS/.

Uktady te stuzg do sumowania dwdéch 4~bitowych argumentov; z u-
wzglednieniem przeniesienia wchodzgcego na sumowang tetrede

z jednoczesng generacjag przeniesienia wychodzacego z sumowanej
tetrady.

Uk+ady MCY 74/64008N sktadajag sie z dwoch blokéw, tj. bloku su-
mowania 1 bloku szybkiego przeniesienia rownolegtego.

Blok sumowania sk#ada sie z czterech potgczonych roéwnolegle
pednych sumatorow posiadajgcych w#asciwosS¢ szybkiego przesyta-
nia sygnatu przeniesienia dla danego sumatora ze stopnie po-
przedniego. Blok szybkiego przeniesienia rownolegtego stuzy

16
AA \J 15 UPD
B3 BA
Z. Z 14
A3 Q0 Al * A4 S S
- wejsScia bitow sumowanych,
B2 Bgp Bl ¥ B4
12
A2 M_S3 o - wejscia przeniesienia,
81 S2
2y B S1 o S4 - wyjscia 4 bitéw sumy,
mo- 9 g A1
Usg cl CO - wyjscie przeniesienia.

Rys. 1 Opis i uktad wyproY/adzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



do szybkiej generacji sygnatu przeniesienia sumowanej tetroUy
co umozliwia dziatanie z duza szybkosScig jednostki arytmetycz
nej zbudowanej z kilku" sumatoréw MCY 74/64008N.

Cechy charakterystyczne sumatorow MCY 74/64008N:

- zakres napiecia zasilania « 3 * 18 V,

- wszystkie wyjscia buforowane,

- wszystkie wejScia zabezpieczone przed przebiciem #+adunkiem

elektrostatycznym,

symetryczne charakterystki wyjsciowe w stanie niskim

1 wysokim,

obudowa plastykowa 16-wyprowadzeniowa,
typowy margines szuméw: 1 V przy UDD =5V, 2V przy
UpD - 10 v, 2,5 V przy UDD «15 V.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania

uDD ~0»5 ¢ h2=v
Napiecie wejsSciowe VR -0,5 V ¢ UDD + 0,5 V
Oraniczny prad wejsciowy TT . i 10 mA
Zakres temperatur pracy t 0O ¢ 70=C dla MCY ~40080,
amb -40 ¢ 85=C dla MCY 64008N
Zakres temperatur
przechowywania t8tg -55 ¢ +125<=C
Temperatura lutowania: tsol
- recznego /max. 4 s/ 350<=C
- automatycznego 270=C

Maksymalna moc strat Pd 500 mw



TABELA STANOW
AN BN c¢n" co SN

0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 0 0 1

Blok
pl:zeniesienia —
rownolegltego

84
L 4 A
A4
83
£3 -53
A3
82
*S2
AD £2
81 1 51
Al
cr

Hys. ? Schemat funkclonalny 4~bltowego pednego sumatora réwno«
legtego MCY 74008N, NCY 6A008N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr

Spoczynkowy prad zasilania

Prad wyjsSciowy w stanie
nisRira

Prad wyjsciowy w stanie
wysokim

Napiecie wyjsSciowe
W stanie niskim

Symbol Jedn.tm- n

2

IDD

%

=l

1oL

YUA

mA

in

10
20
100

ojSb
1.6

u,2

m0, Sb
||TW
»1,0
»4,2

0,05
0,05
0,05

Wartos¢
25<C
min. _.-tp. .
5 6"
0,04
_ 0,04
0,04
0,08
0,51 L=
1,3 2,6
3,4 6,8
niji
»0,51 -1
»,6 "3,2
»1,3 »2,6
“3,4 «6,8
Xeel 0
0
& 0

max.

10

100 .

@5

<&

0,05
0,05
0,05

»0,36
-1,15

»0,9
«2,4

0,05
0,05
0,05

Warunki pomiaru

Uo
m

13,5

ut udd
vl o/1
10 11
0; 5— 5
0:10 10
0;15 ; 15
0;20 20
0:5 " 5
0:i.0 10
0;15 15
0: 5 5
0; 5 5
010 10
0j15 15
Os 5 5
0;10 10

0;15 15



Tabela i c.d.

4 2 % 4 5 6 7 8 0 10 -1
4,95 4.95 5 - 4.95 0j 5 B-
Napiecie wyjsSciowe - )
w stanie wysokim UOH V. .9,95 9.95 10 9.95 0;1¢ 10
14,95 14,95 15 14,95 0j 15 15
! 1 ! *#5 5
Napiecie wejsSciowe
w stanie niskim UlIL v 3 - - 3 3 9 10
4 4 4 13,5 15
3,5 3,5 3,5 0,5 5
Napiecie wejsSciowe _
w stanie wysokim UIH v 7 7 - 7 1 10
11 11 11 1,5 15 ;
Prad wejsciowy yuh -0l - ilo~5 -0,1 il - 0;18 18

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wej$cia powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez
podtgczenie do Uss lub UAD.

Mg € 07Cs

~+
11

max 70=C dla uk*adow MCY 74008N,7

min - -40 Q? Cha¥

85<=C dla uktadow MCY 64008N.



Tabela 2 PARAMETRY DYNAMICZNE /t .= 25% t = t,-
CT= 50 pF, Rl« 200 k5% sniP
Alrtosr
Nazwa parametru Symbol Jedn, ninc typ.
- 400
Czas propagacji
« 160
AN/BN do SN
- 115
- 370
Czas propagacji
’ - 155
C1 o SN
tPHI ? . 115
ns
200
Czas propagacji #1H
- 90
AN/BN do CO *
- 65
- 100
Czas propagacji
- 50
Cl1 do CO
- 40
- 100
Czas transmisji sygnatu .
f'THI » ns _ 50
na wyjsciu
- 40
Pojemno$¢ wejs$ciowa cl PE - c
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al, Lotnikdéw 32/46
02-668 Warszawa
tel, 43-54-01
tIx 815647
1906
Cena 60 z+4 Druk ZOINTE ITE zam.
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20 ns,
Py

800 5
320 10
270 16
740 S
310 10
230 17
Z00 €
180 10
170 16
200 5
100. 10
80 15
200 S
100 10
80 15
7.5 -
A n,



BILATERALNE KLUCZE ANALOGOWO-CYFROWE "MOS MCY 74016N
POCZWORNY KLUCZ ANALOGOWY/MULTIPLEKSER ; MCY 64016N

Uk+ad sktada sie z czterech niezaleznych kluczy, ktdére moga
pracowa¢ w uktadach sterowania analogowych lub cyfrowych.
Podstawowym jego przeznaczeniem jest praca w uktadach bramku-
jacych, dyskryminatorach, modulatorach, demodulatorach 1 uk-
+adach logicznych CMOS«,

Cechy charakterystyczne MCY 74016N, MCY 64016N to:

- stosunek napiecia na wyjsciu w stanie wkaczonym do napiecia
na*wyjsciu w stanie wytgczonym typowy - 65 dB /fjS = 10 kHz,
R1 = 10 kQ/,

- maty pozom przestuchdow pomiedzy przetacznikami: - 50 dB,
/fI1S = 0,9 MHz, RL » 1 kQ/,

- zakres napie¢ zasilania 3 e 18V,

- duza impedancja wejscia kontrolnego 1012 Q,

- wszystkie wyprowadzenia zabezpieczone przed tadunkiem elek-
trostatycznym /wyjatek: wyprowadzenia U”D 1 Ugg/,

- obudowa plastikowa 14-wyprowadzeniowa CE-70,
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania Udp -0,5 ¢« 20 v
Napiecie wejsSciowe u, -0,5 ¢« UDD + 0,5 V
Graniczny prad wejsciowy 110 mA

0 + 70=C dla MCY 74016N

Zakres temperatur pracy "amb 40 + 85°C dla MCY 64616N

Zakres temperatur

przechowywania "stg -55=C ¢ 125=C
Temperatura lutowania: sol

- recznego /max. 4 s/ 350=C

- automatycznego 270=C



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartos$ci graniczne
Parametr Sym-*Tedn Warunki

boi L m .. 25°c  JF ») = ponmiaru fjdd1v]
min  gingtyp. imax. max
! 2 3 T- A A 9 10
0,25 =~ 0,013,25 7,5 5
Spoczyn— 0,5 - 0,01 0,5 15 UlIc<=<= VvV * UDD 10
kowy tdd YUA
prad za- 1 - 0,00 1 30 15
silania .uss oV
5 - 0,02 5 150 20
ilezys- ° _
tancja 6500 - 7000 10000 UIC uQD 5
wtgczo- uts "™ 0 " uDD
nego fon 2 1900 - 2000 2600 Rj w10 kQ 10
klucza -
790 - 850 1250 <5 A Qv 15
Roznica -
opornosci - o - m HIC = UDD S
kluczy Uuls “<0 < UDD
w jednej aron Q - - 10 h - Rj - 10 kQ 10
obudowie _ _ 5 - - Uss - 0 V 15
Napiecie 0,9 - - 0,704 >
wejéciowe v 0.4 *1S 7~ "0y-UA 10
w stanie UILC 0.9 - - 0,7 %,
niskim Uss = 0V
0,9 mMm - 0,7 0,4 15
Nap!egie 3,5 3,5 - - 3,5 5
wejsciowe
w stanie UIHC v ! ! - B ! USS - 0 v 10
WySOk'm 11 11 _ _ 11 15
Prad ulic
uptywno- ; uls m0; 18 vy
Sci wejsé AuA  iofi - zZicrs<e,1 ¢l : 18
-sygnafo- LIE Uos « 0; 18 V
wych uss * 0 v
Prad
uptywnoi-
sci wejsc ILICAUA 0,1 - ¢1(7*¢0,1 ¢1 Uulc - 0; 18 v 18
steruja-

cych



\

s 1

Pojemnos¢
wejsciowa
wejsScé sy-
gnatowych
Pojemnos$¢
wejsciowa
wejsS¢ ste-
rujacych

Prad
wyjsciowy
w stanie
niskim

Prad
wyjsciowy
w starie
wysokim

2 3 -5
cis PP -
cic PF
0,20 0,20
oy M 0,5 0,5
1,5 1.5
0,2 0,20
oy A 0.5 0,5
1,5 1.5

7 &
7,5 ©
i
— 0,12
0,3
- 1
& 0,12
- 0,3
1

Tabela 1
9

Uic”Nrss” “5 v
UIC « 5 v
uos = °>A v
ulc = 10 V
Uos - 0,5 V
ulc = 15 Vv
uos = 1°5 v
Ugs - UIsS“ 0 Vv
Uulc - UIS= 5V
UQS = 4,0 Vv
UIC ° uiss3Io v
uos - \Y;
jic - UIS«15 V
Uos - 13,5 V

c.d

10

10

15

10

15

Uwaga: .Wszystkie nie wykorzystane wejscia powinny by¢ odpowie-
dnio spolaryzowane przez podtgczenie do Uss lub UDD#

H)tmin

T »

" «-40°C,

70

tmax o 85°c

tmax

dla uktadoéw
dla uktadoéw

MCY 74016N,

MCY 64016N,,



Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t b * 25°C/

Warrtos”i
Nazwa Sym-Jedri graniczne "Warunki
parametru bol min. typ, max. pomiaru »ddH;
1 2 3 4 5 6 7 8
Uulc >~ubD
Maksymalna Uss = -5V
czestotliwos¢ UIS/p-p/ “=5 V
sygnatu przy IS Mz 40 /fala sinusoid.
kluczu wkgczo- woko+ 0 V/
nym UnQ - spadek 3 dB
R<% 1 kO
40 100 LIJJ:(S: B ligDv 5
Czas /fala prostokatna
oropagacji 20 40 woko+ 5 V/ =
sygnatu tpd ns ™, b tf n 20 ns
kluczowanego Rp* 200 kQ
16 30 ¢ 70 FF 15
USS 3 0 v
Czas 35 70 R} ml kQ 5
propagacji CL » 50 pF
sygnatu tpc ns 20 40 gr « t~ 0 20 ns 10
kluczujgcego 15 30 uss - O V 15
Maksymalna Rl « 1 kQ
czestotliwos$é CT - 50 pF
prz etaczani a fc MRz 10 t =t » 20 ns 10
klueza

"'ssmOv



Tabela 2. c.d.

l 2 5 4 5 n 7 8
= " UIc ™ UDD
uS3 p -5 Vv

Maksymalne

znieksztat- Uls/p-p/ - 5V

Y 0,4 . .
cenia har- hD /fala sinusoid. / S
i wok6+ 0 V/
moniczne
f - 1 kHz
R1 - 10 kil
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikdéw 32746
2-668 warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
11986
Cena 60 z+ Druk ZOINTE ITE zam. "H 2/86 n. 5"CO
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ES'INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

14- 1 12-STOPNIOWE LICZNIKI BINARNE CMOS

MCY 74020N, MCY 6402CN
MCY 74040N;, MCY 54040N

Uk+ady MCY 74C20N, MCY 74040N, MCY 64020N 1 MCY 64040N wykonane
se w technologii CMOS z bramke aluminiowe. Zbudowane se z tran-
zystorow wzbogacanych p~ i n-kanatowych, wytworzonych na jednej
ptytce monokrysztatu. Ich podstawowe:, przeznaczenie to praca w

uktadach sterowanis licznikoéw, timerach, dzielnikach czestotli-

wosci 1 ukdtadach opdznienia czasowego.

Rys. 1. Wymiary obudowy typu CE-71

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Uktady spedniaj? funkcje 14- i 12-stopniowych licznikow binar-
nych, asynchronicznych z mozliwosSci? zerowania. Zastosowanie

na wejsciu uk#adu Scnmitta zapewnia poprawn? prace ukdadow przy
dowolnych czasach narastania i opadania impulsow wejSciowych.
Uk#ad HCY 74020N, MCY S4Q20N, sk#ada sie z 14 przerzutnikow
typu master-slave, a MCY 74040N, MCY 64040N z 12. Stan na wyjs$-
ciach licznika zmienia sie podczas opadajecego zbocza 1mpulsu
na wejsciu kazdego ze stopni. Podanie stanu wysokiego na wejs-
cie zerujece PESET Ustawia wszystkie wyjscia licznika
w stanie "0*.

Cechy charakterystyczne:

- zakres napie¢ zasilajecych 3-18 V,

- wszystkie wejscia i wyjscia buforowane,

-wszystkie wejscia 1 wyjsScia zabezpieczone przed przebiciem
4+adunkiem elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki w stanie niskim i1 wysokim,

- typowy margines szuméw: 1 V przy U =5V, 2V przy UDQ =
=10V, 2,5V przy UQD = 15 V,

- obudowa uk#addédw 16-wyprowadzeniowa CE-71.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania uqQD -0,5 4 +20 V

Napiecie wejsciowe u_ -0,5 4 UDD + 0,5 V

Dopuszczalny pr?d wejsciowy I 1 10 mA

Zakres temperatur pracy “Comb 0 4 70°C dla MCY 74.. .N
-40 a4 85°C dla MCY 64...N

Zakres temperatur przechowywania tStg -55 4 125°C

Temperatura lutowania

- recznego /max 4s/ tsol 350°C
- automatycznego 270°C

Maksymalna moc strat PQ 500 mw



a) b)
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Q13 | I Qu Q6 [ ] Qun
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Opis wyprowadzen
UDD - napiecie zasilania +
UJO - napiecie zasilania -
0 - wejscie iImpulsu sterujacego
RESET - wejscie kasowania licznika
Qn - wyjscie ze stopnia N licznika

Rys. 2. Konfiguracja 1 opis wyprowadzen uk#adéw: a/ MCY 74020N
MCY 64020N, b/ MCY 74040N , MCY 64040N



Rys. 3. Schemat logiczny uktaddéw: a/ MCY 74020N, MCY 64020N ,
b/ MCY 74040N, MCY S4040N



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE DLA UKLADOW MCY 74020N, MCY 64020N, MCY 74040N,
MCY 54040N

Wartosé Warunki pomiaru
Nazwa parametru Symbol Oedn. t . H o500 ¢ K UO Ul oD
min .

min . typ. mox . max M M )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i

5. - 0,04 5 150 & 0 5 5

Spogfynkowy pred 0D ALA 10 0,04 10 . 300 - 0; 10 10

Zasiiania 20 0,04 20 600 0 ;15 15

100 - 0,08 100 3000 - 0 ;20 20

Pred wyjsciowy 0,61 0,51 1 - 0,42 0,4 O0; 5 5

w stanie niskim oL mA 1,5 1,3 2,6 11 0,5 0; 10 10

4,0 3,2 6,8 - 2,8 1,5 0;15 15

Pred oL -0,61 -0,51 -1 - -0,42 4,6 0O 5 5
red wyjsciowy )

w stanie wysokim oy MA -1.8 -1.6 -3,2 -1,3 2,5 055 5

-1,5 -1,3 -2,6 - -2,1 9,5 0; 10 10

-4,0 -3,4 -6,8 & -2,8 13,5 0;15 15

Nabieci o 0,05 0 oob 0,05 - 0.5 5

apiecie wyjsciowe

W stanie Nniskim Yol v 0,05 0 o.of 0,05 0fl0 10

0,05 0 0,05 0,05 - 0; 15 15

o L 4,95 4.95 5 - 4.95 @ 0:5 5
Napiecie wyjsciowe Vv )

w stanie wysokim UOH 9,95 9.95 10 9.95 0;10 10

14,95 14,95 15 14,95 w 0; 15 15



1 2 3 4 5 6 7
o o 1,5 - 1,5
Napiecie wejsciowe V 3 . 3
M stanie niskim UIL -
4 4
o o 3,5 3,5
Napiecie wejsciowe V v 7
w stanie wysokim UTH
11 11 - -
L, - 2 ..
Pred wejsSciowy *1 ~UA -0,1 - io"5 ¢0,1
H)
tmi‘n = 0°C, tmax m 70°C dla serii MCY 74 _..Vn
LI -40°C, o = 85°C dla serii MCY 64 ...N

P

Tabela

0,5 415
119
1,5; 13,5

0,5;435
19
1.,5; 13,5

10

0; 18

l.c.d.
11

m5
10

Uwaga: Wszystkie nie wykorzystane wejscia powinny byC odpowiednio spolaryzowane przez
pod4gczenie do USS Iub UDD*



Tobola 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE DLA UKLADOW
MCY 74020 N, MCY 64020N, MCY 74040N,

Nazwa parametru

1

Czas propagacji
0O do wyjscia 01

Czas propagacji

Qn do Q—n+l

Czasy narastania i
opadania sygnatu na

wyj Sciu

Minimalna szerokosc¢
impulsu wejsciowego

Czasy narastania 1
opadania -impulsu wej-
Sciowego

Maksymalna czestotli-
wos¢ impulsu wejscio-
wego

Pojemnos¢ wejsciowa
dowolnego wejscia

Czas propagacji syg-
natu RESET na wyjscie

Sym-
bol

*PHL

tPLH

rTHL
rTLH

tro
tfo0

0

Cl

CPHL

Dcdn .

ns

ns

ns

MHz

PF

ns

3,5

12

MCY 64040N

Wartosé

typ -

180
80
65

100
40
30

100
50
40

70
30
20

dowolne

16
24

140
60

50

max.

360
160
130

200
80
60

200
100
80

140
60
40

7,5

280
120

100

o]e]

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10

15



t. e
Tabela 2. c. d,

1 2 3 4 5 6 7

Minimalna szeroko$é 100 200 5
impulsu zerujacego qN ns 40 80 10
/RESET/ 20 50 15
Minimalny czas usunie- - 175 350 5
cia impulsu RESET REM ns - 75 150 10
- 50 100 15

WYMAGANITA DODATKOWE

Przechowywanie 1 transport wyrobu

Ukdady powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy ¢warcie
elektryczne wszystkich wyprowadzen. Zalecane jest stosowanie
gabki przewodzgcej, folii aluminiowej lub innych materiatow
przewodzacych.

Montaz uk#adow

Podczas montazu uktadow zalecane jest stosowanie obraczek
uziemiajacych o rezystancji 1 MQ do ziemi, uziemienie stotu
montazowego, uziemienie narzedzi montazowych /jak np. lutowni-
ca/. Niedozwolony jest montaz lub demontaz ukd#addéw pod napie-
ciem na ktérymkolwiek z wyprowadzen.

Uktady aplikacyjne

Wszystkie nie wykorzystane wejscia powinny by¢ podgczone z ma-
sg /uSs/ lub zasilaniem /UDD/ odpowiednio do ped#nionej Tunkcji
logicznej .

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEO

Al. Lotnikéw 32746
02-668 Warszawa

tel .435401
tlx.815547

Styczen 198/ ..DRUK ZCINTE ITE zam. /37 n.
Cena z 80;vVv PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

MCY 74046N

PgTLA SYNCHRONIZACJ1 FAZOWEJ /PLL/ UCY 64046N

Uk+ad MCY 74046Nf MC¥ 64046N zawiera:

-liniowy generator przestrajany napieciem /ang. VCO - Voltage
Controlled Oscillator/,

- z2rbédto sterowane /ang. SF - Source Follower/,

- dwa ro6zne komparatory fazy, posiadajace wspélne wejscia

/Phi 1 Phll/, “"e

- diode Zenera /ZD/.

PC 20UT
(Ph.pulses)
PC10UT G
rc2in E PC1 IN
VCO OUT GI 2 OUT
INN [£
a Rsizrdodto
B sterowane)OUT
s E VOO IN

Rys. 1. Schemat funkcjonalny i uktad wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



i GENERATOR MALEJ MOCY /VCO/

Generator VCO jest zaprojektowany w ten spos6b, Zze wymaga do-
tgczenia jedynie dwo.ch lub trzech elementdow zewnetrznych

1 R lub CM, i okreslajgcych zakres zmian czestotliwosci
VCO 1 czestotliwo$ci minimalnej. Rezystor R™ i1 kondensator
okreslaja zakres zmian czestotliwo$ci, a rezystor czestotli-
wos¢ minimalng. Im RE wieksze, tyra czestotliwo$S¢ minimalna zmnie;
sza sie 1 osigga minimum przy R9%~w .

Duza impedancja wej$ciowa generatora VCO, rzedu 1012, pozwala
na tatwe zaprojektowanie Tfiltru dolnoprzepustowego w szerokim
zakresie wartosci rezystancji i pojemnosci. Na wejsciu VCO za-
stosowano zrodto /SF/ sterowane bezposSrednio sygnatem z wejScia
VCO IN, umozliwiajgce uzyskanie sygnatu zdemodulowanego bez
koniecznosci obcigzenia filtru dolnoprzepustowego. Gdy wyko-
rzystujemy 2rodto sterowane, konieczne jest dotgczenie rezystor;
Rg pomiedzy jego wyjscie 1 w przeciwnym przypadku jego
wyjscie nalezy pozostawi¢ nie obcigzone.

Generator VCO moze sterowac¢ komparatory fazy Phi i1 Phll bezpo-
Srednio lub przez dzielnik czestotliwo$ci zbudowany z uktadow
CMOS serii MCY 74000N /MCY 74017N, MCY 74010N, MCY 74029N,

MCY 74059N/.

Generator VCO 1 zrédto sterowane mozna wydgczy¢é przy jednoczes-
nym ograniczeniu pobieranego pradu, przez podanie na wejscie
INH /Inhibit/ stanu wysokiego.

KOMPARATORY FAZY Phi 1 Phll

Komparatory fazy majg dwa wspolne wejsScia: sygnatowe PC1l IN

i odniesienia PC2 IN. WejsScie PCl1 IN ma uktad automatycznej
polaryzacji /ang. SBC - Self, BiaS Circuit/ pozwalajacy nie
tylko na doprowadzenie bezpoSrednio sygnatu o poziomach logicz-
nych "0" i "1" jak dla serii CMOS, ale takze matych sygnatow
przez kondensator separujacy.

Pierwszy komparator fazy Phi jest bramkg EX~OR 1 pracuje- analo-
gicznie jak uktad detektora fazy dziatajacy na zasadzie



zréwnowazonego modulatora. W celu otrzymania maksymalnego za-
kresu trzymania petli PLL sygnaty doprowadzone do komparatora
powinny mie¢ wspétczynnik wypednienia 30%. Przy braku sygnatu
I szuméw na wejsSciu PC1 IN ten komparator utrzymujemérednie
napiecie wyjsciowe rowne U~/2, ktdére steruje przez filtr dolno-
przepustowy VCO wymuszajac jego oscylacje przy czestotliwosci
Srodkowej /fo/.

Charakterystyczne dla tego komparatora fazy jest to, ze moze
nastgpi¢ synchronizacja w petli, gdy na wejsScie PC1 IN podany
zostanie sygnat o czestotliwosci harmonicznej bliskiej czesto-
tliwosci Srodkowej generatora VCO oraz to, ze przesuniecie fa-
zy sygnatéw podawanych ha wejsciach PC1 IN & PC2 IN zmienia sie
od 0 do 180 stopni; dla czestotliwo$ci Srodkowej jest rowne

90 stopni.

.Drugi komparator fazy Phll jest cyfrowo stex"owanym uktadem
pamietajacym, sktadajgcym sie z przerzutnikéw, logiki steruja-
cej oraz 3-stanowego wyjsScia. Gdy tranzystor n- lub p-kanatowy
jest wkgczony, kondensator w filtrze dolnoprzepustowym jest
odpowiednio roztadowywany do napiecia UgS lub +adowany do na-
piecia uDD.

Ten typ komparatora fazy pracuje tylko przy narastajgcych
zboczach sygnat6éw podawanych na wejsScia PC1 IN 1 PC2 IN,
dlatego wspétczynnik wypednienia tych sygnatow nie jest wazny.
W przypadku, gdy czestotliwo$¢ sygnatu doprowadzonego do wej-
Scia PCl IN jest wieksza niz czestotliwos¢ sygnatu doprowadzo-
nego do wejscia PC2 IN, lub przy jednakowej czestotliwoSci obu
sygnatdéw, faza sygnatu doprowadzonego do wejscia PClL IN wy-
przedza faze sygnatu doprowadzonego do wejsScia PC2 IN, zostaje
wkaczony na czas komparacji tranzystor p-kanatowy. Powoduje to
dotadowanie kondensatora w filtrze dolnoprzepustowym i /rys.2/
wzrost czestotliwosci sygnatu generowanego przez VCO.

W przypadku, gdy zalezno$¢ wartos$ci czestotliwosci i fazy po-
miedzy sygnatami doprowadzonymi do wej$¢ PC1L IN 1 PC2 IN sg
odwrotne niz opisane powyzej, na czas komparacji wkgczany jest
tranzystor n-kanatowy, przez ktdéry roztadowuje sie kondensator



w filtrze dolnoprzepustowym, powodujgc z kolei zmniejszenie
czestotliwosci sygnatu generowanego przez VCO.

Poza czasem komparacji /prébkowania/, wyjsScie ¢-stanowe PC2
OUT pozostaje wytgczone,. co minimalizuje moc rozpraszang

w Ffiltrze dolnoprzepustowym. Petla synchronizacji fazowej
/PLL/ przy tym tempie komparatora fazy ma zakres trzy-
mania rowny zakresowi chwytania, niezaleznie od filtru
dolnoprzepustowego. Generator VCO przy braku sygnatu na wejsciu
PC1 IN, sterowany tym komparatorem fazy, generuje sygnat o naj-
nizszej czestotliwosci z zakresu przestrajania.

Uktad przeznaczony jest do pracy w:

- uktadach modulatorow,

- uktadach demodulatorow FM,

- syntezach czestotliwosSci,

- przetwornikach napiecie-czestotliwos¢,

- dyskryminatorach czestotliwosci,

- uk+adach mnozacych.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania ubD -0,5 + +20 V

Napiecie wejsSciowe H- -0,5 ¢« UDD + 0,5 V

Graniczny prad wejsciowy 1j -10 mA

Zakres temperatur pracy t , 0O am70=C dla MCY 74046N,
amD -40 ¢ 05 C dla MCY 64046N

Zakres temperatur

przechowywania Ltg -55 **125<

Temperatura lutowania: tsol

- recznego /max. 4s/, 350aC

- automatycznego 270=C

Maksymalna moc strat PQ 500 mw



+d 4Ad i« uli

J

Nazwa

parametru

1

Spoczynkowy prad

zasilania
nie

INH = UDD

. WE PC1

podtgczone,

Spoczynkowy prad

zasilania
WE PC1

INH = UDD

N

Prad wyjsSciowy

v stanie

Prad wyjs$
w stanie

Napiecie
w stanie

Napiecie
w stanie

niskim

ciowy
wysokim
J

wyjsciowe
niskim

wyjsciowe
wysokim

IN

IN=U-,0 lTub Unn

ULl

DD

10L

OH

uoL

UOH

OA

*
tmﬁ] )

-0,64

0,05
0,05
0,05

4.95
9.95
14,95

mine
5

4,95
14. 95

Wartosc
2p°C
typ.
"6
0,05
0,25

0,75
2,00

0,05
0,05
0,05

-0,36
-1,15
-0,9"
-2,4

0,05
0,05
0,05

4.95
9.95
14,95

Warunki

Yo

[v] -
9

pomiaru
0T  upD
Vi M
10 11
0; 5 5
0;10 10
0;15 15
0;20 20
0; 5 5
0;10 10
0;15 15
0;20 20
0; 5 *5
0;10 10
0;15e 15
0; 5 5
0; 9- =5
0:;10 10
0;15 15
0? 5 5
0;10 10
0;15 15
0; 5 5
0;10 10

0;15

15



Napiecie
w stanie

Napiecie
w stanie

wejsciowe
niskim

wejsciowe
wysokim

Prad wejsSciowy

Prad uptywu 3-sta-
nowego wyjscia

Uwagi:

) 1:mt‘h

mm

0<C,
-40 C,,

2 3 4
1,5

viL Y 3
3,5

vV 0
/UA ;0,1

Loz JUA °0.4

3,5
11

6 7

- 1,5

3

4
¢10~5 40,1
¢10~A (0,4

S

1.5
3
4

3,5
7
11

¢l

$12

lub Upn# za wyjatkiem wejScia PC1 IN.

maz

.

70=C
S5=C

dla serii

dla serii

MCY 74.._N,
MCY 64...N.

0; 13

0;18

Wszystkie nie wykorzystane wejsScia powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez
podtgczenie do



Tabela 2. PARAM2TRY

Nazwa parametru

Maksymalna
czestotliwosc
generacji

VCO

Wspotczynnik
liniowosci

Temperaturowy
wspotczynnik
stabilnosci
czestotliwosci

"Wspotczynnik
wypednienia

DYNAMICZNE /t_L

Symbol

2

Acpmax

TWF

L = 25°C, tr = ti = 20 ns, Cl = 50 pF, Ri_i = 200 kQ. 7/
Wartosé
Jedri. UBp Warunki pomiaru
min. typ. max.
3 4 5 6 7 3
Generator przestrajany napieciem /VC0/
5 0,3 0,6 Cl = 50 pF
10 0,6 1,2 - R2 = @ R. =10 kQ
15 013 1,6 (1]
L VCOIN UbD
5 0,5 0,3 Cn = 50 pF
10 1 1.4 R2 = @ R. = 5 kQ.
15 1,4 2.4 - VCOIN ™ UDO .
5 1,7 ve<iN 2,5V ¢0,3V R.= 10 kQ.
10 0,5 5v ¢4V = 100 kCI
% 10 - 4 - 5V ¢2,5V = 400 kit
15 0,5 7,5V ¢1,5V =100 kQ
15 7 7,5V 5V 1 MCI.
5 ¢0,12 0
10 :0,04 - PO
15 20,015 min
%/°c
8 - 9 - 0
L] N M
15 :0.,03 min
5 - 50 -
% 10 50
15 50



1

Czas transmisji
sygnatu
wyjsciowego

Napiecie o
niezréwnowazenia

//NWCOxn “?UDEm/

Wspdétczynnik
liniowoSci

Rezystancja
wejsciowa wejscia
PC1 IN

CzutosS¢ napieciowa

wejscia PCI IN
/P-P/

Czas propagacji
PC1 IN PC2 CUT

Jthl
TLH

R14

tPHL

XPLH

3 4
5

15
Zrodto
5

V. 10
15

5

% 10
15

5
MQ 10
15

5
mV 10

15

C

10

15
ns
5
10
15

0,2 0,4
0,1

5 6

Komparatory fazy /ph

1 2

900

225
- 100

65

-= 350
150
100

200
100

/SF/

NN N
g1 o1 o1

360
660
1300

450
200
130

700
300
200

Tabela 2; c.d.

Rs > 10 kQ e

100 kQ  VCOTW 1,5V ¢0,3V
300 kQ 5V 2,5V
500 kQ 7,5V ¢5V

T =100 KkHz
sygnat sinusoidalny



Czas propagacji

sygnatu z FC1 IN
do PC2 OUT duza

impedancja

Czas narastania
i opadania sygnatu
na wejsciu PC2 1IN

PC1 IN

Czas narastania
1 opadania sygnatu
wyjsciowego

Napiecie stabilizacji

Rezystancja
dynamiczna

tPHZ

tPLZ

JtLH
THL

uz

ns

yUS

4

5
10

15

S)
10
15

3)
10

15

S)
10

15

3)
10

15

Dioda Zenera

\%

4,45

6

225
100

95
285

130
95

100
40

5,5

40

7

450
200
190

570
260
190

50
0,3

500
20

2,5
200

100
30

6,7

XZ
17

Tar.ela 2.

50 /uA
1 mA

c.d.



- 10 "

PCI IN —T i H 1 _

PC2 IN

PC2 OUT

{f _
VCO IN- v

PC2 OUT r
(Phase f
pulse) UJ L

Rys. 2. Dziatanie komparatora

Tabela 3. WSKAZOWKI PROJEKTOWE

Podstawowa Komparator Komparatoi

£ 4 fazy |1 fazy 11

wkasnosc /Ph 1/ /Ph 11/
1 2 3

Amin ““R2/C1 + 32 pF/> Ul ““USS

Czestotliwosc fmax ~ R1/(* + 32 pF/> Ul ~ UDD
generatora
Veo gdzie: - napiecie na wejs$ciu VCO IN

10 kKO<R1 < 1 KQ
10 kfl < R2 < 1 MQ
100 pF < C1 4 0,01 1IuF

Srodkowa -

S t = f/j. = 0,5 UDJ
géﬁ:}g:é:gozgo gdzie: U, - napiecie na wej$ciu VCO IN
Brak sygnatu
Kat przesuniecia o

: 0= dla f
fazowego miedzy ok. 0= dla zawsze 0°

sygnatami wejsc¢ i
PCI IN i PC2 IN ok. 180< dla



Tabela 3. c.d.

1 2 3
Zakres
trzymania 2ff - Toax = Thim
fCR ~r fL fCR = fL
fCR okreslona jest przez

graniczng szestotli-

wos¢ przen<Dszenia

filtru doliloprzepustowego
Zakres

. PC1 OUT R3 VCO IN
chwytania o h
PC2 OUT
2«X1 "
2fCR = £
R3 C2

Synchronizacja
do harmonicz- .
nych czesto- jest brak
tliwosci
Srodkowej
Odpornos$¢ na wvsoka niska
zaktécenia y
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

MOMOSTAS ILNE 1 ASTABILNE MULTIWIBRATORY CMOS MCY 74047N
MCY 64047N

Ukd+ady logiczne CMOS zbudowane sa z tranzystoréw wzbogacanych
p- 1 n-kanatowych, wytworzonych na jednej ptytce monokrysztatu
/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznacze-
niem jest praca w ukfadach cyfrov;ych automatyki, telekomunika-
cji 1 miernictwa oraz maszyn liczacych S$redniej szybkosci,
gdzie wymagany jest niski pobor mocy i/lub wysoka odpornosc¢

na zak#dcenia.

m m z=254max ME=8,30max
6
E
<§ 1 w i T I
£
14 8
6
D in
45)
1 7

TZIL) T_j L= 1 il i—I

- D=20,32max

Rys. 1. Wymiary obudowy typu CE-70

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Cechy charakterystyczne;*®

- zakres napiec¢ zasilania 3 = 18 V,

- wszystkie wejscia zabezpieczone przed przebiciem +adunkiem

elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjsciowe w stanie niskim i wyso-
kim,

- obudowa plastykowa 14-wyprowadzeniowa typu CE-70.

Uk+ad multiwibratora sk#ada sie z astabilnego multiwibratora
oraz ivielu uktadoéw logicznych, umozliwiajecych realizacje po--
szczegblnych trybéw pracy ukdadu *
Tabela 3 zawiera wykaz mozliwych trybow pracy ukdadu wraz ze
sposobem poddeczenia wyprowadzen.
We wszystkich trybach pracy wymagane jest poddteczenie elementow
zewnetrznych R 1 C: rezystor R pomiedzy wyprowadzenia 2 1 3,
kondensator /nie elektrolityczny/ pomiedzy wyprowadzenia 1 1 3.
Uptywnos¢ rownolegta kondensatora powinna by¢ przynajmniej o
rzed wyzsza niz rezystancja rezystora zewnetrznego R, przy czym
nie ma zasadniczych ograniczen co do minimalnej i maksymalnej
wartosci parametrow elementow zewnetrznych.
Wymagania stabilnosci czestotliwosci oscylatora wewnetrznego
zalecaje stosowanie kondensatoréw o pojemnosci duzo wiekszej

od pojemnosci rozproszonej uk#adu /w innym przypadku pojemnosc¢
ta musi by¢ brana pod uwage przy obliczaniu czestotliwosSci pra-
cy oscylatora/ oraz rezystora R 0 rezystancji znacznie wiekszej
od rezystancji szeregowej tranzystora CMOS w stanie whkeczenie.
Oednoczesnie przy bardzo duzych wartosciach rezystancji nalezy
sie liczy¢ z Kkrétkimi niestabilnosciami oscylatora.
Zalecane se nastepujece wartosci elementow zewnetrznych:

C ~ 100 pF dla pracy w trybie multiwibratora astabilnego,

C ~1000 pF dla pracy w trybie multiwibratora monostabilnego,

10 kQ< R ~ 1 HfI,

Ola wydHtuzenia czasu trwania impulsu wyjsciowego lub poréwnania
czestotliwosci sygnatu zewnetrznego z czestotliwoscia oscylato-
ra wewnetrznego nalezy stosowa¢ tryb pracy powtornego wyzwole-
nia /RETRIGOER/, WV trybie tym sygnat wejsSciowy ppdaje sie na

ewyprowadzenia 8 i 12, a sygnat wyjsciowy otrzymywany jest z
wyprowadzen 10 lub 11.



1-CTC wyprowadzenie do pod¥gczenia ze-
wnetrznego kondensatora, 2-RTC wyprowa-
dzenie do podtgczenia zewnetrznego ’e-
zystora, 3-RCC wyprowadzenie wspolne do
cTC po_d¥aczenia kondensatora 1 rezystora
[ » U - JUDO  4-A stan wysoki na wyprowadzeniu A wy-
musza tryb pracy astabilnej, 5-A poda-
2 Blosc nie impulséw wejsSciowych na wyprowadze-
nie A lub ich dopednien logicznych na
RCC[ 3 12 ReT Wwyprowadzenie A wymusza tryb pracy mul-
tiwibratora bramkowanego, 6-T wyzwala-
AC4 1 nie impulsem opadajacym, 7-U,, masa u-
k#adu, 8-+T wyzwalanie impulsem narasta-
jecym, 9-EXTR“poziom wysoki na wyprowa-
A 5 JO]Q dzeniu zabezpiecza przed pojawieniem sie
przypadkowych impulséw na wyjsSciu ukdadu
< 6 9 Jextr podczas whaczenia zasilania, 10-0, 11-1D
wyjscia uktadu, 12-RET wyprowadzenie
7 8 powtdérnego wyzwalania, 13-0SC wyjsScie
USSE ]t+ oscylatora wewnetrznego, 44“UDD napiecie
zasilania.

Konfiguracja i
MCY 64047N

3ak wynika z rys, 4, normalny tryb pracy multiwibratora mono-
stabilnego mozna uzyska¢ przy jednym impulsie wyzwalajgcym.
Przy dwéch impulsach nastepuje wydduzenie czasu trwania impulsu
wyjsciowego zgodnie z rownaniem:
=t + " + 2tg*

RC
Przy wiekszej Hliczbie impulsow nastepuje dalsze wydtuzenie cza-
su trwania impulsu wyjsSciowego, przy czym czas ten moze zmie-
niaC sie w pewnych granicach. Dok#adne, dowolne wydduzenie cza-
su trwania impulsu wyjsSciowego mozna uzyskaC przez zastosowanie
trybu pracy z zewnetrznym zliczaniem impulséw. Typowy uk#ad apli-
kacyjny pokazany jest na rys. 5.
Czas trwania impulsu mozna obliczy¢ z zaleznosci:

"ext " (N - 1) + “A/Ss)
bdzie N - ilos¢ bitow licznika zewnetrznego.
Cla pracy w trybie astabilnym stabilnos¢ czestotliwoSci wynosi:

+2 % + 0,03 %/ Cc dla do 1CO kHz,

0,5 % + 0,015 w/°C dla f do 10 kHz,
Przy UQD = 10 V + 10 %.



Rys. 3. Schemat logiczny uk#adu MCY 74047N, MCY 64047N



+TRIGGER , RETRIGER
Wyprowadzenie 812 —

OSC OUTPUT

Wyprowadzeniel3 H

' Q wyprowadzenie 10 IRE.

Rys. 4. Przebiegi

rulclL .. r

RE RE

czasowe dla trybu pracy powtornego wyzwolenia

ul



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACY3NE

Napiecie zasilania UDD -0,5 ¢ +20 V
Napiecie wejsciowe Ut -0,5 v * (UD + 0,5) V
Graniczny prec! -wejSciowy + 10 mA

0 ¢ 70°C; MCY 74047N
Zakres temperatur pracy

"amb 40 4 85°C; MCY 54047N
Zakres temperatur "stg _55 4 125°C
przechowywania
Temperatura lutowania sol
- recznego /max.4 s/, 350°C
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat D 500 mw
dowyb
oru
[dodationy]
ouT
MCY 7%{017N 1 { S ty
1
Inpullsvejsciony .
*ext

Rys. 5. Tryb pracy ukdfadu z zewnetrznym zliczaniem impulséw



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE /dla wozystkich ukdadéw, jezeli

wy spccy tikcwone 1inaczej/

Sym-
Nazwa parametru bol

1 2

Spoczynkowy pred
zasilania I1DD

Pred wyjsciowy
w stanie niskim OL

*

Prad wyjsciowy
w stanie wysokim OH

Napiecie wyjscio-
: we w stanie niskim LbL

'

t HH
Oednr nin
3 4
1
yUA 2
4
20
0,64
mA 1,6
4,2
-2
-0,64
-1,6
~4,2
0,05
V 0,05
0,05

Wartosé

25°C
typ.

nic jest
Warunki pomiaru
t **)
max WODM ujM  uadaw]
max .
7 8 9 10 11
1 30 0;*5 5
2 60 0:10 10
4 120 - 0:;15 15
20 600 0; 20 20
— 0,36 0,4 0; 5 5
0,9 0,5 0:10 10
- 2,4 1,5 0,15 15
_ -1 ,15 2,5 0; 5 5
- -0,36 4,6 0; 5 5
- -0,9 9,5 0 :10 10
- -2j4 13,5 0 ;15 15
0,05 0O*05 0; 5 5
0,05 0,05 0; 10 10
0,05 0,05 - 0:15 15



1 2 B 4
r — — —
v 4,95
Napiecio wyj sciowc
w stanie wysokim UOH 9,95
m 1 14,95
Ny 1,5
Napiecie wejsSc iowe Vv 3
w stanie niskin UIL
4
Napiecie wej Sciowe 3,5
w stanie wysok im \Y 7
UIH
11
Prad wej ¢cciowy 5 JUA 0,1
71 1oznacza "lub”
tign = 0°C = 70°c
iin g Tax
tmm = -40°C,. tmax = G5°C

4,95
9,95
14,95

3,5

11

dla

dla

5 7

5 T
10

15 -

1,5

3

4

,10~5 (0,1

MCY 74047M

MCY 64047N

4,95
9,95
14,95

1,5

3,5
7
11

1

O,5§h,5

1:9
1,5:;13,5

0,5:4,5
1:9
1,5;13,5

Tabela 1 c.d.

_ _II 1 —

10 11

0;5 5
0:10 10
0,15 15
- 5

— 10

15

- 5

10

~ 15

0:13 18

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejsScia powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez

pwdtaczeni e co U&g lub Ui:ﬂ .
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Tabela 2. ELEKTRYCZNIE PARAMETRY DYNAMICZNE V4 tamb = 25°C,
tr, tf = 20 ns, CL = 50 pF, RL = 200 W/
Nazwa parametru Symbol  Oedn, Wartos¢ Warunki
typowa pomiaru
UbD M
Czasy propagacji: ASTABLE, 200 5
ASTABLE do 0SC OUT tPHL NS 100 10
tPLH 50 15
Czasy propagacji: ASTABLE, I 550 5
ns 250 10
ASTAULE do Q, Q 150 15
Czasy propagacji: +TRIGGER « 700 5
- D3 ns 300 10
Czasy propagacji: *TRIGGER 300 5
l ns 175 10
RETRIGGER do Q, Q 175 15
Czasy propagacji: EXTERNAL 300 5
RE.SET do 0, 0 ¢ ns 125 J
i ’ 75 15
Czas opadania i narastania 14, 100 5
ns 50 10
0SC oUT, Q. Q £TLH 40 15
Minimalna szerokos$¢ impul- tVI 500 5
o ns 200 10
su wejsciowego 140 15
-j*TRIGGER, RETRIGGER: <czas nieogra- 5
I opadania 1 narastania v T ntczona ig
| Fojemnos¢ wejsSciowa
I /dowolne wejscie/ CIN PF 5



Tano la 2. WYKAZ TRYSOW PRACY UKLADU

Tryb procy

JO

7"'yb pracy rriultiwi-
brato.ro sstabilnego:

a mull awibrotor
as tabilny

b) brs.”’kowanie syg-
natem wysok im

bramkowanio syg-
natem niskim

Tryb procy nultiwi~

bratora nonoatabil-

nago *

;) “wyzwolcniio zbo-
czcm narascajg-
cym

;iwy zo lonia zbo-
czom opada 1*‘cym

Sposob podleczenia wyprowadzen Wyprowadzenie

sygnatu
Do Do Wyprowadze-wyj Sciowego
3 nie sygnale
/nr,BYDeradzgéla/ wg jSciowegc
2 3 4 5
4,5,6,14 7,8,9,12 10,11,13
4,6,14 7,8,9,12 10,11,13
%,14 5,7,8,9 ,12 m 10,11,13
i
4,14 5,6,7,9,12 8 10,11
4,8,14 5,7,9,12 6 10,11

1

I SP0503 PODLACZANIA WYPROWADZEN

Okres sygnatu wyj- ;
Sciowego lub szero-;
kos¢

impulsu

KK )
tA /10, i1/=4 ,40"R"C

ty /13/=2,20"R*C

Lil

v I

WKa )
/10 ,1.1/%2 4 <R<T



Tabelo 3. c .d.

C) praca w trybie
powtdrnego 4,14 5,6,7,9 8,12 10,11
MMK )

wyzwalania
t™v /10,11/=2,43*R*1
d) tryb pracy
zewne trznego 5.6
zliczania 9
impulséw H~

8, - 10,11

H®" Impuls wejsciowy poddgczony do wyprowadzania RESET.zewnetrznego ukdadu liczni-
ka a wyprowadzenie OUTPUT zewnetrznego uktadu licznika do wyprowadzenia 4.

t. - okres impulsu /wypeinienie 50%/.

MHH )
t - szerokos$¢ impulsu.

Uwaga: we wszystkich trybach pracy konieczne jest poddgczenie elementédw zewnetrznych

R 1 C.
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

UKLADY MULTIPLEKSERAW/DEMULTIPLEKSEROW CMOS

MCY 74051N, MCY 74052N, MCY 74053N,
MCY 64051N, MCY 64052N, MCY 64053N.

Uk#ady MCY 74051N, MCY 74052N, MCY 74053N wytwarzane sa w tech-
nologii CMOS zbramkg aluminiowa. Zbudowane sg z wzbogacanych
tranzystoréw p- in-kanatowych wytworzonych na jednej ptytce
monokrysztatu. Ich podstawowe przeznaczenie to praca jako ana-
logowe 1 cyfrowe multipleksery/demultipleksery, przetworniki
sygnatéw analogowych na cyfrowe i1 odwrotnie oraz jako ukdady
bramkujace sygnaty.

Uktady te odznaczajg sie malg iImpedancja w stanie whkgczania

i1 bardzo matym pradem updywu w stanie wydgczenia. Kazdy z ukta-
dow ma wejscie zezwolenia /INH/. Stan wysoki podany na to wej-
Scie bldkuje dziatanie ukfadu. Poszczeg6lne ukdady roéznig sie
miedzy sobg organizacjg logiczng.

Uk#ad MCY 74051N, MCY 64051N jest pojedynczym, osmiokanatowym
multiplekserem/demultiplekserem o trzech wejsSciach sterujacych
A, B, C. Trzy wejscia sterujace wybieraja jeden z osmiu kanatdw
poddaczajac go do wspdlnego bufora we/wy.

Uk#ad MCY 74052N, MCY 64052N jest podwéjnym czterokanatowym
multiplekserem/demultiplekserem o dwoch wejsSciach sterujacych

A 1 B. WejScia sterujgce wybieraja po jednym kanale z czterech
z obydwu grup i1 podtaczajg je do bufordéw we/wy.

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Ukdad MCY 74053N, MCY 64053N jest potrojnym, dwukanatowym mul-
tiplekserem/demultiplekserem o trzech niezaleznych wejsSciach
sterujacych A, B, C. Kazde z wejS¢ sterujacych wybiera jeden
z dwoch kanatoéw podiaczajgac go do +>ufora wyjsSciowego.

Uk#ady umozliwiajg multipleksowanie/demultipleksowanie sygna-
+6w analogowych o amplitudzie -db 20 Vp_~, przy amplitudzie
cyfrowych sygnatéw sterujgcych O0d 4,5 do 20 V /jezeli Ugg-Ugg
= 3V, to mozna sterowa¢ sygnatami o amplitudzie Ugg-U~ = 13 V;
przy roéznicy potencjatéw Ugg-U" powyzej 13 V wymagana jest
przynajmniej roznica napie¢ Ugg-Utg = 4,5 V/. Przykkadowe, gdy
UbD = +5 V> USS =0 v 1 UEE = ~13°5 V” to sy9naty analogowe
o0 napieciach w granicach 13,5 do 4,5 V mogg by¢ przetgczane
sygnatami sterujacymi o amplitudzie od O do 5 V.

xilg emu

D* 20.2mox N

Rys. 1. ZwymiarCrwana obudowa typu CE-71



b)
l7ov4 [ 1 16] UDD
l7oy2 [ 2 15] 1/0X2
CoM YO/I [ 3 4] /0x 1

I70Y3 [ 4 13 ] COM X0/I
I/0YlI [ 5 12] i/ox<0

INH [ 6 n1] 170X 3

10
ueeC 1A
uss [ 8 918

a)
vos [ 1 8 5 uob
/06 [ 2 1511102
coMON [ 3 14 11]01
07 [ 4 13] llo<*
1705 [ 5 12][103
INH [ 6 KiPN
'CSEE c/ 10]3
uss c8 9]c
©)
1CcoMmn
bx Iubby
1 CoM N
J ax lubay
COoMO/I r
cxlubey 4
Rys. 2. Konfiguracja

i opis wyprowadzen uk¥adéw:
URY 6405111, b) MCY 74052N,

OPIS WYPROWADZEN

oD napiecie zasilania +
Ugg - napiecie zasilania < ASS™- UDO
~E ~ naP ™ cie zasilania -
A,B,C - wejscia sterujace

1/0 - wejscia/wyjscia kanatow
COM 1/0 - wspolne wejscia/wyjscia
INH - wejscia zezwolenia
UWAGA

Gdy uktady sg uzywane jako demultiplek-
sery, wyprowadzenia 1/0 wyjsciami®,
a wyprowadzenia COM 1/0 stuza jako
wejscia

a) MCY 74051N,

MCY 64052N, c) MCY 74053N, MCY 64053N



Uktad dopasowania

poziomow logicznych

-—r Cr>
_ C
Dekoder kanatu jednego ;
z oSmiu z wejsciem
zezwalajacym
F_ -
—B(" (%
—’\DSt())(i e
0
-Stul (ﬁ
4-'- o 0
’\D—S{‘QJ x
@ )
(é__
Q0

CcD cD cb CD Sl
T. T X *X -F ]
Q
Wspdlne wyjscie/wejscie
(CoM G/D

" Schernat blokowy ukdadéw MCY 74Q51N i MCY 64Q51IN.

Bramki transmisyjne

BT



XN

CcD

O; th
Yy

-T$
< £
¢9-

Wspolne wyjscie/wejscieY Wspolne wyjscie wejscie X
(COM 0/1Y) (COM O/t X)

Rys. 4. Schemat blokowy uk+adow MCY 74052N 1 MCY 64052N.

bramki transmisyjne

BT



liys.5. Schematy blokowe uk#adow MCY 74053N/MCY 64053N.

gicznych,

16aUpy

Wejscia /wyjscia  kanatow
(r/0)

8 - ciekodery jednego z dwéch z wejsciem zezwalajacym,

Wspolne

wy/we (COM o/l)

cx lub cy

Wspdlne

wy/we (COM Qfl)
bx lub by

Wspdlne

wy/we (COMO/I!

ax lub ay

A- uktady dopasowania

BT - bramki

poziomow lo-
transmisyjne

On



Tabela stanéw poszczegélnych uktadoéw

1
Stan wejsé Nu.Tsry kanatow
Zezwolenie C B A wkaczonych
MCY 74051N, MCY 64051N

0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
0 1 0 1 5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 7
1 X X X

MCY 74052N, MCY 64052N 1

Zezwolenie B A
0 0 0 Ox , Oy
0 0 1 Ix» ly
0 1 0 2X, 2y
0 1 1 3%, 3y
1 X X

MCY 74053N, MCY 64053N mm

Zezwolenie A lub B 1lub C
0 ax lub bx 1lub cx
1 ay lub by lub cy
1 X

X nie dotyczy



Cechy charakterystyczne:

- zakres napie¢ zasilania 3-18 V,

- wszystkie wejscia 1 wyjsScia buforowane,

- wszystkie wejsScia 1 wyjsScia zabezpieczone przed przebiciem
+adunkiem elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjsciowe w stanie niskim
1 wysokim,

- szeroki zakres przetgczanych napie¢ analogowych 20 VP ,

- niska rezystancja przewodzenia kanatu - 1250 typowo przy
UOLrUEE = 15 V>

- maksymalny prad kanatu - 25 mA,

- minimalna rezystancja obcigzenia - 1000

""DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania Ugg -0>5 - 20 V
Napiecie wejsciowe Uj “0,5 * Ugg + 0,5 V
Graniczny pbad wejsSciowy 1j -10 mA

Zakres temperatur pracy Namb & a O #70 C

dla MCY 64...N -40 ¥ 85°C
Zakres temperatur
przechowywania ~stq N N

Temperatura™lutowania;
- recznego 7max> 4 s/ ~sol ”” 350°c
- automatycznego 270°C

Maksymalna moc strat Pp 500 mw



ELEKTRYCZNE PARAMETRY STATYCZNE I DYNAMICZNE DLA UKLADOW MCY 74051IN, MCY 74052N, MCY 74053N
MCY 64051N, MCY 64052N, MCY 64053N

Wartos$ci graniczne Warunki pomiaru
Nazwa parametru Symbol Jedn. o5oC 1
t . t = Ul USS UEE UOD
nin min typ max nax M M M M
1 2 3 4 5 6 7 8 "9 ~ 10 11 12
5 - 0,04 5 150 0; 5 - - 5
Spoczynkowy prad zasilanis Inn pA 10 - 0,04 10 300 0:;10 - - 10
20 - 0,04 20 600 0;15 - - 15
100 = 0,08 100 3000 _0:20 - - 20
]
850 - 470 1050. 1200 ©0; 5 O 0 5
Rezystancja wtaczonego kanatu ron D 330 - 180 400 520 0;10 O 0 10
210 - 125 240 300 0;15 O 0 15
Roznice opornosci pomiedzy dwo- gy B - B - - B 0 0 >
ma kanatami w jednej obudowie N - 10 B B - 0 10
- - 5 - - 0 15
Prad uptywnosci wytgczonego %0 PA nNo*“5 +0,1 0 0 18

kanaru



L 1 R — e

<ojemnos¢ wejsciowa wejscé
3na logowych

MCY 7405 IN,
MCY 64051N .

PojemnosS¢ wyjsciowa 64G52n !

MCY 740531-1,
MCY 64053N.

Czas propagacji sygnatu

z wyjscia na wyjScie,

uls - 5Y9na1_Erostok%tny
o amplitudzie N*,

R. = 200 kO, C, = 50 pF,
L tr = tf = 20 ns

Napiecie wejsSciowe w stanie ni-
skim_.ljg = 2 pA, na wszystkich
wytgczonych kanatach

Napiecie wejSciowe w stanie
wysokim

cos

cos

cQs

tpd

UIL

UIH

EE?KTRYCZNE
N 4
PF -
pF -
PF -
pF
ns
1,5
V
3,5
v 7
11

PARAMETRY STATYCZNE
A .

15
10

—~7

60
30
20

B .

11

DYNAMICZNE
9 10 11

UEE

c.d.
12

10
15

10

15 .

10
15



: Pred wejsc iowy

Czas propogacji adresu do syg-
natu na wyjsciu /kanaty wkaczo-
ne lub wytgczone/ t = t" =

= 20 ns, CM = 50 pF

Czas propagacji sygnatu zezwo-
lenia na wyjsScie, kanaty wia-
czone t = tj = 20 ns,
CL = 50 pF, R1I = 10 kO

Czas propagacji sygnatu zezwo-
lenia na wyjsScie, kanaty wytag-
czone X . = t.i = 20 ns,

CL = 50 dF, R1 = 300 kO
Pojemnos¢ wejsciowa wejs¢é adre-
sowych 1 wejscie zezwolenia

Maksymalne zniekszta+cegég\har—
moniczne R™ = 40 kO, Uf

tmi.n =0 (;’tmax = 0=C dla serii MCY 74...N; t

sygnat wejsSciowy jest sinusoidalny symetryczny wokét

X1

r~+

pa

tplIN

tplF

CIN

thd

ELEKTRYCZNE

3
pA

ns

ns

ns

pF

'

min

4 6 7..."TT -9 10
+0,1 - +£10"5=0,1 -+ ori18 -
- - 360 720 - - 0
- - 160 320 - - 0
- - 120 240 - - 0
- - 225 450 - - 0
- - 360 720 - - 0
160 320 - 0
; ; 120 240 0
- - 200 400 - - 0
- - 200 450 - - 0
- - 90 2.10 - C
70 160 ; 0
- - 130 300 - - 0
- - 5 755 - - -
0,3
- — 0,2 _ -
0,12

= -A0 C,,tmax = &<=C dla serii MCY 64.._N.

Ugg - Ugg/2 o czestotliwosci T = 1 kiHz.

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejscia powinpy byC¢ odpowiednio spolaryzowane przez podtgczenie

11

0

-10

-10

UEE=

do Usg

EARAMETRY STATYCZNE 1 DYNAMICZNE c.d.

12
18

5
10
15

5

5
10
15

5

5
10
15

5

10
15
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WYMAGANIA DODATKOWE

Przechowywanie 1 transport wyrobu

Uktady powinny by¢é przechowywane w spos6b zapewniajgcy zwarcie
elektryczne wszystkich wyprowadzen. Zalecane jest stosowanie
gabki przewodzacej, folii aluminiowej lub innych materiatdw
przewodzgcych.

Montaz uk¥adoéw

Podczas montazu uktaddéw zalecane jest stosowanie obraczek uzie-
miajacych o rezystancji 1 MO do ziemi, uziemienie stofu monta-
zowego, uziemienie narzedzi montazowych /jak np. lutownica/.
Niedozwolony jest montaz 1 demontaz uk#addéw pod napieciem na
ktérymkolwiek z wyprowadzen.

Uktady aplikacyjne

Wszystkie nie wykorzystane wejs$cia powinny byC potgczone z masa
/Ug5/ It) zasilaniem /Uqq/ odpowiednio do pednionej funkcji lo-
gicznej.

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32746
02-660 Warszawa

tul. 435401
11x . 015647

Styczen 1907 ; =
Cena 120 z+ Orek ZOINTE ITE zam. / 67 n.

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



PROGRAMOWANY DZIELNIK CZESTOTLIWOSCI*® MCY 74059

MCY 64059
Ukd#ad MCY 74059, MCY 64059 jest programowanym dzielnikiem,
mogacym podzieli¢ czestotliwos¢ sygnatu wejsciowego /CL/ przez
dowolng liczbe N zawartg w przedziale 3 < N 15999.
Sygnat wyjsciowy ma postac¢ impulséw o szerokosci roéwnej okre-
sowi sygnatu wejsciowego /CL/ i1 czestotliwosci réwnej czesto-
tlhiwosci sygnatu wejsciowego podzielonej przez zadang liczbe
N. Pojedyncze wyjscie uk#adu /0UT/ moze wysterowa¢ bramke TTL,,
Dzielnik ustawiany jest za pomocg szesnastu wejsS¢ ustawiaje-
cych 3™ *r 316«
WejsScia ustawiajgce Kg, Kb-i KC okreslaja tryb pracy /MODE/
pierwszej 1 ostatniej sekcji dzielnika /rys. 1/ zgodnie z
zamieszczong tabele 3.
Stopied dzielnika ustawiany sygnatem 3" jest zawsze najmniej
znaczacym bitem dzielnika /LSB/. Stopnie dzielnika ustawiane
sygnatami 3, 3™ i 3™ w zaleznosci od wybranego trybu pracy
moga by¢ umieszczone przed lub za wewnetrznymi sekcjami dziel-
nika.
Przykdadowo, dla trybu pracy - 2, tylko jeden przerzutnik u-
mieszczany jest w pierwszej sekcji liczacej, dlatego ostatnia,
pigta sekcja sk#ada sie z trzech przerzutnikéw. Sekcja ta mo-
ze by¢ ustawiona binarnie na maksymalng liczbe 7 o wartosci
tysiecy /7 x 1000/,
Ten tryb pracy jest wybrany, gdy na wejsciu i Z0S-
tanie podany stan wysoki /1 logiczna/. W tym przypadku wejsScie
3 uzywane jest do ustawiania pierwszej sekcji, a wejscia 30,

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA
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5 Pierwsza j

Cj.0— ~ sekcja j.
liczgca |
1*10,8.5,4,2 |
Ka © — = Dekoder
t rybu
Kto — = Pracy
T

Rys.

J5161J17J)8

Uktad
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sekc ja
liczaca
+10
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1. Schemat
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wejsciowy

Trzecia
sekcja
liczqca

+.10

Dekoder

1>

Sterowanie
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blokowy uk+adu

Czwarta .

sekcja
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+10
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11X
j’Ostatnial
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i sekcja *
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3, 3N do ustawiania ostatniej, piagtej sekcji liczacej, leze-
li wybrany jest tryb pracy ® 10 /Ké’,Kb - stan wysoki, KC
stan niski/ wejscia od do 3™ uzywane sg do ustawiania
pierwszej sekcji liczacej; w tym przypadku nie ma ostatniej,
pigtej 8ekcji liczacsj. PosSrednie sekcje liczace, sg to trzy
kaskadowo potgczone liczniki BCD / 1 10 /, ustawiane za pomo-
cg wejs¢: 3g A 3 N
Doprowadzenie sygnhatu zegarowego do ukdadu pd ustawieniu li-
cznika na liczbe N powoduje zliczanie rewersyjne do momentu,
az uktad detekcji licznika wykryje stan zera, wtedy uk#ad u-
stawiania ponownie ustawia stan licznika na liczbe N oraz wy-
twarza impuls wyjscioWy,
Ustawianie licznika na zatozong liczbe N uzyskuje sie zgodnie
ze wzorem : .
N * ~Tryb pracy (1000 x liczba ustawiona w 5 sekcji
+ 100x liczba ustawiona w 4 sekcji + 10x liczba ustawiona
w 3 sekcji + Ix liczba ustawiona w 2 sekcji) + liczba u-
stawiona w 1 sekcji.
W celu obliczenia liczby ustawionej dla dowolnej liczby N na-
lezy liczbe N podzieli¢ przez wspodczynnik podziatu™tzn. tryb
pracy /MODE/. Wynik odpowiada cyfrom ustawianym w poszczego6l-
nych sekcjach ad pigtej do drugiej, z reszta bedaca wartoscig,
ktérg nalezy ustawi¢ w pierwszej sekcji.

liczba ustawiana - tryb pracy /MODE/* *

Oto przyktady*

D N =8479 1 tryb pracy = 5
wartos¢ ustawiana - 8479 5 = 1695 z resztg 4, a zatem
wejsScia ustawiajgce musze przybraé¢ nastepujgce wartosci:
Ka =1, Kb » 0, Kc - 1, /"1 - uoD,“0" 3 W

* Tryb pracy /MODE/ = wspodczynnik podziatu pierwszej sekcji
/10, 8, 5, 4 lub 2/.



.- 1 5 9 6

32 33 J6 37 V 39. 310 3U °12 313 314 315 316
0 0 1 i i 0O -1 0 1 0 0 1 0 1" 1 0

N = 12382, tryb pracy ® 8
wartos¢ ustawiana = 12382 = 1547 z reszte 6
K *o. Kb - 0. K_=1

a C

6 1 7 4 5
N a4 . r...

31 33 34 76 36 37 38 39 310 311 °12 313 314 315 316
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

3 N . 8479 1 tryb pracy - 10
wartos¢ ustawiana - 0847 z reszte 9
Ka ) 1 m* (- KC 0

9 7 4 8

31 32 33 34 °5 .6 °7 3a 39 310 311 312 °13 314 315 JI6
1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

WejsScia ustawiajece tryb pracy /MODE/ pozwalaje na separacje
kanatdéw w syntetyzerze czestotliwosci o 10; 12; 5; 20; 25 i1 50
czesci. Wejscia te rowniez okresSlaje maksymalne wartos¢ N na
9999 /gdy pierwsza sekcja dzielir przez 5 lub 10/, lub na 159999
/gdy pierwsza sekcja dzielir przez 8, 4 lub 2/. Dekady trzech
posrednich sekcji moge by¢ ustawione binarnie maksymalnie na
wartos¢ 15 zamiast 9, na pozycji jJedynek, dziesietek i1 setek.
Przyk+adowo, przy trybie pracy 4 8, [liczba od ktdrej posred-
nie sekcje zliczaje w dé¥, moze by¢ ustawiona na:

trzecia sekcja 1500

druga sekcja 150

pierwsza sekcja 15

1655



Ostatnia sekcja moze by¢ ustawiona maksymalnie na 1 z wage
tysiecy. Suma tych liczb 72665/ razy 8 daje 21320, Pierwsza
sekcja moze by¢ ustawiona maksymalnie na liczbe 7, co daje
liczbe 21327, ktora jest maksymalne mozliwoscie do ustawienia
w trybie pracy 48, ‘

Najwieksze dopuszczalne zakresy podziatu dla réznych trybéw
procy przedstawione zostaty w tab.3. -

WejsScia ustawiajece I Kc moge by¢ rowniez uzyte do "wyde-
czonia” licznika /Master Preset/. W tym przypadku przerzutni-
ki w liczniku ustawione se zgodnie z wejsSciami ustawiajecymi
31 4 31GP 18CZ licznik nie zlicza i1 pozostaje w tym stanie
tak ddugo, jak na wejsciach i pozostaje niski /HO '/«
Licznik zacznie zlicza¢ rewersyjnie od ustawionej wartosci
dopiorg wtedy, gdy tryb pracy bedzie roézny od stanu "wytecze-
nia” /Master Preset/. Oezeli chcemy "wydeczy¢" licznik, to
sygnaty sterujece wejs¢ K i musze by¢ rowne 0 logicznemu
przez co najmniej trzy okresy sygnatu zegarowego CL /wej-
sciowego/ .

Po “wydeczeniu** licznika a nastepnie przejsciu do dowolnego
trybu pracy, pierwsze narastajece zbocze sygnatu zegarowego
CL zmienia stan wewnetrznego przerzutnika, tak ze zliczanie

w dok zaczyna sie od drugiego narastajecego zbocza sygnatu
zegarowego. Dlatego po wyteczeniu licznika, licznik zlicza o
jeden impuls wiecej, zanim zmieni sie stan na wyjsciu. Rys. 2
przedstawia dziatanie licznika w trybie pracy 48 od ustawia-
nego stanu 3.

jimimnjinimr
(Kq+KT:>C=0) ___________

Wewnetrzny
ston
licznika
Wyjscie n —
s. 2. Dziatanie licznika w trybie pracy 48 od ustawianego
stanu 3



Dozeli wejscia KB i Kc zostaty ustawione na poziom O, w cza-
sie krotszym od dwéch okresow sygnatu zegarowego lub mniej-
szym, przed pojawieniem sie impulsu wyjsSciowego, impuls ten
pojawi sie w oczekiwanym czasie. Pojawienie sie impulsu wyj-
Sciowego powoduje ustawienie stanu licznika zgodnie z wej
Sciami ustawiajecyrai 0" 4 3”0« Stan wysoki 1 na wejsciu LE
/Latch Ensble - LE/ spowoduje, ze wyjscie pozostanie w stanie
wysokim 1 tak ddugo dopdki stan na wejsciu LE nie powréci do
8tanu niskiego 0. Gdy na wejsScie LE zostanie podany stan nis-
ki, impuls wyjsSciowy bedzie wiat szerokos¢ jednego.okresu ze-
garowego.

Gdy K8 » 0, K.y » 1 i KC =0 oraz wejscie LE = 0, licznik dzie-
Ii przez 10000, niezaleznie od stanu wejs¢ ustawiajecych.
Przy tym samym stanie wejs¢ Kgq, Kb 1 ko zmiana stanu na wej-
sciu LE na stan wysoki 1 nie powoduje zapamietania stanu wy-
sokiego na wyjsciu /0UT/,

Wyjscie uk#adu /0UT/ w tym trybie pracy jest nieczute na zmia-
ny stanu wejscia LE ; uktad pracuje tak,jakby na wejsciu LE
by+ podany stan niski. Uk#ad wyprowadzeﬁ_wg rys, 3.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania ubDQ -0,5 4 +20 V

Napiecie wejsciowe Uj -0,5 4 UDQ + 0,5 V

Graniczny pred wejsciowy 1j 10 mA

Zakres temperatur pracy tamb 0 4+70°C dla MCY 74059N
-40 4+85 C dla MCY 64059N

Zakres temperatur - 55 4+125°C

przechowywania

Temperatura lutowania*

- recznego/max, 4s/ tsol 350°C
- automatycznego 270°C
Maksymalna moc strat P

D 500 mw *



Tabela 1.

Nazwa parametru

Spoczynkowy pred
zasilania

Pred wyjsciowy
w stanie niskim

Pred wyjsciowy w
stanie wysokim

Napiecie wyjsciowe
w stanie niskim

Sym-
bol

10D

I0L

XOH

uoL

UOH

Oedn,

mA

mA

Vv

t

min.
A (11 ]

*

2,4
16
-0,64

-1,6
-4,2

4.95
9.95
14,95

Ir,im

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

«)

Wartoscé
15UC

max - min. typ.
b b /

5 0,04
10 0,04
0,04

100 0,03

10
26

-1

-3,2
-2,5
-6,8

4_.95 5

9.95 10
14,95 15

max min .
ny -
5
10
20 -
100
*1.6
- 4.4
11 ,2
-0,36
-1,15
- -0,9
-2.4
0,05
0,05 -
0,05
4_.95
9.95
_ 14,95

* Warunki pomiaru
max uoLVJ uodA
max »
1U _ii. iz iJ
150 0; 5 5
300 - 0:10 10
600 0 ;15 15
3000 0:20 20
0,4 0:5 5
0,5 0:;10 10
1.5 0 ;15 15
4.5 0:5 5
- 2.5 0:5 5
9.5 0 ;10 10
13,5 «¥ ;15 15
0.05 0;5 . 5
0,05 0:;10 10
0,05 0:;15 15
0:5 5°
0:10 10
- 0il15 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 13

Napiecie wejsciowe  q =V w15 B S G e -
w stanie niskim _ 4 c _ 4 “« 4 1,5:13,5 - 15
Napiecie wejsciowe I Y, 3,5 3,5 3,5 1 0,5:;4,5 5
w stanie wysoki® IH 7 - 7 - - 7 - 1;9 10
11 el 11 mn 11 _ 1>9 ;13,5 15

il
-
& H _ cc _ +- cc - - _
Pred wejsSciowy X1 JUA 0,1 105 “0,1 ii .0,18 18

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejscia powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez
podteczenie do Ugs lub UQD

k)
tmin ““ °°C# tmax = 70°C dla serii MCY
tmin » -40°C- thax * 85°C dla serii MCV 64...N."



uDDOUTJ5 J6 J7 J8 J9 J10JH J12KQ Kb
EZIla|B|[2ilg6[]i9 |fielli7 1]i6 1]i5 |[g[i3 ]

Z)

t CL LE Jj J2 J3 Ja j16J15J1Aj 13 KC USS
Rys. 3. "Uk#ad wyprowadzen uk#adu MCY- 74/64059 N

Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /tamb = 25°C, t * ty = 20 ns
CL « 50 pF, RI » 200 kQ 7/

Warunki
pomiaru

min.  typ. max. ubd V]

Nazwa parametru  Symbol Oedn. _ \'artosci

Czasy propagacji z *PHL g Do 20 10
wejscia do wyjscia  p H N 60 110 15
Czas transmisji sy- ns m 100 200 5
sygnatu wyjsciowego TLH 50 100 10
- 40 80 15
70 100 ‘5
Czas transmisji sy- ns - 50 70 10
gnatu wyjsciowego THL & 30 50 15
Maksymalna czesto- 1.5 o m 18
tliwos¢ sygnatu MHz 3
zega rowego "cpmax 4.5 - 15
Pojemnos¢ wejscio- _ 10 15
wa Cl pF
Minimalna szero- 200 5
koS¢ impulsu ze- twCL ns - 100 10
ga rowego min - 80 15



Tabela 3. TRYB PRACY /MODE/ PIERWSZE3 1 OSTaTNIED SEKC31 LICZNIKA

Tryb Pracy 2akres liczenia

/MCDE/ Pierwsza sekcja liczaca Ostatnia sekcja liczaca ]
Proj elc- Rozsze-
towany rzony

Wspot- Moze by¢ Uzywane Wspot - Moze byc Uzywane

czynnik ustawiona wejsScia czynnik ustawiona wejscia
K. Kb KC podziatu na maksy- ustawiaj ace podziatu na maksy- ustawia- max,, nax .
a /MODE/  malna /MODE/  malna jace

wartosc¢ wartosc -

1 1 1 2 1 8 7 32.33,34 15999 1733.1
0 1 1 4 3 31°32 4 3 33.34 15999 18563
1 0 1 5 4 31"32°33 2 1 34 9999 13329
0O 0 1 8 7 31"32"33 2 1 15999 .21327
1 1 O 10 9 31,32 .33r34 1 0 9999 16659
X 0 O "wyleczon 3" "wytaczam3* -

Dziakanie licznika w trybie pracy *6 /pierwsza sekcja liczace/ wymaga najpierw wykacze-
nia licznika,tzn. przejscie przez stan Master Preset. W czasie wkgczania zasilania»
wejscie KO musi mie¢ podany stan O logicznego na czas trzech okreséw sygnatu zegarowe%p
/CL/ po osiagnieciu przez zasilanie /U_ / wartosci minimum 3V,

= Unn» *0 = _ = MSB,

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEK iRCUO-;E3 Al,Lotnikow 32/4S C2-SS3 Wwarszawa tel. 435401 tIx#S.15547
Pazdziernik 1985, cena zt 1QOp”.>D -EpRCDjJKC3l ZASTRZEZONE Druk 20INTE ITE zen ./*>"25. n .70



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE/J

14-3TC?N1CV/Y A3YNCMKONICZNY LICZNIK BINARNY MCY 74060N
MCY 64060N

Z G3CYLATORZM

ktady logiczne CMOS sg zbudowane z tranzystoro6w wzbogacanych

p 1 n-kanatowych, wytworzonych na jednej ptytce monokrysztatu
Podstawowym 1ich przeznaczeniem

/technologia komplementarna MOS/.
licznikow, timerach, dzielnikach

jest praca w uktadach sterowaniu
czestotliwosci i uktadach opdznienia czasowego.

— *
z»1,27moxe ME-8t30 ma

B=1/77mox
16 9
—S *
| |
1 8
cirU T

nzj-cr u u u

D=20,32max

Rys, 1. tfymiary obudowy typu CS-71

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Uk+ad spetnia, funkcje 14-stopniowego licznika binarnego,
asynchronicznego z mozliwoscig zerowania. Sktada sie z oscyla-
tora oraz 1l4-stopniowego licznika. Uk#ad oscylatora umozliwia
wspétprace z oscylatorem RC lub kwarcowym. V/ejscie RESET umoz-
liwia wyzerowanie licznika oraz blokuje dziatanie oscylatora.-
Podanie stanu wysokiego na wejs$cie zerujace RESET ustawia
wszystkie wyjscia licznika w stanie "O0IL e

Wszystkie stopnie licznika sg przerzutnikami typu master-slave.
Stan na wyjsciach licznika zmienia sie podczas opadajacego zbo-
cza impulsu na wejsSciu kazdego ze stopni. Zastosowanie na
wejsciu uktasu Schmitta zapewnia poprawng prace ukdtadu przy do-
wolnych czasach narastania i opadania impulséw wejSciowych*

J
Q12[ 1 ]ﬁ] wo Upp napiecie zasilania +,
013[ ]Q10 Uss ™ napiecie zasilania -,

;r - wejscie impulsu taktujgcego
oul Jes ¢ wyprowadzenie oscylatora,
Q6 [ 1Q9 Ao wyprowadzenie dla podtaczenia

zewnetrznego kondensatora,
5
051 ]« 0 - wyprowadzenie oscylatora,
o7 [ 1#. R wejscie kasowania licznika
i blokowania oscylatora,
04 [ ]fo L . .
Q,, - wyjScia ze stopni licznika.

Ry$§. 2. Konfiguracja i opis wyprowadzen uktadéw MCY 74060N
i MCY 64060N



Cechy charakterystyczne:

- zakres napie¢ zasilajgcych 3 + 13V,

- wszystkie wejsScia 1 wyjscia, buforowane,

- wszystkie wejsScia 1 wyjScia zabezpieczone przed przebiciem
tadunkiem elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki w stanie niskim-i wysokim,

- typowy margines szumow:

1V  przyUubd =5V,
2V  przyUbb =10V,
2,5 V. przyUubb =15V,

- obudowa uktadu-16-wyprowadzeniowa, typu CS-71.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania -0,5+ +20 V
Napiecie wejsSciowe U- -0,5 + + 0,5V
Dopuszczalny prad T 110 0A

wejsciowy ™

Zakres temperatur , 0 + 70Q@C dla Muf /4...N,
pracy amb -40 * 85 C dla MCY 64...N
_Zakres temperatur + -55°< + 125<C
Iprzechowywania "stg .

Dssperatura lutowania tSO? o

~recznego /maxi 4s/ 350 C
"automatycznego 270 C

I =tksymalna moc strat PQ 500 mY



Tai oln. 1. ELEOTYCZNE PAHAM2TRY STATYCZNI!

Wartosé V/oranki doéj.iar
Nazwa parametru Sym- Jadn. tmin* 206G  __ ot . H vy tritr ~
) bol nin. typ. mnx. 5 vl V] id
-9 31C7zxz xjlLu 5" 6 7 . © 10 i
0,04 5 150 0; 3 z
;pogiynkowy prad AUA 18 0,04 10 300 - 010 10
astfania tdd 20 0,04 20 600 - 0; 15 15
100 0,03 100 3000 0;20 20
S 0,61 0,51 1 - 0,42 0,4 0; 5 5
AT R & B K L o5 oo
4,0. 6,3 - 1,5 0;15 15
I’LL —lﬁ_
-0,61 -0,51 -1 w -0,42 4,6 0; 5 3
Praci wyjsciowy mA -1,3 21,6 -3,2 - -1,3 2,5 0; 5 p
stanie wysokim 10H -1,5 -1.3 -2,6 - -1,1 9,5 0; 10 10
-(,0  -374 _6, 3 - -2.3 13,5 0:15 1J
. <o - 0,05 0. 0,05 0,05 - 0; 5 9
%gp;oo]e WYJE?'Owe UoL Vv 0.05 0 0,05 0,05 - 0;10 10
stanie niskim ’ ' ' ’
0,05 0 0,05 0,05 - 0,15 15
. S ;",95 4,95 5 4,95 0; £ 5
mpiecie wyjsciovie v ‘é 95 9°95 10 C oes _ 0 10
W stanie wysokim UOH 1n,95 14,95 15 - 1405 P ¢



L

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Napiecie wejsciowe v léS - - 1é5 1é5 0,?; 3,5
w stanie niskim UlL ;
4 > 4 4 1,5;13,5
Napiecie wejsciowe" v 3%5 3%5 3}5 O,i; 3,5
w stanie wysokim IH - - »
y v 11 11 11 1,5:13,5
Prad wejsciowy T YUA :0,1 - $10“% 0,1 Al -
Uwaga: wszystkie wykorzystane wejsScia powinny by¢é odpowiednio
przez pod#gczenie do USJ 1lub UDD.
** Snin = T» tmax 70 dla serii  MCY 74.._N,
Amin = ~Zf0T» tmax us <t dla seri MCY 64...N.

0:;18

c.ol.
11

10
15

10
15

13

spolaryzowane



04-+Q10
012, 013

Hys. 3. Schemat Jlogiczny ukdadow MCY 74060N i1 MCY 64060N. a R = stan wysoki jJest

dominujgacy, kasuje wszystkie stopnie licznika ustawia; w stan 0 i1 blokuje dzia-

tanie oscylatora. A licznik zwieksza [liczbe binarng o jeden przy kazdym opada-
jacym zboczu sygnatu G- 1 5 .



Tabela: 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY DYNAMICZNE /przy t

=tfF = 20 nst CT = 50 pF,

Nazwa pargraetru

Czas propagacji OT
do wyjscia 0, 1

Czas propagacji Qn
do On + 1

Czasy transmisji sygnatu na
wyjsciu przy przejsciu

Minimalny czas trwania impul-
suwejsciowego przy f=100 kHz

Czas narastania 1 opadania
impulsu wejsciowego

Maksymalna czestotliwos¢ im-
pulsu wejsSciowego /zewnetrzne
zrocida impulsow v/ejSciowyc”/

Pojemnos¢ wejSciowa dowolnego
wejscia

Czas propagacji sygnatu
®3ST na wyjscie

Maksymalny czas trwania
impulsu zerujgcego /RESET/

01

= 200

Symbol

tPHL
"PLH

t )

tmA
TLH)

tPHL

kQ/
Jedn.

ns

ns

ns

MHz

pF

ns

ns

Z poziomu wysokiego na niski

NpTJ z poziomu niskiego na wysoki

vhr tost
min. typ. max.
370 740
- 150 300
100 2.00
100 200
50 100
40 30
100 200
50 100
40 30
- . 50 100
20 40
15 30
>do-
wolne
3,5 7
3 16 -
12 24
- 5 7,5
130 360
- 30 160
50 100
60 120
- 30 60
20 40

DD
i

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15



"»:olft 5. METRYCZNE PARAMETRY DYN:AMICZi"!3.

t, « tf - 20 ns, Cj- * 50 pF, -Rj = 200 kQ /
Wartos¢é Iy MLV«
Nazwa parametru Symbol .ledu. min. 1§Ff. _— _vgg pbii . iaru
i
Rozrzut  czestotliwoSci /od _ Ki iz %8 35’5 %g 18 gf ~ égg Eg
zestawu do zestawu/H" 515 54 m 27 15 R:'; 50 KQ
Rozrzut czestotliwosci _ KHz - 2 5 + 10 %* - %28 Eg
ze zmiang napiecia U~ T - 1 10 + 15 Sr _ 50 kO
) 20 5 C =10 /uF
Rezystancja Rxmax MO 20 10 X = 50 yur
10 15 = 10 yUF
c 1000 5 R = 500 kO
Pojemnosc¢ yUF - 50 10 x = 300 kQ
xmax \B 50 15 = 300 kQ
Maksymalna czestotliwosc¢ _ kHz 930 650 310 10 R = 5 kQ
oscylatora 690 300 940 15 Cx = 13" pF
- 0,16 0,35 5 uQ = 0,4 Vv
0L 0,42 0,3 - 10 0 =0,5V
n o - - - 1 2 15 =1,5V
Prad w stanie niskim 1 wysokim mA ’
na wyjsciu 0Q /wyprowadzenie 9/ _0.16 -0.35 5 U =4.6 V
o 0,42 -0.3 10 0=09,5V
-2 15 =13,5 V

Ilie zaleca sie stosowania uktadu oscylatora RC dla napiecia U-~ ponizej 7 V dla R <50 kO
Patpz.rys. 4.



Uktad Schmitta

RO

Rys.4. Uktady oscylatora RC: Rg = 2*Rx + T = 2»2*RX*CJ

Uktad Schmita

{"o-

i7S.5. Uktad oscylatora kwarcowego /CxTAL = C1 + C2 + CgTRAY>

«C ~ rozszerzajacy charakterystyka czestotliwo$ciowg, Rs - ogra-

dzajagcy prad, CgTRAY ““pojemno$¢ rozproszona, Cxtal ““pojem-
nos¢ catkowita kwarcu/



\MtMmN\U \n::a :x>datkl'w2

ezoc..n ."ynanie 1 transport wyrobow

k: 'y powinny byé przechowywane w spos6b zapewniajacy zwarcie
mlektryczne wszystkich wyprowadzen. Zalecane stosowanie gabki
przewodzgcej, folii aluminiowej lub innych materiatdéw prze-
wodzacych.

he *aj uktadow®

ob V.s montazu uktadow zalecane jest stosowanie obraczek uzia

J J:;;--ych o rezystancji 1 rO do ziemi, uziemienie stotu mon-
0, uziemienie narzgdzi montazowych /np. lutownica/.

u. ;/ .oio .y jest montaz lub demontaz uktaddéw pod napieciem

r\ ktéorymkolwiek z wyprowadzen.

1"k>; aplikacyjne

kwyetkie nie wykorzystane wejscia powinny by¢ potgczone z mas

< lub zasilaniem /Unn/ odpowiednio co pednionej fTunkcji
A *

Lt

= Y . [ «,ﬂip\l_v ..')?g

- -WwwA-svL At **

» astrikow 32/46
Wa<@Q s Ozrszawa.

tCAl
» e B
SN A

0* "'A T \ 8 /87



Nty Zy ) TECNIMOLOG8B ELEKTRONOWE]

BRAMKA LOGICZNA CMOS: czterokrotna MCY 74093N,
dwuwejsSciowa bramka NAND Schmitta ' MCY 64093N

Uktady logiczne CMOS zbudowane sg z tranzystorow wzbogacanych
p- 1 n-kanatowych, "wytworzonych na jednej ptytce monokrysztatu
/technologia komplementarna MOS/. Podstawowym ich przeznacze-
niem jest praca w uktadach cyfrowych automatyki, telekomunika-
cji 1 miernictwa maszyn liczacych Sredniej szybko$ci, gdzie
wymagany jest niski pobdr mocy i/lub wysoka odporno$¢ na za-
ktdocenia.
Cechy charakterystyczne to:
- zakres napiec¢ zasilania 3 ¢ 18 V,
- wszystkie wejsScia i wyjsScia buforowane,
- wszystkie wejsScia zabezpieczone przed przebiciem 4adunkiem
elektrostatycznym,
- symetryczne charakterystyki wyjSciowe w stanie niskim 1 wy-
.sokim,
- typowa obcigzalno$¢ - 2 uktady TTL-L, 1 - TTL, LS,
- obudowa plastykowa l14-wyprowadzeniowa CE-70,
- typowahistereza napieciowa: 0,9 V przy UDD “* 5V~

2,3V przy UQb = 10V,

3,5V przy UDD » 15V,
- odporno$¢ uktadu nazaktoécenia wieksza niz 50%,
- nieograniczony czas narastania 1 opadania na wejSciu.

Uktad scalony MCY 74/64093N stosuje sie w ukfadach formowania
ciggu impulsow i impulsu w systemach pracujacych w Srodowisku
0o duzych zak#dceniach, w przerzutnikach astabilnych 1 monosta-_

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



bilnych. Schemat Jlogiczny i1 uktad wyprowadzen na rys, 1;
a charakterystyka ra rys. 2, Typowe zastosowania przedstawiono

a)

Jinys—{ > — — =3avg0, 1)

2(6,9,13)

Rys. 1 Bramka logiczna MCY 74/64093N: a) uktad wprowadzen,
b) pojedyncza bramka

Uw
mV=t uDO
\TILUuH
) USS
Uop
USS
b)
Vo)
c)
“UH UH=up
U,
uL
UN uP

Rys, 2 Uk+ad MCY 74/64093N: a) definicja histerezy, b) charrb
terystyka przejs$ciowa dla jednej z b bramek, c)uktad pomiarowy



*PRZYKLADY ZASTOSOWAN UKLADU MCY 74/64093N

Do sygnatu steru-
jacego lub UDD

uDD

USS

1/74 MCY 74/64093N

Rysa 3 Uktad ksztattowania ciggu impulsow. Zakres czestotli-
wosci formowanego ciggu impulsdéw od przebiegu statego do 1 MHz

Do sygnatu sterujg-

DD
uobD

JBS - Uss
1/3 MCY 74/64007?N

50 kQ <R < 1 Wmfl
100 FF N 1lyuP
edla zakresow R 1 C otrzymujemy;
Syum<tM <l s

Rys* 4 Przerzutnik monostabilny



Do sygnalu™ steru—-
jJacego lub UCD

1/4-NCY 74/6409p

1 N
m
Uss
uoD
b— VW W V\A- Uss
C
Uss
uPD ' UN
- **
tA = R*C*In Upp_op
SO kQ ~ R < 1 M.
100 pF £ C ™ 1 /UF
dla zakresow R I C otrzymujemy:
2yAlIs < tA < 0,A s
Rys. 5 Przerzutnik astabllny
DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napiecie zasilania Upp -0,5 vV + +20v
Napiecie wejéciowe u. -0,5 V. > UDD + 0,3V
Graniczny prad wejsSciowy ¢10 mA
MCY 64093N ——-40 % P~C
Zakres temperatur pracy “*amb MCY 7A093N - 0 + 70 C
Zakres temperatur 55 *4175<C

prz echowywania "stg

Temperatura lutowania:
- recznego /max, 4 s/, 350<=C
— automatycznego 270<=C

Maksymalna moc strat 500 raw



Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /dla wszystkich uk#adow, jesli nie jest
wyspecyfikowane 1inaczej/

Wartosc¢ Warunki pomiaru
Nazwa parametru Symbol Jedn. t_. 25<=C t K)
mn _ max== uom uddK
min typ max
1 2 3 4 5 6 "7 . 8 9 10 11
1 0,02 1 30 0; 5 *5
Spoczynkowy prad Aum 2 0,02 2 60 0 o0J10 10
zasilania IDD 4 - 0,02 4 < 120 mm OM5 15
20 0,04 20 600 0;20 20
PP - 0,64 1 . 0,36 0,4 0; 5
Pf@ﬂ_WYJSCIOWy w stanie *01 TR 0,51 3 6 ) 0% 0’ oMo 18
nEskm 432 7-3,4 6,8 2,4 1,5 OM5 &5-
-0,64 -0,51 -1 -0,36 4,6 0j 5 5 j
Prad wyjsciowy w stanie mA 2 -1,6 -3,2 - -1,15 2.5 0) 5 5 1
wysokim 10H -1,6 -1,3 -2,6 -0,9 9.5 0;10 .10 ;
_412 _354 _618 - _254 13,5 OM 5 ._1.5
. s 0,05 0 . ) ;
Napieci> wyjscione v 0005 0,05 0; & 8
w stanie niskim 0,05 0 0,05 0.05. " 015 15
ik sl 4.95 4.95 5 4.95 0; 5 5
Napiecie wyjsciowe d
w stanie wysokim UOH v 9.95 9.95 10 - 9.95 0;10 10

14:95 14,95 15 14,95 m 0j15 15



c.d.
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.Tabela 1. c.d.
. ~ 2 3 L € 6 7 8 Q 10 11

0,9 M 0,3 5
2,3 » a)i b) 10

'h 3’5 1.6 S 15

Napiecie histerezy

,6 5

4 > a)i b) 10

> (@ 15

A~ o

1
UH Y 3
max 5

(S oSN
g1 W -

Uwagi: Wszystkie nie wykorzystane wejScia powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez
podtgczenie do Ugs lub U~. Definicje parametrow p, UN, UR wg rys. 2. e

a) Napiecie badane na wyprowadzeniach 1, 5, 8, 12 przy wyprowadzeniach 2, 6, 9, 12
podtgczonych do lub na wyprowadzeniach 2, 6, 9, 13 przy 1, 5, 8, 12 pod#aczonych
do UDD /uk#ad inwertera Schmitta/,

b) Napiecie badane na wejSciach 1 i 2 lub 5 i 6 lulb 8 i 9 lub 12 i 13 przy pozostatych
wejsciach pod¥gczonych do UnD /uk#ad bramki NAND S<chmitta/.

K)tmin “¢ <<T- W " 70T dla 7 < 93N,
"gjiin =-40<C, tmax = 85<C dla MCY 64093N.



Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE {Témgﬁ)2§°cg tr
CL= 50 pF, RI® 200 kQ/

Nazwa parametru

Czas propagacji z wejsScia

do wyjscia

Czas transmisji sygnatu

wyjsciowego

PojemnosS¢ wejsSciowa

INSTYTUT TECHNOLOGII

Al. Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01
tlx 815647

Cena 80 z+

PRAWO REPRODUKCJI

Symbol Jedn.

tPHL> ns
% LH

ATLHY m ns
NHL

Cl PF
ELEKTRONOWEJ

Druk ZOINTE

War-Los¢é
‘yp* max.
300 600
150 300
120 240
100 200
50 100
40 80

5 7.5

ITE zam*

ZASTRZEZONE

=20 n,

Warunki
pomiar;
udd tu m
a

10
15

3
10
15

/86 r*
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MNSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTROWOWRP.I

G-K1TOWR 32EREGGWO-ROWNOLEGLE % .32EREGOWO-SZEREGOWE

STATYCZNE HEJESTRY PRZESUWAJACE CM~©
: MCY 7AQ09AN
MCY 6A09AN

Uktady logiczne CMOS zbudowane sg z tranzystorow wzbogacanych

p- 1 n-kanatowych wytworzonych na Jednej ptytce monokrysztatu

/technologia komplementarna MOS/. Ich podstawowym przeznacze-

niem jest praca w uktadach cyfrowych automatyki, telekomunika-

cji 1 miernictwa oraz maszyn liczacych Sredniej szybkosci,

gdzie wymagany Jest niski pobdr mocy i/lub wysoka odpornosé

na zaktocenia.

Cechy charakterystyczne to:

- zakres napiec¢ zasilania: 3 < 1d V,

- wszystkie wejsdcia 1 Wyjscia buforowane,

- wszystkie wejScia zabezpieczone przed przebiciem 4adunkiem
elektrostatycznym,

- symetryczne charakterystyki wyjsciowe w stanie niskim i wy-
sokim,

- obudowa plastikowa 16-wyprowadzeniowa CE-83,

- typowy margines szumow; 1V przy =5V, 2V przy

ubn = 10 v* 2,13 V przy UDD = 15 V
Ukdtady MCY y”~00"N, MCY 6409AN sktadajg sie z trzech blokow
funkcjonalnych tj. 8-bitowego szeregowego rejestru przesuwa-
jacego» d-bitowego rejestru podtrzymujacego informacje oraz
jdoku os$miu buforow trdjstanowych. Z kazdego stopnia szerego-
wego rejestru przesuwajgcego informacja podawana jest na od-
powiadajacy mu stopien rejestru podtrzymujgacego informacje. -

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Ostatni, Osmy stopien szeregowego rejestru przesuwajacego ma
dwa dodatkowe wyjsScia szeregowe QS i CTS, poprzez ktdére wy-
prowadzana Jest ta sama informacja. Informacja wyprowadzana

z wyjsScia Q°S Jest opé6zniona o po+ okresu impulsu taktujacego
w stosunku do tej samej informacji wyprowadzonej z wyjscia Q3.
Informacja, zawarta w kazdym stopniu rejestru podtrzymujgcym
informacje, przekazywana jest na wyjsScie odpowiadajgcego mu
bufora 3-stanowego, gdy bufory sg w stanie aktywnym.

Ukt+ady MCY 7409”N, MCY 64094N sg: 8-bitowymi rejestrami prze-
suwajacymi z szeregowym wprowadzeniem danych /D/, o$mioma
3-stanowymi wyjsciami rownolegtymi /Q1 + QQ/ oraz dwoma wyj-
Sciami szeregowymi QS i Q<. Informacja przesuwana jest od
stopnia do stopnia rejestru przesuwajacego w takt narasta-
jacych zboczy impulsu taktujgacego /zegarowego/ CL.

Informacja zawarta w kazdym stopniu Sszeregowego rejestru prze-
suwajgcego zapamietywana jest w odpowiadajgcym mu stopniu
8-bitowego rejestru podtrzymujgcego informacje, gdy na wejsciu
bramkujacym ST pojawi sie stan niski, a przenoszona na wejscie
odpowiadajacego mu bufora 3-stanowego,gdy na wejsciu bramku-
jacym ST pojawi sie stan wysoki. Informacja zawarta w kazdym
stopniu 8-bitowego rejestru podtrzymujgcego informacje jest
wyprowadzana na odpowiadajace mu wyjscie rownolegte ON, gdy
bufory 3-stanowe sg w stanie aktywnym,tj. sygnat sterujacy Of
Jest w stanie wysokim,

Informacja zawarta w ostatnim, O&6smym stopniu Szeregowego re-
jestru przesuwajacego wyprowadzona jest ponadto na dwa wyjscia
szeregowe QS 1 Q"S. Informacja na wyjsciu QS zmienia sie w takt
narastajgcych zboczy impulsu taktujgcego CL. Ta sama informa-
cja z wyjscia QS wyprowadzana jest na wyjsScie Q°S w takt opa-
dajacych zboczy impulsu taktujgcego CL i1 jest opdzniona o pot
okresu impulsu taktujgcego CL w stosunku do informacji wyste-
pujacej na wyjsciu QS.

Wyjsdcia szeregowe uktaddéw MCY 74094N, MCY 6409AN OS i Q"5
przeznaczone sg do kaskadowego tgczenia uktadoéw. WyjsScie Q5
umozliwia bardzo szybkie dziatanie w systemach kaskadowych,



w ktorych czas nagraatania zbocza impulsu taktujgcego CL Jest
krotki, za$ wyjsScie Q°S zabezpiecza prace Wolnych systemow
kaskadowych, w ktorych czas opadania imptilsu taktujacego jest
dtugi.

Uktady MCY 74094N, MCY 64094N maja zastosowanie:

- w uktadach konwersji danych z reprezentacji szeregowej na
rownolegta,

- jako bufory w systemach zdalnego sterowania,

- w systemach przesuwania podwdéjnego szeregu danych, podtrzy-
mania informacji 1 magistrali danych. *°

*

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania uQD -0,5 4 +20 V

Napiecie wejs$ciowe un -0,5 v 4 UDD + 0,5V

Graniczny prad wejsciowy 1j *H0 raA

Zakres temperatur pracy  “amb 0 4 702C dla MCY 74094N
-40 4 8<=C dla MCY 64094N

Zakres temperatur _55 4 +125°C

przechowywania stg

Temperatura lutowania: ~sol

- recznego /max. 4 s/ 350<=C

- automatycznego 270=C

Maksymalna moc strat PQ 500 ral



VC/ I OE * OUTPUT ENABLE - wyjsScie steru-
ST- ubD Jjace buforami trojstanowymi,
D -2 0o 3T » STROBE - wejsécie bramkujace
14 Q-bitowy rejestr podtrzymywania
CL 5 ngE informacji,
i ——-96 D = DATA - szeregowe wejsScie danych
Q2—§ QE i Q7 CL » CI.0CK- wejScie zegarowe /taktu-
D jace/,
Q3£ 98 Q1L + Q8 rownolegt
- gte 3-stanowe
0A 2 10 9's Wwyjscia,
USS'IL -qus QS, Q"S - szeregowe wyjScia,
Rys. 1. Opis i uktad wyprowadzen
Q1 Q2 QB & & Q6 Q7 Q8
UDd= 16
1 13 12 11
uss =8
Output
-— 8 buforéw 3-stanowych
Enable
Strobe  } 8-bitowy rejestr podtrzymujacy
Lo informacje
o Q Wyjscie szeregone
Deiain 2 Qs
0 FF1 FF2 FF3 FF4 FF5 FF6 FF7 FF8 Wyjscie szeregowe

10 Q7S

Rys. 2. Schemat funkcjonalny uktadéw MCY 7409AN, MCY 64094N
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Tabela 1. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru

1

Spoczynkowy prad
zasilania

Prad, wyjsciowy
w stanie niskim

Prad wyjsSciowy
w stanie wysokim

Napiecie wyjscio-
we w stanie nis-
kim

Napiecie wyjscio-

we w stanie wy-
sokim

Sym-
bol

IDD

10L

10H

uoL

UOH

Wartosé
Jedn.-tmm'ﬂ ce - 2275°%C~ L.
min. typ. max.
3 4 5 6 7
5 0,04 5
10 0,04 10
YyUuA 20 - 0.04 20
100 0,03 100
0,61 0,51 1 v
ah 1,5 . 2,6
4.0 32 6.3
-0,61 -0,51 -1
mA -1.8 ‘%-g :g’g )
=’ -32 -6.8
0,05 - 0 0,05
Vv 0,05 0 0,05
0,05 0 0,05
4.95 4.95 5 -
Vv 9.95 9.95 10

14,95 14,95 15

Warunki pomiaru
t
max-— yo ui uDD
\4 [V3 Cv3
S 9 10 11
150 0; 5 5.
300 0;10 10
600 0;15 15
3000 0;20 "20
0,36 0,4 0; 5 5
0,9 0,5 0;10 -10
2,4 - 1,5 0j15 15
-0,36 4,6 0; 5 5
-1,15 2.5 0; 5 5
-0,9 9.5 0;10 10
-2,4 13,5 0;15 15
0,05 0; 5 5
0,05 0;10 10
0,05 0515 15
4.95 0; 5 5
9.95 0;10 10
14,95 0;15 15



1

Napiecie wejscio-
we w stanie nis-
kim

Napiecie wejscio-
we w stanie wy-
sokim

Prad wejsSciowy

Prad uptywnosSci
wyj. 3-stanowego
w stanie wysokiej
impedancji

Uwaga: wszystkie nie wykorzystane wejs$cia
podtgczenie do Ugg

Anin = o

t ., * —40°Cy

UIL

UIH

X1

10Z

tmax

A
tmax

YUA

NUA

lub

70<C

35<C

1,5

&~ oo

5,5
11

¢0,1

+0,4

5 6
5,5

7 -
11

- (1075

- (104

¢0,1

+0,4

Tabela 1.
10

0;13

0;18

c.d.
11

S)
10

15

5
10

15

18

.18

powinny by¢ odpowiednio spolaryzowane przez

uktadow MCY 74094N,

uktadow MCY 64094N.



T
Upp
1
I ¥
A- =t VHZ ————————— ~tpLZ-i7-
e t t 1 i
*PHL
«-Wyj. troj sta nowe
DE& Ri_ =1 kO. —— US55 dla tpuzi 7
D
Rys.A. Przebiegi czasov/e 1 definicje cara- ST®& CL =50 pF -UDDdla tp(_z i tp~L

metrow dynamicznych dla uktadow MCY 77094H, CL O-
MCY 64094N



Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /trimh"« 25<C, t, mt,

CL - 50 pFj, Rl * 200 kQ/

Nazwa parametru
1

CL do QS

|
<o

CL do Q°S

CL do ON -

Orar o C

Nald 4S8
" ml 1
ST do ON
N al 0
0S do ON
N » 1 ¢ 8

-

Ul ze stanu H do wy-
sokiej 1mpedancji

>0 @y e,

£ ON z wysokiej impe-
£} daneji do stanu L

u OE do ON
gt N » 1+ Q

0 ON ze stanu L do wy-
N sokiej 1mpedancji

> ON z wWysokiej impe-
n dancji do stanu H

Czas transmisji sygnatu
na wyjsciach

Minimalna szerokos$é
impulsu CL

amb
Sym-
bol _Jedn.
2 3
tPHL* ns
tPLH
k)
hpHZ® o
tPZL
*)
hpLZ» o
tPZH
tTHL? ns
tTLH
w/GL S

min.
4

|
X3

(]

Wartos¢é

typ.
5

300
125
95

230
110
75

420

« 195

135

290
145
100

140

75

55

225

95

70

100
40
100
40

» 20 ns,,
o

o)

max.  [V]
6 7
600 5
250 10
190 15
460 5
220 10
150 15
840 5
390 10
270 15
500 5
290 10
200 15
280 5
150 10
110 15
450 5
190 10
140 15

200 5~
100 10
80 . 15
200 5
100 10

33

15



1 - 2 3 4 5 6 7
Minimalna szerokos¢ ns . 128 2g8 18
impulsu ST SiST 35 70 15
Czas wprowadzania sygnatu 60 125 5
DATA przed ustaleniem ts ns 30 55 10
sygnatu CL 20 35 15
Czestotliwo$é zegarowa “MHz %’%5 255 - 18
maksymalna Cp 3 6 - 15
Pojemnos¢ wejsciowa ci pF - 5 7,5 - -
Czas narastania 1 opadania - - 15 S)
impulsu zegarowego /CL/ /US - - 5 10
na wejsciu tfCL — — 5 15
k)rl « 1 kQ

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikoéw 32/46
02-668 Warszawa

tel. 435401 ] Ail
tix. 815647 DRUK ZOINTE ITE zam.~iT/86 n.5W

wrzesien 1936

Cena z+ 100 )
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



CFMIINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

PAMIEC STATYCZNA RAM-CMOS 64 bity MCY 740114*h

MCY 640114N
Uktady MCY 740114N,MCY 640114N zbudowane se z tranzy3torow
wzbogacanych p** 1 n-kanatowych z bramke polikrzemowe, wytworzo-
nych na Jednej p4ytce monokrysztatu /technologia komplementar-
na MOS-CMOS/. Uktady spedniaje fTunkcje pamieci statycznej o
swobodnym dostepie /RAM/, o0 organizacji 16 x 4 bity z niezalez-

Rys ,1, Schemat blokowy MCY 740114N, MCY 640114N

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



/mi wejsSciami 1 trojstanowymi wyjsSciami danych.
Uktad wyprowadzen jest identyczny jak w pamieci RAM-TTL UCY
780101N; dodatkowo wprowadzono mozliwosS¢ pracy w trybie ocze-
kiwania Zang. stand by/ przy zmniejszonym napieciu zasilania

ADDsb ~ 2,0 V/A®
DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE /nie stosowane do celow
kontroli» napiecia podawane wzgledem Uss = 0 V/

Napiecie zasilania Upp -0,5 4 + 18 \%
Napiecie wejsciowe U. -0,3 4 Ugb + 0,3 \
Maksymalna moc strat tot 500 mw
Zakres temperatur A
pracy . 0 70 - MCY 740114N
amb  _40 4+85 - MCY 640114N
Zakres temperatur
przechowywania stg -55 4 + 125
Temperatura lutowania
- recznego /max.a 9/ sol 350
- automatycznego 270
Wybor cyklu
CS R/W Wyj Scia Cykl
0 0 Wysoka Zapis
impedancj a
0 1 Aktywne Odczyt
1 X Wysoka Pamiec

impedancj a nieaktywna

A0 4 A3 - wejScia adresowe, CS - wejscie wyboru modudu. Stan
log "1“ powoduje wejScieepamieci w stan nieaktywny 1 ustalenie
wysokiej iImpedancji /stan trzeci/ na wyjsciach danych,

R/W - wejscie wybierania cyklu. Stan log "0" powoduje zapis
informacji z 4 wejs¢ danych do 4 zaadresowanych komérek pamie-
ci, w tym czasie wyjscia znajduje sie w stanie trzecim. Stan
log 71" powoduje odczyt informacji z 4 zaadresowanych komérek.
Na wyjsciach danych pojawia sie informacja zaprzeczona w sto-
sunku do przechowywanej w pamieci, DO- + 03 - wejsScia danych,
<D0 4 - wyjscia danych/zaprzeczone/ UDQ - zasilanie,

USe - masa.

Rys.2. Uk#ad, oznaczenie 1 opis wyprowadzen MCY 740114N,MCY &0



Cykl odczytu

R/W
50% 50%
T
Y Hz/wrs YZH/wr/
90%
Jc
\ 10%
Wysoka
impedancja
*wr
R/W
*s=tLp
DANE
ADRES

R/W

tLZ/wr/

50%

/
/10%

50%

AW e

Wysoka
impedancja

VI90%

Rys.3.Definicje parametrow dynamicznych MCY 740114N,MCY 640114M



Tabelo 1.

Po rame tr

1

Napiecie zasi-
lania

Napiecie zasi-
lania w trybie
"oczekiwania"

Spoczynkowy pred
zasilania

Pred wyjsciowy w
stanie niskim

Pred wyjsSciowy
w stanie wysokim

Napiecie wyjscio-
we w stanie wyso-
kim

Napiecie wyjscio-
we w stanie nis-
kim

ubD

UDDsb

1DD

10L

I0H

UOH

UGL

Symbol Dedn,

NUA

mA

mA

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

e Wartosci graniczne
*minx” 25VC tmaxK)l
min . max, min. max . min.  max.
4 5 6 7 8 9
3 15 3 15 3 15
2,5 - 2,5 - 2,5 -
5 5 150
- 10 10 300
20 20 600
0,51 0,51 0,36 fa
1.3 - 1.3 - 0,9
3.4 3.4 2,4
0,51 0,5 0,36
i,3 1.3 0,9
3,4 3.4 2,4
4.95 4.95 - 4_.95 @
9.95 9.95 9.95
14,95. 14,95 14,95
0,05 0,05 0,05

Warunk i
pomiaru
10
Uu =0V
“h* UDD
ug =0V
DD
Uy =0V
DD
Uy =0V
ucu
Uy =0V

ubD
M

11

Metoda po-
miaru wg
TWT-82/CEMI -
-810/B-12
pkt. nr

12

9.1

9.2

9.2

9.3

9.3 j



Tabela 1. c .cs.

1 2 3 .4 5 6 7 a 9 io 11 12
= 0,5 V;
- 1,5 - 1,5 - 1.5 YoL - Ay 5
UoH — -
Napiecie wej- =1V;
Sciowe w sta- UliL v 3 - 3 - 3 uoL oV 0 0.4
nie niskim UOH -
al,byV
B 4 -4 -4 o 13,5 V15
UOH — ?
=0,5V
3,5 3,5 - 3,5 - oLy 5
UOH — -
- . =1V
Napiecie wej- uoL
Sciowe w sta- UIH v 7 - 7 - 7 - _ 9y 10 9.4
nie wysokim UOH
=1,5V
11 11 11 UoL 15
UOH — 13,5 V

p ¥ sci
wg(JggéUp YHnoset XLy YUA - ¢0,1 : ¢0,1 - ¢l1,0 0,%18 V 1S 9.5

Pred uptywnosci

wyjsScia w trze- AUA & ;0,4 ;0,4 ;12 [ - 0:;18 V 18 )
cim stanie XLO2 ¢ ¢ ¢ gl - 9-°

D th, . =0° dla MCY 740114N, in = —40& dla  MCY 640114N
tmax. = 70  dla MCY 740114N. tax 85 C dla MCY 640114N >



Tabela 2. PARAMETRY DYNAMICZNE /t

= tfF = 20 ns,

Po raraetr

Czas dostepu od
wejsS¢ adresowych

Czas uaktywniania
wyis¢ danych od
CS - 110ll

Czas zablokowania
wyjs¢ danych od
CS * MI*

Czas transmisji

sygnatu wyjsciowego

Czas uaktywniania
wyjscia danych od
R/W = *OM

Czas zablokowania
wyjscia danych od
R/W « "I

Symbol

2

3

b =

Definicje parametréow wg rys.

25°C,
3/

N

Wartoscim
Oedn. graniczne

min. max.

4

Cykl odczytu

Wad/
tavovh)

t™7H

tcslqh*l-

L
TCSLQL* 1

tHZ
tcshqgzm

TCSHQZA

tTLH

tgqlohm)
THL

TOHQL* 1

ns

Cykl zapisu

tZH/wr/
TWHQH*J

“ZL/wr/
TWHOL

tHZ/vvr/
TWLQZ*5
~LZ/wr/
twlqzk)

ns .

ns

5

500
200
130

135
50
45

120
70
60

150
70
50

170
70
50

150
50

s 50 pF, tp =
Wa runki

pomiaru o
oV

5 7

5

RI =200 kQ 10
15

=1 kKQ do %

10

USS lTub UDD 15
R, =1 kQ dc 5
10

USS lTub UDD 15
RI =200 Kl 2
- 10

15

RL =1 KQ do 5
10

USS ITub UDD 15
RN =1 kil do 5
10

USS1Ub ubb 15



1 2
Minimalny czas twr
trwania impulsu
zapisu R/W = "1" TWLWH*1
Czas ustalania na
wejéciach danych  tsetup/da/
przed R/W = "O" TDVWLmM)

Czas przetrzymywa-
nia na wejsciach thold/da/
danych od R/W ="1" 7WHDV*]

Czas ustalania na Ff
wejsciach adreso- setup/da/

Wy, przed RAN = TAVIWL* 1

Czas przetrzymywa-

nia na wejsciach thold/ad/
adresowych od TWHAVHh)
RA7T = "1™

Czas ustalania na tsetup/CS/
wejsciu CS przed
R/W = 0" tgsliwlK)

Czas przetrzymywa-
nia na wejsciu £S thold/CS/
od R/w = "1 " TWHCSH *)

0 Nv,®2 oznaczenia

)

S

ns

160
75
55

170
80

24
12

300
160
120

300
160
120

80
40
30

Tabela 24 c,,d.

6

v

5
10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15

10
15
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE

MC 121211

Monolityczny, cyfrowy ukfad scalony MC 1212N przeznaczony jest
do kwarcowego zegara sterujacego z analogowym odczytem czasu
Iktgd zawiera oscylator stabilizowany rezonatorem kwarcowym
o czestotliwosSci 4,194304 MHz, 20~stopniowy dzielnik czestotli-
wosSci oraz stopien, wyjsciowy do bezposSredniego sterowania sil-
niczkiera krokowym.

Udd ””wejsScie zasilajace

MC - wyprowadzenie nie wykorzystywane
0SO - wyjscie oscylatora
0SI - wejsScie oscylatora

Rys. 1. Rozk#ad 1 nazwy wyprowadzen

Uktad wyjsciowy dostarcza dwa odwrécone w fazie sygnaty o cze-
stotliwosci 4 Hz. Uktad realizowany jest w niskonapiecCiowej
technologii CMOS, co zapewnia maty pobor pradu zasilania.

Uk+ad MC 1212N montowany jest w obudowie plastykowej dwurzedo-
wej 8-wyprowadZeniowej typu A-49D.

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



MO1 MO?
® O

Rys. 2, Schemat blokowy

Rys. 3. Schemat aplikacyjny uk#adu MC 1212N. Zalecane warunki
pracy: C~-47/uF/b.ipolarny/, Rmq-400Q /min/, rezonator kwarcowy".
fopo=\19704 MHz, CL=10 pF, RS<100Q, C2=5 * 20 pF, C3=10+ pF

DOPUSZCZALITE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania uQD V
Temperatura uracy LI -10 4 +55 e
Temperatura przec™ov/y"i7ania -55 ++125 on

stg



. 4. Ksztatt 8--wypnowadzeniowej obudowy plastykowej dwurze-
dowej- typu A 49D

T/ymiary obudowy

Symbol mymiary /mm Kat
\ryziiaru min. nor. nax. /stopnie/
A - m - 5,10 -
Aj 0,51 - - -
b 0,38 - 0,59 -

c 0,20 - 0,36 -

0o - - - 10,16 -

0 2; 54 -

9 - 7,62 = - -
2,54 - 4,-50 -

lim - - 8,30 -



ELEKTRYCZNI"™ PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /U~=1,1...1,6 V; rezo-
nator kwarcowy 4,194304 MHz; RM0=390Q ; C~A/uF; tamb=250C,
o ile nie podano .inaczej/

. S¢ Warunki
M.TT-fo r,aramcit™u ‘Wrr.bol Jedr., Wartosc poml;arllj
min, typ. maz.
Prad zasilania =D /Uu.A 70 120 UDD= 1 V
w - 10n 55<
Czestotliv/o$¢ sygnatu Hz L
wyjsciowego MO
Czas tkania impulsu
wyjsciowego £M0 ms 125
Crornoéé szeregowa romo Q . 100 10=2rmA;UDD= mm

Stabilno$¢ czestotli-
wosci Af/fT 3-10% ubD=1,641,1 V

INSTYTUT TECHNOLOGII EISKTROMO®".V3I
Al _.Lotnikow 32/46
02-663 Warszawa

tel43540i
tIx 815647?

kwiecien 198?
Cena 40 z Druk ZOINTE ITE za™, 3/67 r.. D«30
*PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOW-

NADAJNIK IMPULSOW WYBIORCZYCH
I SYGNALIZATOR PRZYWOLANIA ABONENTA 1530C

Uk#ad MC 19300 przeznaczony jest do elektronicznego aparatu te-

lefonicznego pov/szechnego uzytku, gdzie spednia funkcje nadajni-

ka impulsow v/ybiorczych /NIW/ w systemie dekadowym i sygnaliza-

tora przywotania abonenta /SPA/. Uktad zostat v/ykonany W techno-

logii CMOS z bramkg aluminiowa; zapevmia on mozliwosS¢ realizacji

funkcji NIW i SPA zarowno jednoczeSnie, mak 1 rozdzielnie.

Uk+ad NIW mozna dostosoi/aé¢ przez zev/netrzne programowanie edo

dowolnego standardu Y/ybierania dekadoY/ego. Programowani e zewne-

trzne obejmuje nastepujgce mozliwosci Y/yboru parametréw sygna-

+u Y/ybidrczego:

- Y/ybér jednej z 4 czestotliwosci sygnatu Y/ybidrczego /10, 16,
18, 20 Hz/,

- Y/ybor jednego z 3 wspotczynnikdév/ wypednienia sygnatu wybior-
czego /1, 1,6, 2/,

- Y/ybor jednego z 2 czasoOw trwania przeny miedzyseryjnej /4T,
81/,

- wybor jednego z 2 rodzgjov/ pracy blokady uktadu rozmownego.

Programowanie Y/ymienionych parametrow jest v/zajemnie nieza-

lezne, co daje 48 mozliY/oSci. W przypadku SPA mozliwy jest Y/y-

bor przez zewnetrzne programov/anie jednego z 8 sygnatow przy-

v/otania.

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



Uk#ad MC 1930G zapewnia takze bezposSrednie sterowanie 9-pozy-
cyjnego /8 znakéw numerycznych 1 pozycja znakéw dodatkowych/
wysSwietlacza ciekdokrystalicznego oraz obstuge klawiatury i ma-

trycy programujacej o wymiarach 4* 3.
Wielkos¢ poboru mocy przez uktad umozliwia zasilanie go v/yia-

cznie przez
lefonicznej.

+gcze abonenckie energig pochodzacag z;centrali te-

Z ukdadu
formujqcego
sygnat przywotania Podniesienie
3 mikrotelefonu
PBLUR SPA ASP ACL/W CGl CG2 UdD USS 1a
Do . -
wzmachiacza N
sygna’ru’_\ SA o
akustycznej: 8c e
Do blokady MC 1930
Jkkady. BLUR COM1 §) S
rozmownego COM2 s
PI CoM3
impulsatora SYM

KS1

Rys.

KS2 KS3 KS4 KS5 KL K2 K3 KA

1, Schemat aplikacyjny uktadu MC 19306



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Naciecie zasilania>0 USS -0,3 +5,0 %
Napiecie"‘3 na pozosta-

+ych wyprowadzeniach uw -0,3 +5,0 %
Temperatura otoczenia

W czasie pracy “Agb -10 +45
Temperatura

prze chowywani a tstg 55 +125 <X

"Wzgledem napiecia UDD w temperaturze otoczenia tgmB 2 25<=C.

Uwaga: w uktadzie aplikacyjnym napiecia na poszczegolnych kon-
cowkach ukdadu MC 1930G nie mogag przekraczaé¢ zakresu -2
-2 V... Ugs + 0,3"V wzgledem UDD =

mTabela 1... NAZWY WYPROWADZEN UKLADU MC 19306

Nr Nr
wyprowa- Wejscia Wyjscia wyprowa- Wejscia Wyjscia
dzenia . dzenia
1 TEST 27 la
2 CG1 28 2a
3 CG2 29 3a
4 ACL/W " 30 4a
5 -U2 31 5a
? Hl , 32 6a
S uss COM2 cid Uss 7a
G com1 35- 8a
10 COM3 36 SYM
11 - 1c ASP
12 1b 33 PBLUR
13 2¢C 39 SA
14 2b 40 KS2
15 3c 41 KS1
16" 3b- 42
17 4c 43 ubb KS3
18 4b 44 KS4
19 5c m 45 KS5
20 5b 46 BLUR
21 6¢C 47 Pl
22 6b 48 SPA
23 7C 49 K4
24 7b 50 K3
25 8c 51 K2
26 8b : 52

V/yprowadzenia 7 i 33 sa wewngtrznie potaczone.



b

Ryn. 2. Ksztatt obudowy CE92 i1 rozktad wyprowadzen uktadu
MC 19306



NAZWY WYPROWADZEN

KL +"K4 - wejscia z matrycy klawiaturowej 1 programujacej,

KS1 + K33 - wyjscia do matrycy klawiaturowej,

KS4, KS5 - wyjsScia do matrycy programujacej,

la + 8a

1b + 8b

1c + 8c wyjscia do wysSwietlacza LCD

SYM

COM1 + COM3

UDD* U,SS - zasilanie,

CGl, CC-2 - dotgczenie elementédw zewnetrznych generatora,

ACL/W - wprowadzenie informacji o stanie przetacznika
obwodow,

ASP - analiza sygnatu przywotania abonenta,

SPA - wejscie sygnatu przywotania abonenta,

PBLUR - programowanie blokady ukt#adu rozmownego,

BLUR - blokada uk#adu rozmownego,

SA - wyjsScie sygnatu przywotania abonenta,

Pl - wyjscie do impulsatora,

TEST - wejsScie do testov/ania uktadu,

Uli. U2 - wyjsScie pomiarowe.

Parametr}"- sygnatdéw wybidrczych 1 sygnatu przywotania abonenta
programowane sg przy uzyciu os$mioweztowej matrycy diodowej.
Mozliwy jest wybdr:

- 1 z8 sygnatow przywotania abonenta,

- 1 z4czestotliwoSci sygnatu wybidrczego,

~ 1 z3wspoétczynnikowwypednienia sygnatu wybiodrczego,

- 1 z2czasé6w trwania przerwy miedzyseryjnej.

Dodatkowo mozliwy jest takze zewnetrzny wybor 1 z 2 czaséw trwa-
nia blokady uktadu rozmownego.

Uktad MC 1930G umozliwia zapamietanie ostatniego wybranego nu-
meru o dfugosci do 24 znakow. Pamietany lub wybierany numer mo-
ze by¢ wysSwietlany na wysSwietlaczu ciekdokrystalicznym,
Lanametry sygnatéw wybidrczych realizowanych przez uk#ad NIW sg
zgodne"z- odpowiednimi zaleceniamieCCITT,



Tabela 2. ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t b = -10 +45°C/.

Nazwa parametru. Symbol  Jedn. Wartosc Warunki
’ mm. tyc. max . pomtaru
1 2 3 4 5 -6 n
Napiecie zasilania USS % 2,6 3,6 mierzone wzg.
IDD " 0 v
Naciecie wejsciowe w stanie wysokim % 2,2 3 _
Jwejdcie KIoK4. ACL/W.SPA-ASP PBLUR/ UXH. Uss =3 v
Naciecie wejsciowe w stanie niskim " % 0 0,8 USS <5 v
/wejsScie K1-K4, ACL/W,SPA,ASP,PBLUR/
Napiecie wyjsciowe na wysSwietlacz
/wyjscia SYM, COM1-COM3, ia, ib, ic Vv 2,9 3 ss = ?
dla 4 = 1-8/° us y85s= 3/
Napiecie wyj$ciowe na wyswietlacz u2 Vo o1,9 2,0 2,1 Ugqg = 3 n/
/wyjscia j.w./ /rys. 3/
Napiecie wyjsciowe na wysSwietlacz U1 Vv 0,9 1,0 1,1 Uss = 3 V
/wyjscia j.w./ /rys. 3/
Napiecie wyjsSciowe na wysSwietlacz U0 V 0 0,1 USs = 3V
/wyjscia j.w./ /rys. 3/
Prad wyjsciowy w stanie XOH AUA 600 uss - 3 v

wysokim /wyjsScia KS1-KS5,
BLUR, PI, SA/ UOH = 2.2 V



1

Pratld wyjsSciowy w stanie niskim
/wyjscia j/w./

Frad wej Sciowy w stanie
wysokim /wejsScia K1-KA, SPA,
ASP, P3LUR, ACI./W/

Prad wejsciowy w stanie nisk.im
/wejscia j.w./

Czestotliwo$¢ zegara

Moc pobierana*”

Prad zasilania dla przetrzymania

pamieci ostatniego numeru

Uwagi: CzestotliwosS¢ sygnatu v/ybidrczego - zgodnie z tab.
gnatu wybidrczego - zgodnie z tab.

tol

tih

I IL

fo

PD

1 SSM

3.

JUK

kHZ

yuw

NUA

Sygnat przywotania abonenta - zgodnie z tab.

2,5

A98,8
600

100

182

8,5

900

150

Tabela 2 c.d.

7
uss V
oL =°'8 V
uss =3 v
UH =2,2 V
UsSs =3V
UL - OV
Uss = 3 v
uss =3V

3. Wspotczynnik wypednienia sy-
Przerwa miedzyseryjna - zgodnie z tab. A.



com1 - U2

COM2 -,

-u3
-u?2

" Ul
- Ur

b

l

Ul
ur

" U3

1C "U2
- Ui

- Ur

2a 4-8a

2b- 8b
7c+ 8c
SYM - Ur

Rys. 3. Przebiegi sygnatow wyjsciowych do wySwietlacza przy

wyswietlaniu cyfry jP e /przykdtad/. Uwaga: Sygnaty na koncowkach

COM1-COM3 nie zmieniajg sie przy wyswietlaniu roznych liczb,

ksztatty sygnatow/ na pozostatych wyjsciach na wySwietlacz za-
leza od wysSwietlanej liczby



= 1. «.8/ na wysSwietlacz LCD

Rys. 6. y/yjscia KS1 - KS.5 oraz PT, BLUR, SA



-OuSS

Rys. 7. Wejscia K1 - K4, SPA, PBLUR i ASP

Tabela 3. CZESTOTLIWOSCI 1 WSPOLCZYNNIKI WYPEENIENIA SYGNALU
WYBIORCZEGO

ANETW 10 .16, .18 20
Wvr\ A MSTAMS3KS2HS: MBJAS3NS2MS1 MSAMS3 7/sSMgl MSAMS3/iS2MS1

1 0 10 0 0 0 11 10 10 110 1
1,6 0 0 10 0 10 1 10 0 1 1110 -
2 0 0 0 1 1/0 0-0 .0 110 0 111

Uwvaga: wartosci czestotliwosSci 1 wspétczynnika wypednienia
sygnatu wybidrczego badane sa za pomocg wez4ow MS1-MSA matrycy
programujgaceO» przy uzyciu diod /rys. 1/. Czterobitowe "ciggi
zerojedynkowe umieszczone tab. 3 oznaczajg stany wez4ow

MS1 ~ MS4, przy czym skrajny, lewy bit odpowiada weztowi MS4,
nastepny wezdowi MS3 itd. Wartos¢ 1 oznacza obecno$¢ diody w we
zle, wartos¢ 0 oznacza brak diody /zgodnie z przyktadem z rys.
1/.

Tabela A, DLUGOSCI PRZERWY MIEDZYSERYJNEJ

DAugosSC¢ przerwy miedzyseryjnej Stan wezta PM matrycy
programujacej
4TX 0
818 1

Uwaga: Tj = 1/fi jest "okresem"™ sygnatu wybidrczego. Wartosc¢ !
oznacza obecnos¢ diody w wezle PM matrycy programujacej
/rys, 1/, a wartos¢ 0 brak diody.



Tabela 5. DZWIEKOWY SYGNAL PRZYWOLANIA ABONENTA

Stany wez¥cw PostaC sekwencji Liczba Czas trwania
----- sekwencj i tonu [ms]

P1 P2 P3 o f1 ‘& g

0 0 0 + + 3 88
0 0 + ¢ + 3 88
0 1 0 + + 4,5 88
0 1 1 + o+ 4,5 88
1 0 0 + T m 2 133
1 0 1 It 2 133
1 1 0 ; ' 3 135
1 -1 1 oo d . 3 133

W."aga: jedng z odmirn postaci sygnatu przywotania abonenta,
uzyskuje sie przez programowanie wez4+éw P1-P3 matrycy progra-
mujgcej /rys. 1/ przy uzyciu diod. Warto$S¢ 1 oznacza obecnos¢
Siody w wezle, wartos¢ 0 brak diody. Symbole fg = -3 oznaczaja
poszczeg6lne tony sygnatu przywotania, majgce postac przebie-
géw prostokatnych o wspotczynniku wypednienia réwnym 1 i ok-
resach odpowiednio: Tg = 1536 /us; T = 1248 /us; = 960 /us;
i\ - 768 /us. - 7 -
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cew INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

REJESTR-DRIYER MC 7510N
MCX 7510

Ukd+ad scalony MC 7510N jest 10-bitowym rejestrem szeregowo-réwno-
legdym zawierajgcym 10 wysokonapieciowych stopni wyjsSciowych
/driverdw/. Uktad zrealizowano nowoczesng technologig CMOS-DMOS,
ktora umozliwia uzyskanie duzej gestosSci upakowania i matego
poboru pradu CMOS-owej niskonapieciowej czes$ci uktadu oraz wy-
sokie napiecie pracy /40 V/ i prad wyjsSciowy /40 mA/ czeSci
DMOS-ewych. Uk#ad scalony MC 7510N moze by¢ wykorzystany w
gtowicach drukarek termicznych, do sterowania wskaznikéw fluore-
scencyjnych oraz innych systemow wyswietlania informacji.Uk4tad
montowany jest w obudowie 1.8-wyprowadzeniowej typu CE-81 /ozna-
czenie MC 7510N/; dostepny jest takze w wersji struktury nie-
obudowanej jako MCX 7510.°-

°9 ©10 DO UDD2 -<i BL °1 °2 °3
NnNNom NN NN
18 17 16 15 14 13 12 11 10

1 2 3 4 5 6 7 8

9
U u LTU U U U UTT

=g ©7 °g C USS UODIST °5 ~°4

UgS - zasilanie (-) ST - wejsScie strobujgce

UDD1 UDD2 " zasilanie (+) Dj - wejscie danych
C - wejsScie zegarowe Dg - wyjScie danych /szeregowe/
BL - wej$Scie wygaszania CL .. .CLQ wysokonapieciowe

wyjsScia sterujace

Rys. 1. Rozk#ad 1 opis wyprowadzen

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania 1
napiecie zasnarna Z
Napiecie wejsSciowe
Napiecie wyjsSciowe
Prad wyjsSciowy

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Catkowita moc tracona

Upp1

"DD2
U.

"arab.

stg

"tot

przy Ugs = 0O, tamb = 5T
4,5 v 12 V

\

-0,5 + + >3
40 V
-40 mA
0 + 70<=C
0
-55 * +125 C

0,8 W

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE STATYCZNE /tamQF25°C, u%g =0,

Nazwa parametru

Napiecie wejSciowe
w stanie niskim

Napiecie wejsSciowe
w stanie wysokim

Napiecie wyjsSciowe*”
w stanie niskim

Prad wejsSciowy
w stanie wysokim

Prad wyjsciowy \
w stanie wysokim ~

Rez”-~ancja wyjs$cio-

Prad zasilania ze
Zrod+a UDD1

Prad zasilania ze
zréodta

x)

Na wyjsciach <1-

pp1 - °V. Uppd =40V

Wartosc¢ Warunki
Symbol Jear« oo typ. max. pomiaru
UIL V _0,5 - 018 -
U IH V 3,5 - 5,3 .-
oL % - - 2,5 1QI =-40 mA
R h NUA - - 100 Uj =5V
J0H NA 1000 - - F_=lo
RO kil - - 20 r0 - 4°°fF
IDD1. mA - - 1,5
IDD2 mA - 2.5 - -
) XX) \ - .-
<jo- a wyjsciu DQ,

A Obudowa plastykowa CE-81 z wewnetrznym radiatorem.



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE DYNAMICZNE /Ugs - 0O, UDD1 S5V,

ubb2 - 40 V" CL “ 40 PF "tamb “<0 + 70°C/

s Wartosc¢

Nazwa parametru Symbol Jedn. mm . typ. max.
Wymagany czas opoOzZnienia miA ns 250 - -
sygnatu C wzgledem
Wymagany czas trwania %/B ns 500 _ _
impulsu D§
Wymagany czas .trwania \ ¢ ns 1000 - -
impulsu C
Wymagany czas opOzZnienia ns 1000 _ _
sygnatu ST wzgledem C tdD
Wymagany czas trwania tWE ns 500
impulsu ST
Czas opbéznienia sygnatu
na wyjsciu 0”.v .0%q dF ns _ 700 1000

wzgledem sygnatu ST

Czas opb6znienia sygnatu
na wyjsciu

£dG ns 300 500
wzgledem BL

wB

Di
™A, wC
ST
oD WE 'dD
tdF rdF
tdG
BU

Rys. 2. Warunki pomiaru parametréow charakterystycznych dy-
namicznych



~a_

OPIS DZIALANIA UKLADU

DO Dj BL

Rys. 3. Schemat blokowy uktadu

Na rys. 3 przedstawiono schemat blokowy uktadu. Uk4ad MC 751K
spetnia .funkcje rejestru-drivera. Przyjmuje 1 wyprowadza dane
odpowiednio wejsSciem i wyjsciem szeregowym oraz przetwarza sy-
gnaty niskonapieciowe na wysokonapieciowe i wyprowadza je na
10 wysokonapieciowych wyjsciach rownolegtych.

Dane podawane na wejs$ciu Dj /rys. 3/ wprowadzane sg do rejes-
tru przy zmianie stanu logicznego z 0 na 1 sygnatu zegarowego
na wejéciu C.Dane musza pojawié¢ sie na wejéciu Dj z odpowiedni®
wyprzedzeniem czasowym wzgledem sygnatu zegarowego /rys. 2/.
V7 takt kolejnych przejs¢ 0 — 1 sygnatu zegarowego dane prze-
suwane sg w strong wyjs$cia szeregowego DQ. Dane "zero-jedynko-
we" zawarte w komérkach rejestru przesytane sa do odpowiednich
przerzutnikéw, kiedy zewnetrzny sygnat strobu ST jest W stanie
wysokim. Przerzutniki te moga przyjmowa¢ nowe dane tak diugo>
jak dtugo utrzymywany jest stan wysoki na wejsSciu ST. Sygnat



wygaszania EL aktywny w stanie wysokim umozliwig blokowanie
oddziatywania sygnatow logicznych przerzutnikéw na stopien
wyjsciowy. JeSli wejsScie BL jest w stanie wysokim /niezaleznie
od danych logicznych w przerzutnikach/ wszystkie wyjsScia ste-
rujgce 0~ ¢ 0-jqg s% v stanie wysokim /nieaktywnym/. Po sprowa-
dzeniu sygnatu na wejs$ciu BL do stanu niskiego stopnie wyjscio-
we sg sterowane przez stany logiczne przerzutnikéw.Stopnie wyj-
Sciowe to wzmacniacze,ktore przy podaniu stanu wysokiego na wej-
Scie /niskonapieciowe/ dajg na wyjsSciu /wysokonaoiecicwym/

stan wysoki /nieaktywny/ przy*dotgczeniu wyjsé¢ 00 . .-, po-
przez obcigzenie rezystancyjne do wysokiego napiecia zewne-
trznego UM, Dla przeciwnego stanu na wejSciach uzyskuje sie
stan niski /aktywny/ na wyjsSciach sterujgcych uktadu.

Po wkgczeniu zasilania na wszystkich wejsSciach uktadu wymusza-
ne sg wewnetrznie stany niskie w rezultacie zastosowania ukta-
du wejsSciowego przedstawionego na rys. 4, pednigcego jednocze-
Snie role zabezpieczenia przed przebiciem +adunkiem elektro-
statycznym. Na rys. 5 przedstawiono schemat jednego stopnia
wyjsciowego z tranzystorem DMOS z otwartym drenem,Je$li w da-

Upp1

WE fi. ~[>0_

uss -

Hys. 4. Schemat uktadu wej-
Sciowego



nej komérce rejestru wystepuje stan niski, to odpowiadajacy je
tranzystor wyjsciowy jest w stanie niepr.zewodzenia /nieaktyw-

nym/ 1 blokuje wysokie zewnetrzne napiecie UN. Stanowi logicz-
nemu 1 w komOrce rejestru odpowiada stan wigczenia tranzystora
wyjsciowego, przy ktérym rezystancja wynosi ok. 60 0. przy

UbDD2 “<Z0 V* TyP<we charakterystyki wyjsciowe tranzystora wyj-
Sciowego przedstawione sg na rys. 6*

1 2 . 3 UQ [V]
Rys. 6. Charakterystyki wyjsciowe 1Q /U / przy roznych warto-
Sciach uDD2
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa
tel”. 43-54-01

tlx 815647
Cena 60 z#t.
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cemi INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE-

UK+AD PRZETWORNIKA ANALOGOWO-CYFROWEGO
STANOWIACY WOLTOMIERZ 3.1/2-CYFROWY MRY 7906N

CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Uk¥ad MRY 7906N jest monolitycznym analogowo-cyfrowym ukdadem
scalonym wielkiej skali integracji, wykonanym w technologii

CMOS z bramka Al. Zawiera wszystkie elementy aktywne, niezbedne
do zbudowania “woltomierza .3 1/2-cyfrowego, w#gczajagc dekoder
7-segmentowy, drivery segmentoéw, napieciowe Zrodto odniesienia
I zegar.

Przeznaczony jest do nowoczesnych miernikéw cyfrowych,l/ tym
uniwersalnych miernikéw kieszonkowych.

Przetwarzanie analogowo-cyfrowe realizowane jest na zasadzie
podwéjnego catkowania. Kazdy cykl pomiarowy podzielony zostat
na trzy fazy: autozerowania, catkowania napiecia wejsSciowego

I catkowania napiecia odniesienia.

\/ fazie autozerowania wejscia "zimne" i '"gorgce" zostajg poczag-
tkowo od#aczone od wyprowadzen zewnetrznych ukdfadu i1 wewnetrznie
zwarte do analogowego wej$cia wspolnego.. Kondensator referen-
cyjny faduje sie do napiecia odniesienia; nastepnie kondensa-
tor CA/Z jest tadowany dla skompensowania napiecia niezrowno-
wazenia wzmacniacza buforowego, iIntegratora 1 komparatora.

\/ fazie catkowania napiecia wejsciowego petla autozerowania zo-
staje rozwarta i linie wewnetrzne wej$¢ "zimnego"™ 1 'goracegol”
dotgcza sie do wyprowadzen uktadu. Nastepnie przetwornik cat-
kuje w wustalonym czasie napiecie réznicowe miedzy wejsSciami
"zimnym" 1 "goracym"™. Na koniec tej fazy zostaje okreslona pola-
ryzacja catkowanego sygnatu, .

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



REF HI REFLO

INHI

COMMON

IN LO

Rys. 1. Schemat blokowy czesci analogowej uk#adu MRY 7906N



7-segmentOwy  7-segmentowy  segmentowy

dekoder dekoder dekoder e200
Latch
Tysiac Setki Dziesigtki Jednostki
Sterowanie
driverem
zwyjscia )
komparatora}
<4 Sterowanie
TE
3
Wewnetrzna masa
cyfrowa
- M
0SC3
lub Wwc In> KC bO 3y

Rys. k. Schemat blokov/y czesci cyfrowej ukdfadu MRY 7906N



M fazie catkowania napiecia odniesienia ?/kjsScie "zimne””zostaje
Wewnetrznie poddgczone do analogowego wejScia wspdlnego, a wej-
Scie '"goragce" podigczone jest przez uprzednio natadowany kon-
densator referencyjny. Schemat potgczen w uktadzie zapewnia
powrOt napiecia na wyjsSciu integratora do zera. Czas tego po-
wrotu jest proporcjonalny do wielkosSci sygnatu mierzonego. Wy-
Swietlany odczyt cyfrowy wynosi 1000 e

Napiecie roznicowe moze by¢ podawane przy szerokim zakresie
sygnatoéw sumacyjnych: od UDQ -0,5 V do Ugg +1 V. W tym zakresie
uktad zapewnia CMMR réwny typowo 86 dB,

Napiecie odniesienia moze by¢ generowane w catym zakresie na- ,
pie¢ zasilania przetwornika. Dla utrzymania bdedu ponizej 0,5
jednostki nalezy wybrac¢ dostatecznie duzy kondensator C”p.
Wejscie wispdlne stuzy do ustalenia napiecia sumacyjnego przy
zasilaniu bateryjnym oraz dla kazdego uk#adu, w ktorym sygnaty
wejsciowe ptyng w stosunku do napiecia zasilania. WejScie to
ustala napiecie o okoto 2,8 V nizsze od UDD*

Wyprowadzenie TEST potgczone jest z wewnetrznie generowang ma-
sg czesci cyfrowej uktadu przez opornik 500Q . Podanie pozio-
mu UQp na wyprowradzenie TEST wprawia wysSwietlacz w stan 1888,
przy czym na wySwietlacz podawane jest napiecie state, co moze
zniszczy¢ wyswietlacz LCD przy pozostawieniu ukdadu w takim
stanie na kilka minut.

Czestotliwo$S¢ sygnatdw sterujgcych segmentami jest rowna cze-
stotliwoSci zegarowej podzielonej przez 800.

Mozng zastosowal jeden z trzech sposobdéw generacji sygnatu ze-
garowego:

- ,,Zzewnetrzny oscylator pod#gczony do wyprowadzenia 40,

- oscylator piezoelektryczny miedzy .wyprowadzeniami 39 i 40,

- oscylator RC przy wykorzystaniu wyprowadzen 38, 39 1. 40.
CzestotliwosS¢ oscylatora dzielong jest przez 4 dla taktowania
licznikow". Nastepnie jest dalej dzielona dla wytworzenia trzech
faz pomiarowych. Jest to faza catkowania sygnatu wejsSciowego
/1000jednostek/, catkowania sygnatu odniesienia /0 * 2000 jed-
nostek/ 1 autozerowania /1000 + 3000 jednostek/.Faza autozero-
wania wykorzystuje dla sygnatow®" wejsciowych mniejszych niz pet-



uDO cz 1 40 zD 0SC1
D1 d 2 39zz 0OSC2
c1 CZ 3 38 =1 0SC3
B1 EU 4 37 =01 TEST
Al t= 5 36 zz REF HI
F1 cz 6 3BHzz REF LO
Gl C 7 3Az1 CHREF
E1 cz 8 33Z3 CREF
D2 cz 9 32 zz COMMON
c2 cz 10 31 zZZ INH
B2 Lk} 3073 INLO
A2 c= 12 2 7D AlZ
F2 cz: 13 28 7z BUFF
E2n ' cz 14 27 ZD INT
D3 cz 15 26 =3 yss
B3 cz 16 25=3 G2
F3 cz 17 2477 C3
E3 cz 18 23zz7z A3
AB4 cz 19 22H3 G3
POL 20 21zz BP

DD ““wejScie zasilajace /+/; A1, B1, C1, D1, E1, F1, Gl - wyj-
Scia sterujace segmentami pierwszej cyfry /jednostki/; A2, B2,
c2, D2, E2, F2, G2 - wyjScia sterujace segmentami drugiej cyf-
ry /dziesiagtki/; A3, B3, C3, D3, E3, F3> Gp - wyjsScia sterujace
segmentami  trzeciej cyfry /setki/; AB4 - wyjsScie sterujace seg-
mentami czwartej cyfry /tysigc/; POL - wyjScie sterujace seg-
mentami "minus™; BP - wyjsScie na wspolna elektrody wyswietla-
cza LCD; U53 - wejsScie zasilajace /-/; INT - “wyjScie na pojem-
nos¢ Cjkt» ““BUFF - wyj$cie wzmacniacza buforowego; A/Z - wyj-
Scie na pojemnos$¢ INLO - wejsScie "zimne"™; INHI - wejScie
"gorgce"; .COMMON - wej$cie wspOlne; C+REF - wyjsScia na
pojemno$S¢ CpppjREF LO, REF HI - wej$cia napiecia odniesienia;
TEST - wejsScie testowe* wyjsScie wewnetrznej masy cyfrowej;

0SC1, 0SC2, 0SC3 ““wejscia oscylatora

Rys. 3. Rozk#ad 1 nazwy wyprowadzen uktadu MRY 7906N



na skala - impulsy pozostate po
sienia. Catkowity
/16000 impulsow zegarowych/. Dla trzech pomiardéw na

fazie catkowania sygnatu odnie-

cykl pomiarowy sktada sie z 4000 impulséw.

czestotliwos¢ oscylatora powinna wynosi¢ 48 kHz.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania UDD + Ugg U

Wejsciowe napiecie”analogowe
/na kazdym wejsciu ¥ h

WejsSciowe napiecie

odniesienia

Napiecie na wejsciu
oscylatora 0SC1

UREF

UCLK

Temperatura otoczenia

W czaslie pracy

Temperatura
przechowania

aulozerowania .

Unm

~amb

tst.S

m - 1 i - n ]
Okres catkowania
catkowania | napiecia odniesienia

1 Okres
1 sygnaluWE

1 I
k X
. X
Jina-Rjirin-.
Siata liczba

cykli zegarowych

sekunde
15 v
bss = Yop
Yss * Upp
UTEsT ¥ UYnp
0t 70 <
-55 r +125 °C

X

]

Liczba cykli zegarowyc
proporcjonalna do

Rys.4. Przetwarzanie A/C metodg €zasowg z podwéjnym catkowaniem

KHlapiecia wejsSciowe mogg przekroczy¢ napiecie zasilania pod

warunkiem ograniczenia pradu do * 100yuA.



2440 M R4 Ui C2 C3 1

~ 7 - o )
y AWS\a/ &* 5K iw/ i i
V 2u 15k  win Ciift
mm-
R1 RSV oV
24kQ 1M< 5
H
1k
Wyswietlacz
IIMHH & @
0 o]
MRY 7906
Q
0 0 co < wu < U W o o u
§v.-V. 'WysSwietlacz . = dr eBizi?

Rys. 5* Schemat aplikacyjny uktadu MRY 7906N

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CRARAKTERYSTYCZNE /mierzone w uktadzie jak
na rys. 5,przy tamb = 25=C 1 fCLK = 8 kHz,o ile nie podano inaczej/

Nazwa Sym- Wartosc¢ - -
oarametru bol Jedn. “mtyp. max. Warunki pomiaru
f Z .5 A 6 7

Viskazanie prz} odczyt Uug = 0,0 VvV
zerowym sygnale cyfro- Petna skala =
wejsciowym Wy*® -000,0 1000,0 +000,0 = 200,0 mVv
Pomiar ilora- odczyt 999/
zowy cyfro- /1000 ur = u ™
iy 999 1000 UREP =7>0,0 mV

B+ad niesymetrii )
charakterystyki -Uj = +UT =
./Rollover Errory -1 +1 ~ 200,0 mv
B+~d nielinio- Pedna skala =
wosci charakte- * = 200,0 mV lub
rystyki -1 +1 petna skala

= 2,000 Vv
Wspotczynnik UaA = +1 V, Ut =
ttumienia syg- =0V
natu wsp6lnego CMR+ /uV/V « 50 petna skala =

= 200,0 mVv

17



ELEKTRYCZNE
1 2 ... .. 5

Prad uptywnos$-
ci wejsciowej

"o 3

A
TIB P

Wspodczynnik
zmian tempera-
turowych wska- -
zania zera v/ =C
Niestabilnos¢

temperaturowa ,

wspotczynnik

przetwarzania PPtn/<=C

Prad zasilania mA 0,8

IDD
Wewnetrzne na-
piecie odnie-
sienia /w sto-

sunku Q0 UqD/ v 2,4 = 2,8

UCOMMON
Wspotczynnik 3
temperaturowy
zmian wewne-
trznego napie-
cia odniesie-
nig

Napiecie ste-
rujagce segmen-
tami wysSwiet-
lacza LCD v 4 5

ot

UCoMMoK "™Pm/ = C 80

Napiecie steru

jace wspdlng

elektrodg wys-

wietlacza LCD v 4 5

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikdéw 32/46
02-668 Warszawa

tel. 435701
tlx 815647

Lipiec 1957
Cena 80 Z

Druk
PRAWO REPRODUKCJI

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

6 7

10 ux = 0V

W= 0V

' 0@ < \ nb<700c

Ur = 199,0 mV

0<C<t .< 70 C

zewn. zroato odnie-
5 sienia®
0 ppm/ C
1,8 ur*= 0 ~v
25 kd .pomiedzy
3,2 COMMON 1 UDD -
25 KE pomiedzy
3 COMMOM 1 UDD *
6 Uu=9YvV
6 u=9YvV
ZOINTE ITE zam. 74/87 n.300
ZASTRZEZONE



cem INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE

DIODI PODCZEHRWONI AQYP 10F

Dioda elektroluminescencyjna z GalnAs/InP wykonana technika
wielowarstwowej epitaksji .jest przystosowana do potaczenia
ze Swiattowodem o aperturze numerycznej NA =0,2 i Srednicy
rdzenia Or 50 /im. Moze by¢ stosowana w Swiatdcwodowych +gczach
telekomunikacyjnych Sredniego 1 dalekiego zasiegu.

PARATIETRY DOPUSZCZALNE

Natezenie pragdu przewodzenia 100

Napiecie wsteczne °R . 2

Temperatura obudowy %%350 -30 + +50 X5
Terperatura orzechowywania tstg -40 +70

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA






PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

- dartosé
Nazwa dartosé

parametru Symbol  Jedn.

i min, | typ.

| Moc promieniowania p\W 10 12

Pe
| Napiecie
:przewodzenia .y Vv

t PraJ’-wsteczny pA

1 7

i Dhugos¢ fali odpo~

| wiadajaca maksimum

; gestosci ménochro- .

jmatycznej mocy pro-
\mienionania Ap nm 1250 1300

1 Szeroko$¢ potowkowa
widma promienie-

[ 1 aA —

I_wa,nla 0.5 nra 105
Czas narastania i

opadania impulsu
Lyromieniewania tr” xf

ns - 9

Trwato$¢ okreslona - = .
spadkiem mocy pro-
Smieniowania do po- ‘my
j towy wartosci po-

1 czatkowe]

tVa h 104 ~

max.

500

1330

115

10

Waruniei 1
pomiaru |
Ip. =100 mA j
R
1}: 100 mA
UR= 2V
1,=1 A
¥ 00 m !
t
3
IF =100 mA i
|
Ip =100 mA
1
]
Ip= 100 mA |



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Alc Lotnikéw 32/46
02-568 Y/arszawa
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Lipiec 1937
Cena "0 & DRUK ZOINTS ITE zara. 1C/37
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE/J

DIODA PODCZERWONA CQYP O7F

Dioda podczerwona z CaAs/AlGaAs o konstrukcji krawedziowej po-
tgczona ze Swiattowodem telekomunikacyjnym ¢ Srednicy rdzenia
<Jr = 50yum i aperturze numerycznej NA = 0,2, Moze by¢ stoso-
wana w +gczach Swiattowodowych krétkiego 1 Sredniego zasiegu.

Rys. 1 Schemat 1 .fotografia diody COYP

KARTA KATALOGOWA



WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETROW

Prad przewodzenia 100 mA
Napiecie wsteczne uR 2 v
Temperatura obudowy case- -40 + +55
Terap.eratura przechdwywania "stg -40 + +70
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t = 25=C/

Wartosc¢

Nazwa parametru Symbol Jedn. - Warunki pomiaru

min. typ. max.

Moc opromieniowa-

nia”® Pe yuw 17 20 Ip = 100 mA
Napigcie przewo-

dzenia UE v 2 2,8 1p * 100 mA
Czestotliwosc

graniczna fg MHz 30 35 IpM = 100 mA

Dugos¢ fali od-
powiadajgca mak-
simum charakterys-

tyki widmowej XP nm 800 835 870 Ip = 100 mA

Szerokos¢ potow-
kowa widma pro-

mieniowania %0 5 nm 4 40 80 .1p = 100 mA
Pojemnosc catko-
wita Ctot pF mn n 300 UR = 0, f=1 MHz

Moc promieniowania wychodzaca ze Swiatfowodu o sSrednicy
rdzenia Or = 50”um 1 aperturze numerycznej NA = 0,2«



Rys. 2 Charakterystyka pradowo~napigeciov/a

Rys. 3 Zalezno$¢ dopuszczalnego pradu przewodzeni a od tempera-
tury obudowy



-P @oo A

Rys. 4 Zalezno$¢ mocy prom!eniowania od pradu przewodzenia

Pe(M
1Q [jedn. wzglj

780 800 820 840 860 880 900 320 940"
Rys. 5 Charakterystyka w.idnov.f

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTROMOGEJ

Al. Lotnikéw 32746 Vv, n.,
02-663 Warszawa Druk ZOINTE ITE za.\/W37. u ot-
TI* 815647

Tel .435401

Maj 1937 r. Parametry 1 obudowa
uena gg moga, ulec zmj uie

PRAY/0 REPRODUKCJI ZA1TRZE/ONE



afallINSTYTUT TECHNOLOG» ELEKTRONOWE]

TELEMETRYCZNA DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 28

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs jest wykonana tech-
nikg wielowarstwowej epitaksji, zmontowana w obudowie metalowej
hermetyzowanej zywica epoksydowg 1 przeznaczona do pracy jako
zroddo promieniowania podczerwonego w dalmierzach optoelektro-
nicznych,

Rys, 1, Dioda elektroluminescencyjna CQYP 28

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE WARTOSCI PARAMETROW

Prad przewddzenia 100 mA
Szczytowy prad przewodzenia ) 200 mA
/V3pbéiczynnik wypedni.enia< 0,5/

Napiecie wsteczne U,R 2 v
Catkowita moc wydzielana toi 250 mW
Temperatura obudowy * case -40M+55 <C
T esiperatuPa przechowywania "stg -40v-f-70 <C

Rys, 2, Charakterystyka pragiéwo”™napieeiowi



ZNoCtN@uzom‘andd Mmoo PIOMISNv/ania

@3
0 '20'40°60' 8 100 120 %O =40 -20_ 0 20 40 60
Prqgd przewodzenia Ip [mA] Kqt promientowania [stopien]
Rys* 3, Charakterystyka mo- Rys , 4, Charakterystyka ka-
" cowc-pradcwa towa promienibwania
Ip [mA]
tgsg”C]

Rys,

= Zalezno$¢ pradu przewodzenia od temperatury obudowy



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (t = 25°C

case
Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartosc Wargnki
min» "typ. max. pomiaru
Moc promieniowania"'7 Pe Juv 200 500 Ip = 100 mA
Mak : L f A0 Ip = 100 mA
aksymalna roéznica faz cm 2 £ = 15 MHz
Napiecie przewodzenia up \% - - 2,5 Ip = 100 mA
Prad wsteczny E VA - - 100 N\r ~ 2V
i o Fowi Ur = 0
Pojemnosc catkowita Ctot~r PF - - 800 f = 1 MHz
Czestotliwo$¢ graniczna fH MHz * 25 - T M= A A
D+ugos¢ fali odpowia-
dajaca maksimum chara- nm - 890 - Ip = 100 mA
kterystyki widmowej k
Szeroko$é potowkowa A
widma promieniowania == B 45 Ip = 100 mA

Moc promieniowania wychodzaca ze $wiatdowodu o apretu-
rze numerycznej Na = 0,5 i $rednicy rdzenia Or = 200 jam.

INST.TUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikow 32/46
02-660 Warszawa

TIx. 8156A7 Druk ZOINTE zam, "j".2/87 n /0700
Tell 435401
Maj 198?

Cena 40 # ) PRAWO REFRpDIJKCJI ZASTRZEZONE



cevi INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]J

Fotodioda czterosegmentowa BPYP 17

Fotodioda BPD? 17 /EPYP 17/ jest krzemowg epiplanarng fotodioda
PIN /p+-7 -n+/ o duzym polu powierzchni Swiatfoczutej /7\ com /.
Powierzchnia Swiattoczuta fotodiody ma ksztatt kota podzielo-
nego na 4 rowne czesSci /segmenty/. Montowana jest w obudowie
metalowo-plastykowej z ptaskim oknem szklanym. Wymiary obudo-
wy pokazano na rys. 1, a uktad wyprowadzen na rys. 2.

Fotodioda BPDP 17"/BPYP 17/ moze by¢ stosowana do detekcji pro-
mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni, a w szczego6+-

maxS,5. ..

Rys, 1. Wymiary obudowy fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

KARTA KATALOGOWA



nosci promieniowania emitowanego przez poOdprzewodnikowe foto-
emitery z GaAs 1 GaAlAs /A =0,8-0,9 /um/ 1 lasery
/a =1,06 “un/ .

Fotodioda BPDP 17 /BPYP 17/ przeznaczona jest do detekcji podo-
zenia plamki Swietlnej, kata padania wigzki promieniowania,
rownomiernosci oswietlenia i w innych uktadach automatyki i ste-
rowania ,

neodymowe

1 2 "3 4
0 0

5
Rys. 2, Uk¥ad wyprowadzen fotodiody BPDP 17 /BPYP 17/

c 1
ljech.vegl]
. 08

900 1000 1100

3. "wzgledna charakterystyka widmowa czutosci fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/



Segment 1

Plamka Swi
BPDP-,7
06 jp Segment1l Segment 2

IpfpA]
05
04
03

-0,5 -0,3 01 0 01 03 0,5

X [mm]

Rys. 4, Zalezno$¢ pradu fotoelektrycznego od potozenia plamki
Swietlnej



WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETROW

Napiecie wsteczne
Moc catkowita

Gestos¢ pradu
fotoelektrycznego

Temperatura obudowy

Temperatura przechowywania

UR 100 v
toi 2 W
5 mA/mmZ
Toase -50A+70 *C
Astg ~50~+85 X
...... "l
t
BPDP-17

UR st

Rys. 5. Charakterystyka pojemnosciowo-napieciowa fotodiod
BPDP 17 /BPYP 17/



" x-<pAM~ppw CPARAKTERYSTYCZN3

Nazwa parametru

Widmowy zakres pracy

Czutos¢ na promieniowanie
monochromatyczne

Niejednorodno$¢é czutoSci

Wspoétczynnik przestuchu miedzy
segmentami

Czas narastania impulsu pradu
fotoelektrycznego

Czas opadania impulsu
fotoelektrycznego

pradu

Szeroko$¢ \obszaru® rozdzielajacego
segmenty "

Ciemny prad wsteczny3T

3)

Pojemno$é catkowita

45 V. ARys. 4.

/T30

- 25=C/

Symbol

>s]l , As?2

Pnm

tf

IRO

Ctot

Jgen O

Nra

AW

%

%

ns

ns

mm

nA

pF

"Dla 1 segmentu.

N0

Wartosc
typ. . max.
0,35-1,15 -
0,55 o
0,18 -
Y, -7
0,5 )
8 12
14 20
0,3 0,51
350 2500
20 30

Warunki”™ \
pomiaru J

SX1,2=0>-SAS

X=0,9 ,um

k=1 ,06 yum
o~ = 0,1 mm
RL = 500

X= 0,9 /um
rt = 500

X= 0,9 /um
0O "= 0,1 mm
f =1 WHz
Fe"= 0

- Srednica plamki Swietlnej.



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOY/EJ

Al. Lotnikdéw 32746
02-668 Yiarszawa

tel. 435401

tiIx" 8156Z+%? Druk ZOINTE ITE zam. £/~87 n/:.=" "
maj 1987 Parametry 1 obudowa mogg

Cena 60 #
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

FOTODIODA LAWINOWA BPYP 53F

Fotodiodg lawinowa BPYP 53F optymalizowana jest do zastosowania
\r da|mierzach optoelektronicznych pracujacych dla ~=0,8 +0,9 jim.
Charakteryzuje sieebardzo duzym wzmocnieniem i duzg szybkosScig

dziatania.

+0O0=

<P

Anodo

pomoczona z masg
obudowy

RySo 1* Obudowa

PAFiAMSTRY. -DOPUSZCZALNE "

Moc catkov;ita "o" 0>1
Catkowity prad wsteczny 1-A 10
Teinoeratura obudowy tMc N -25 + +50
Temperatura

przechowywania N'sta- "A"0 + 455

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA

/iA
°G



ELEKTRYCZNE

Nazwa
parametru

Napiecie v
wsteczne UR

Ciemny prad

m\steczny nA

iRO
Wzmocnienie

sygnatu GP
Napiecie prze-

bicia .lav;inowego U (BR) Vv

Czutos$¢ na pro-
mieniowanie mono

chromatyczne AW

~ SA
Pojemnosc
catkowita Ctot pF
Czas narastania/
opadania impulsu
pradu fotoelek-

trycznego tr/tf ns
Wspotczynnik tem
peraturowy napie
cia przebicia y/K

’*t

INSTYTUT TECHNOLOGII

Al. Lotnikéw 32746
02-668 Warszawa

tal. 43-54-01
tlx 315647

Lipiec 1987
Cena 20 n

Symbol Jedn.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Narto§€

min.

100 200

100 400

220

20 27

"ELEKTRONOWEJ

typ.

230

100

260

2,5

0,9

DRUK ZOINTE

PRANO REPRODUKCJI

max.

Warunki pomiaru

G dla 1,T=
:'33*10'12A*|-|z"1f2

17p3 "10<12A"Hz~1//2

R

1
o

100

Gp

1 MHz
100 Vv

UR

= 500
900 nm

ITS zara, 70/3? n,0A(?

ZASTRZEZONE



mm iNStytut technologii elektronowej

DIODA SCHOMKY "EGO BA.P 280

BAP 280 jest krzemowg diodg Schottky®ego w obudowie plastyko-
wej OE57 /SOD 23/. Dioda ta przeznaczona jest g#déwnie do
pracy w mieszaczach w padmie do 1 GHz. Moze by¢ réwniez stoso-
wana w detektorach 1 szybkich uktadach przetgczajacych.

Na zyczenie odbiorcéw diody mogag by¢ segregowane na dwie grupy
B 1 R ze wzgledu na pojemno$¢ oraz dobierane parami lub ozwdr-

kami .

13+G5

X max4,1

Wymiary obudowy plastykowej 0537

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prad w kierunku przewodzenia n 30 mA
Temperatura ztacza ™ 100 <
Temperatura pracy Namb ““ +85 <
Temperatura przechowywania sty *' +100 <
ELEKTRYCZNE PARAIVIETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc¢ Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn--min_ nax. pomiaru
Napijcie w_klelunku v 06 1.= 10 mA
przewodzenia P
Napiecie wsteczne UR v 4 = o=
Prad wsteczny L nA 250 UR = 5V
Pojemnos¢ dla pod-
typoéws
BAP 280 1,5
SAP* 2S0R ctot PP L1 1,5 Ui-i ? "
SAP 280B 1.2 - z
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikéw 32/4-6
02-668 Warszawa
t=1 435401 i
HY" 813647 Druk ZOINTE ITE “f/-/87 n.ZOC

Cena 20 zt
kwiecien 1987

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



Hssn INSTYTUT TECHNOLOGU ELEKTRONOWE]

DIOOA SCHOTTKY”EGO BADP 17

Krzemowa dioda z bariere Schottky®ego typ BADP 17 przezna-
czona jest gtownie do pracy w mieazaczach w pasmie UHF. Moze
by¢ rowniez stosowana w detektorach 1 szybkich uk#adach prze-
4+eczajecych. Dioda ma obudowe plastykowe CE45 f / prze-
znaczone do montazu w uk#fadach hybrydowych,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYONE

Napiecie wsteczne U 4 V.
Pred przewodzenia IF 30 (19"
Temperatura ztecza Sy +100 C
Temperatura przechowywania “stg -55 4 +125 C
Temperatura otoczenia famb -55 ¥ +100 °C
) BADP 17 BADP 17 ii
L — A
2,2
2 A o
3 K K

Odpowiednio zwymiarowany rysunek obudowy

KARTA KATALOGOWA



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametr Symbol  Jedn. Wartosc War?nku
min.  typ. mMax. ppmiaru
opaere prze- mv - - 470 IFalnA
wodzenia UF
600 Ip*™» 10 mA
Napiecie prze- )
bicia uBR 4 - - IR n 10yjA
Pred wsteczny R nA ¥ 250 UR - 3V
Pojemnos¢ cat- _ W L) %R g 0
kowita ctot FF
J Ic ® 10 mA
Rezystancj a i
dynamiczna rT Si - - 10 fh o 1 MHz
Wspotczynnik 4
sSzumow F dB - 6 - f a 800 MHZ
m)

Moc oscylatora lokalnego Ph w9 mW, szumy wzmac-
niacza posredniej czestotliwosci

przy f}fcz * 30 MHz.

,cz < 1'5 dn*

INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikéw 32746
02-668 Warszawa

tel . 435401
tix. 815647 DRUK ZOINTE ITE zam. n.i10"Q

wrzesien 1986
Cena zt+ 20 PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



JgdIINSTYTUT TECHNOLOG» ELEKTRONOWE]J
WARAKTOR BXDP 43

Waraktor BXDP 43 Jest diodg o"zmiennej pojemnosci wykonang w
technice mesa z krzemu“gpitaksjalnego. Przeznaczony Jest do
pracy w powielaczach czestotliwo$ci w zakresie do 1 GHz.

H
© P

*S,

Rysunek obudowy
PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 90 v
Catkowita moc rozproszona Ptot 4 W
Temperatura ztacza p-n *] 150 <
Temperatura przechowywania tstg -55 r +100 °c
Temperatura pracy Aamb -55 - +100 °c

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRU CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Symbol Jedn.
Napiecie przebicia UBR V
Pojemnos¢ ztacza p-n c3 pF
Stosunek pojemnosci Cl -

C2
Catkowita moc rozpro- W
szona Ptot
Czestotliwosc
odciecia fco GHz
Rezystancja Rep:- _ o
termiczna thj-c °c/w
Szeregowa induk- nH
cyjnos¢ zastepcza Ls
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32746
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tix 815647
Cena 20 zit.
Styczen 1986 DRUK ZOINTE

PRAWO REPRODUKCJI

Wartosé
min. max.
90 -
8 10
2 -
I4 _
15 -
- 18
1,2 1,8
if
ITE zam. 46/86
ZASTRZEZONE

Warunki
pomiaru

UR = 6V

CN przy UR=0
C2 przy Ur=6V

Ptot" UF*TF

UR <=6V,
f = 3 GHz

n. 500



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

WARAKTOR BXDP 44

Waraktor BXDP 44 Jest diodg o zmiennej pojemnosci"wykonang w
technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do
pracy w powielaczach czestotliwo$ci na pasmo S.

0Ol
198103

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 60 v
Catkowita moc rozproszona Ptot 2 W
Temperatura ztacza p-n 150 <
Temperatura przechowywania tstg -55 f +100 <
Temperatura pracy Aamp 22 r +100 <

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE *

Wartosc¢ Warunki
N t . -
azwa parametru Symbol Jedn. min. nax. pomiaru
Napiecie przebicia UBR \ 60 -
Pojemnos¢ ztgcza p-n e pF 2,5 3,5 UR - 6V,
' f » 1 MHz
. L - Cl
Stosunek pojemnosci - m 2 - Cl przy UR=0
2. C2 przy UR<tV
Catkowita moc roz- A W 2 - .
proszona tot . Ptot<Y TF
CzestotliwoSC odcie- fco GHz UR « 6V,
cia
f = 3 GHz
dla podtypu
BXDP 44A 40
dla podtypu
BXDP 44B 50 -
dla podtypu
BXDP 44C 60 —
Rezystancja ter- o
miczna RthJ-c S A - 55 -
Szeregowa induk- nH
cyjnos$¢ zastepcza Ls 1,5 1,8 -
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32746
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tIx 815647
Cena 20 z#t
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. 46/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE
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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

V/ARAKTOR BXDP 45

Waraktor BXDP 45 Jest krzemowg diodg o zmiennej pojemnosci
wykonanag w technice epiplanarned. Przeznaczony Jest do pracy
w powielaczach czestotliwoSci na pasmo S.

Rysunek obudowy

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR- 60 vV
Catkowita moc rozproszona Ptot 2 W
Temperatura ztgcza p-n U 150 . °C
Temperatura przechowywania tstg -55 f +125 :S
Temperatura pracy Aamb -55 + +100 C
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc¢ Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. min. " max. pomiaru
Napiecie przebicia UBR oV 60 - -
Pojemnos¢ ztgcza p-n pF 2,5 3,5 f « 1 MHz
Cd UR . 6V
Stosunek pojemnosci Cl 2,3 Cl przy UR=0
2 C2 przy UR=6V
Catkowita moc roz- W 2 _
proszona Ptot Ptot - V XF
Czestotliwos¢ od- f GHz UR » 6V,
e co
ciecia f = 3 GHz
dla podtypu
BXDP 45A 40
dla podtypu
BXDP 45B 50
dla podtypu ) -
BXDP 45C 60 B
Rezystancja termiczna pepj o o A - 40 -
Pojemno$¢ rozproszona cp pF - 0,25 f - 3 GHz
Szeregowa indukcyj- nH - 0,8 f = 3 GHz
no$¢ zastepcza
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 z# / .
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. Mb/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



MINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE!]
DIODA £ADUNKOWA BXDP 84

Dioda BXDP 84 jest krzemowa diodg #adunkowg o konstrukcji typu
mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. Obu-
dowa ceramiczno-metalowa 0C4 lub O0C4p. Dioda jest przeznaczona

do generacji harmonicznych.

Anoda 0C4p

Obudowa diody 4adunkowej EXDP 84

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE (

Napiecie wsteczne IR 75 \Y
Catkowita moc rozproszona Ptot 4 W
Temperatura ztgcza 150 °c
Temperatura przechowywania tstg” -55 r +125 °c
Temperatura pracy Aamb 95 f +100 °c
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosé Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. nin. max. pomiaru
Napiecie przebicia UBR % 75 - e > 10 NA
PojemnosSC ztgcza cd pF 5,5 7 UR ~ 6V
Czestotliwo$¢ odcie- _
cia fco GHz 30 h R =8V
f « 3 GHz
Catkowita moc roz- W 4
proszona Pt.ot - PtotBUF * IF
Rezystancja termiczna RtHj—c <=c/w - 30 <4 W
Pojemnos$S¢ rozproszona CP pF - 0,25 f = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- _
nos¢ zastepcza Ls nH h 0.8 T =3 GHz
Czas przejsScia ns - 0,8 of 10 mA,
UR - 10 V
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 z+
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. ¢ 6/86 n.b0<

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



KARTY_V/YDANS_WmOSTATNIEJ_CHWILI

MCY 74008N 4-bitowy pedny sumator rdéwnolegty 60 z+
64008N

MCY 74016N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe
64016N MOS. Poczwdérny klucz analogowy/multi-
plekser 60 z+

MCY 74046N Petla synchronizacji fazowej /PLL/
64046N 120 z#

MCY 74059N Programowany dzielnik czestotliwos$ci
64059N 100 zt

MCY 74093N Bramka logiczna CMOS - czterokrotna
64093N dwuwejsSciowa bramka NAND Schmitta 80 z+

MCY 74094N 8-bitowe szeregowo-rdownolegte i sze-

¢4094N regowo-szeregowe statyczne rejestry
przesuwajgace CMOS 100 z+

BADP 17 Dioda Schottky ®go 20 z+



WYKAZ KART INFORMACYJNYCH WYROBOW I OPRACOWAN ITE
do nabycia w ZOINTE*/

Uk+ady mikroprocesorowe 1 pamieci pod#przewodnikowe
SIM 51 Symulator programowy ukdadu HCY 76c31

Uniwersalny system mikroprocesorowy z mikroprocesorem
8-bltowym

MCY 7880N Uk#ad 8-bitowego mikroprocesora

MCY 7855N Programowalny réwnolegty uktad wejscia-wyjscia

MCY 7851N Programowalny komunikacyjny uktad wejscia/wyj-
Scia

MCY 780AN XX A-bitowy mikrokomputer Jednostrukturowy

MCY 7102N A,B,C,D Pamieé statyczna RAM 1k

MCY 711AN Pamieé¢ statyczna RAM 102A x A bity

MCY 730AN XX Pamie¢ stata ROM Ak

MCY 730ANAA Generator znakéw alfanumerycznych

MCY 730ANAB * =
MCY 730ANAC
MCY 730ANAD =

MCY 7316N XX Pamiec¢ stata ROM 16k

MCY 7316N AB Generator znakéw alfanumerycznych

MCY 7316NAE -

MCY 7316NAJ "

Metodyka programowania pamieci statych ROM Ak 1 16k

MCY 761AN UART - uniwersalny asynchroniczny nadajnik -
- odbiornik

MCY 7620N Programowany dzielnik czestotliwosci
UCY 7ASA02J Kontroler pamieci dynamicznej RAM

UCY 7ASAO5N Dekoder binarny 1 z 8 do mikroprocesora
MCY

UCY 7ASA12N 8-bltowa brama wejs$cie-wyJlscie
UCY 7ASA1AN Kontroler priorytetu przerwan
UCY 7ASA16/A26N A-bitowy nadajnik/odbiornik szynydanych

"Pedny adres;

Instytut Technologii Elektronowej
Zaktadowy OSrodek Informacji
Naukowej, Technicznej 1 Ekonomiczne]j
Dziat Informacji i Dokumentacji

AO z+

720
200

300
AO
60
60
60
20
20
20
20
60
Ao
AOQ
AO
AO

1A0
60
1A0

60
120
<80
60

Al. Lotnikow 32/A6 /bl.Vl, pok.110, lei.A33A01...9 w.ApC/

02-b6e warszawa



UCY 74S418/419N Kontroler szyny systemowej wieloproceso-
rowych systeméw mikroprocesorowych

UCY 74S424N Generator Impulséw zegarowych dla mikropro-
cesora MCY 7880N

UCY 745428 Kontroler systemu 1 dwukierunkowy bufor
dla magistrali danych

UCY 74S287 Bipolarna pamie¢ programowalna o organizacji
256 x 4 /PROM/

UCY 74S482/483 8-bitowy rejestr/bufor szyny danych

UCY 74S484N Generator impulséw zegarowych do sterowania
jednostki centralnej mikroprocesora 8086

UCY 74S486/487 8-bitowy nadajnik/odbiornik szyny danych

Uktady zegarowe
MC 1201N Uktad zegarowy
MCX 1201 Uktad zegarka elektronicznego
MC 1202N/J Uktad zegarka elektronicznego
MCX 1202 Uk+tad zegarka elektronicznego do wspoédpracy
z wySwietlaczem ciektokrystalicznym

Vo Programowany zegar elektroniczny do radio-
1203BN odbiornika

Zalecenia aplikacyjne dla uktadéw zegarowych MC 1203N
i MC 1206N

MC 1204N Uktad zegarowy

MC 1205N Programowany zegar elektroniczny

MC 1206N Zegar elektroniczny do radioodbiornika

MC 1210N Uk#ad do zegara analogowego

MC 1211N Uk#ad do zegara analogowego z alarmem

MC 1212N Uk+ad do analogowego kwarcowego zegarasterujacego

Uktady kalkulatorowe
MC 14008N Uktad kalkulatora inzynierskiego
MC 14009 Uktad kalkulatora naukowego
MC 14010N Uk#ad pamieci buforowej
MC 1401IN Uk+tad programatora do kalkulatora programowanego
MC 14013 Uktad kalkulatora do wspédpracy z wyswietlaczem

ciektokrystalicznym
Profesjonalne uktady CMOS

MCY 74XXXN Uktady logiczne CMOS

120 z+

60 z+

100

60
80

80
80

20
20
60

40

80

40
80
100
100
40
40
40

40

60

40
40

40



MCY 74000N Bramki logiczne CMOS cena 100 z#

74001N
74002N
74011N
74012N
74023N
74025N
74071N
74072N
74073N
74075N
74081IN
74082N
MCY 74007N Dwukrotna para komplementarna z inwerterem 80
MCY 74008N 4-bitowy pedny sumator réwnolegty 60
MCY 74013N Przerzutniki CMOS . 40
74027N
MCY 74016N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe MOS
Poczwérny klucz analogowy/multiplekser 60
MCY 74017N Synchroniczne liczniki CMOS 140
74022N
MCY 74019N Poczwérny dwukanatowy selektor danych/multi-
plekser/ 60
MCY 74020N 14- 1 12-stopniowe liczniki binarne CMOS 80
MCY 74028N Dekoder kodu BCD na kod dziesietny 100
MCY 74029N 4-bitowy uniwersalny licznik CMOS 80
MCY 74030N Czterokrotna bramka exclusive -OR, -NOR 20
74077N
MCY 74035N Czterobitowy uniwersalny rejestr przesuwajacy 100
MCY 74046N Petla synchronizacji fazowej /PLL/ 120
MCY 74047N Monostabilne i astabilne multlwibratory CMOS 120
MCY 74049N SzeSciokrotne bufory CMOS 40
74050N
MCY 74051N  Ukdady multiplekseréow/demultlplekseréw CMOS 120
74052N
74033N
MCY 74059N Programowany dzielnik czestotliwosci 100
MCY 74C60N 14-stopniowy asynchroniczny licznik binarnyl
z oscylatorenm 100
MCY 74066N Bilateralne klucze analogowo-cyfrowe CMO3 40
MCY 74069N Sze$ciokrotny inwerter CMOS 60

MCY 740931°"! Bramka logiczna CMOS: czterokrotna dwuwejs$clowa
bramka NAL1ID Schmitta 60



MCY 74094N 8-bitowe szeregowo-rownolegte i szeregowo-
-szeregowe statyczne rejestry przesuwaja-
ce CMOS

MCY 740102N 8-stopnlowe synchroniczne rewersyjne licz-
740103N niki CMOS

MCY 740114N Pamieé statyczna RAM-CMOS 64 bity

MCY 74518N Synchroniczne licznikiCMOS
74520N

MCY 74541N Timer programowany
MCY 74724N O$miobitowy adresowalny przerzutnik typu za-
trzask /latch/ \
Uktady scalone - rézne
UL 1621IN Dekoder sygnatu stereofonicznego

UL 1958 Uk+ad elektronicznego przestrajania kanatéw
w odbiornikach radiowych 1 TV

ULY 7934J Driver - sensor

MRY 7906N Uk+ad przetwornika analogowo-cyfrowego stano-
wigcy woltomierz 3172 cyfrowy

MC 19306 Nadajnik impulséw wybidrczych i sygnalizator
przywotania abonenta

MC 1024N Uk#ad nadajnika zdalnego sterowania
MC 1025N Uk#ad odbiornika zdalnego sterowania

MCY 7501J/N Rejestry przesuwajgce z recyrkulacjg o po-
75053/N  jemno$ci 2k bitéw i 1k bitow

MC 7510N Rejestr - driver
UCY 74545/546 Uk*ady sterujace wskaznikami diodowymi LED

Potprzewodnikowe przyrzady optoelektroniczne
mBPYP 07/08 Krzemowe fotoogniwa pomiarowe

BPYP 42 Fotodioda
BPYP 42F

BPYP 58F Fotodioda lawinowa

BPYP 17 Fotodioda cztero3egmentowa

AQYP 10F Dioda podczerwona

CQYP 28 Telemetryczna dioda elektroluminescencyjna
CQYP 06F Dioda elektroluminescencyjna

CQYP 07F Dioda elektroluminescencyjna

CQYP 42F Dioda elektroluminescencyjna

CQYP 43 Dioda elektroluminescencyjna

CQYP 60 Laser impulsowy duzej mocy
Impulsator laserowy LP-2 - Instrukcja obstugi

cena 100 z

60
80
100

80

20

60

40
80

80

120
40
40

40
60
60

60

20
60
40
40
40
40
4C
40

40
60



BFP
BFDP

BFDP 20R

BAP

BADP
BADP
BADP
BADP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
BXDP
CXYP
CXDP
CXDP

CTR
CTR
ntc
NTC
NTC
prc

479
20

280
14
17
23
26
43
44
45
46
52
56
82
83
84
86
43

43A
43B

111,

100-
501-

600
700
100

Tranzystor w. cz.
Tranzystor w. cz.

Dioda Schottky"ego
Dioda Schottky®ego
Dioda Schottky*ego
Dioda PIN
Dioda PIN
Waraktor
Waraktor
Waraktor
Waraktor
Waraktor
Waraktor
Dioda tadunkowa
Dioda #adunkowa
Dioda tadunkowa
Dioda ograniczajaca
Diody Gunna
Dioda Cunna
Dioda Gunna

Termistory
112 Termistory
300 Termistory
504 Termistory
Termistor
a,b Termistory
Termistor

cera

«

40
40

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
20
20
20
20
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